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Svazek B. Konstrukéniho katalogu vyrobkd TESLA Roinov, ktery
timto predkiéddme svym zdkoznikGm, obsahuje germaniové tranzistory
pro osazovani elektronickych pfistroji spotfebniho i primyslového cha-
rakteru. Katalog mé slouzit pfedevéim jako pracovni pomicka pfi kon-
strukci, vjrobé a opravich elektronickych pFistrojd, u nichz je zdkadni
souddsti polovodiZova souddstka. Tento katalog neslouZi jako planovaci
katalog o neddvd pfehled o pravé vyrdbénych typech polovodicovych
souédstek a moznostech dodavek. ‘

Viechna elektrickd méfeni jsou provddéna podle platnych stdtnich
a vnitropodnikovych norem.

Informace o moznostech doddvek Vam podd nase odbytova skupina
polovodigovych souddstek a viechny krajské zavody obchodniho podniku
TESLA, kterj je nasi obchodni organizaci pro mimotrini spotiebitele.
Dodévky se idi platnymi hospodéfskymi vyhlaskami. Drobni spotiebitelé
a jednotlivci si mohou polovoditové sougdstky zakoupit ve vzorovych pro-
dejnach TESLA, v prodejnach radiosoucdstek statniho obchodu Domdci
potieby a v nékterych obchodnich domech PRIOR ve vsech vétsich
méstech.

TESLA ROZNOV

ndrodni podnik
dokumentace a propagace

ROZNOV POD RADHOSTEM




OBSAH KATALOGU PODLE TYPU TRANZISTORU

Typ Pouiziti Strana
2-GC500 Par germaniovych nf tranzistorGip-n-p se zesilovacim ginite-
lem 50 a ztrdtovym vykonem max. 550 mW pro dvojéinné
zesilovacde 145
2-GC507 Pdr germaniovych nf tranzistord p-n-p se zesilovacim &inite- 153,
lem 45 az 120 a ztrtovym vykonem max. 165 mW 301
2-GC508 Par germaniovych nf tranzistorli p-n-p se zesilovacim &inite-
lem 65 az 220 a itrtovym vykonem max. 165 mW 153
2-GC510 Par germaniovych nf tranzistorli p-n-p se zesilovacim &inite-
2-GC510K  lem 60 az 250, strednim ztratovym vykonem max. 200 a 300
mW a napétim kolektoru max. 32 V pro nf zesilovade vy-
konu tf. B 225
2-GC511 Pdar germaniovych nf tranzistord p-n-p se zesilovacim &inite-
2-GC511K  lem 100 ai 500, stfednim ztrdtovym vykonem max. 200 a
300 mW a napétim kolektoru max. 25 V pro nf zesilovaée
vykonu tf. B 225
2-GC512 Par germaniovych nf tranzistorl p-n-p se zesilovacim &inite-
2-GC512K lem >25, stfednim ztrdtovym vykonem max. 200 o 300 mW
a napétim kolektoru max. 25 V pro nf zesilovade vykonu
tf. B 225
2-GC520 Pdar germaniovych nf tranzistor n-p-n se zesilovacim &inite-
2-GC520K lem 60 ai 250, stiednim ztrGtovym vykonem max. 200 a
300 mW a napétim kolektoru max. 32 V pro nf zesilovage
vykonu tf. B 121
2-GC521 Par germaniovych nf tranzistorl n-p-n se zesilovacim &inite-
2-GC521K  lem 100 ai 500, stednim ztratovym vykonem max. 200 a
300 mW a napétim kolektoru max. 25 V pro nf zesilovade
vykonu tf. B { 121
2-GC522 Pdr germaniovych nf tranzistorli n-p-n se zesilovacim &inite-
2.GC522K lem 60 ai 500, stfednim ztratovym vykonem max. 200 a
300 mW a napétim kolektoru max. 20 V pro nf zesilovade
vykonu tf. B 121
2-GD607 = Pdr germaniovych nf tranzistord n-p-n se zesilovacim &inite-
fem 40 az 230, ztrdtovym vikonem max. 4 W a napétim ko- 133,
lektoru max. 32 V pro nf zesilovaée vykonu tridy B 305
2-GD608 Par germaniovych nf tranzistord n-p-n se zesilovacim &inite-
lem 100 ai 500, ztrdtovym vykonem max. 4 W a napétim 133,
. kolektoru max. 25 V pro nf zesilovade vykonu tfidy B 305
2-GD609 Pdr germaniovych nf tranzistord n-p-n se zesilovacim &inite-
lem 30 az 500, ztrétovym vykonem max. 4 W a napétim 133,
kolektoru max. 20 V pro nf zesilovage vykonu tfidy B 305
2-GDé617 Par germaniovych nf tranzistord p-n-p se zesilovacim &inite-
telem 40 ai 230, ztrdtovym vykonem max. 4 W a napétim 241,
kolektoru max. 32 V pro nf zesilovade vykonu tiidy B 307
2-GD618 Pdar germaniovych nf tranzistorl p-n-p se zesilovacim &inite-
lem 100 az 360, ztrdtovym vykonem max.'4 W a nopétim 241,
kolektoru max. 25 V pro nf zesilovace vykonu tfidy B 307
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Typ

Pouziti Strana

2-GD619
2-0C26
2-0C27
2-0C30
2-2NU72
2-2NU73

2-2NU74

2-3NU72
2-3NU73

2-3NU74

2-ANU72
2-4NU73

2-4NU74

2-5NU72

Par germaniovych nf tranzistord p-n-p se zesilovacim Einite-
lem 40 a# 360, ztratovym vykonem max. 4 W a ndpétim ko-
lektoru max. 25 V pro nf zesilovage vykonu tfidy B

Par germaniovych vykonovych tranzistorG p-n-p se ztrdiovym
vykonem 12,5 W a se zesilovacim ¢initelem 20 az 75 pro
dvojéinné zesilovaée vykonu

Pér germaniovych vykonovych nf tranzistord p-n-p se 7tra-
tovym vykonem 12,5 W a se zesilovacim initelem 60 az 180
pro dvoj¢inné zesilovate vykonu

Par germaniovych vykonovych nf tranzistord p-n-p se ztrd-
tovym vykonem 4 W a se zesilovacim Cinitelem 17 aZ 110
pro dvojcinné zesilovade tfidy B

Pér germaniovych vykonovych tranzistord p-n-p se ztratovym
vykonem 4 W a max. napétim kolektoru 24 V pro zesilovace
tiidy B a regulaéni obvody

Par germaniovych vykonovych tranzistorl p-n-p se ztratovym
vykonem 12,5 W a max. napétim kolektoru 24 V pro zesilo-
vade tiidy B a regulaéni obvody

Par germaniovych vykonovych tranzistorl p-n-p se ztratovym
vykonem 50 W, zesilovacim Cinitelem 20—60 a max. napé-
tim kolektoru 50 V pro dvojéinné zesilovaée a regulaéni
obvody

Pér germaniovych vykonovych tranzistori p-n-p se ztratovym
vjkonem 4 W a max. napétim kolektoru 32 V pro zesilo-
vade tfidy B a regula&ni obvody

Péar germaniovych vykonovych tranzistoré p-n-p se ztrdtovym
vykonem 12,5 W a mox. napétim kolektoru 32 V pro zesilo-
vale tiidy B a regulaéni obvody

Par germaniovych vykonovych tranzistord p-n-p se ztrdtovym
vykonem 50 W, zesilovacim &initelem 50-—130 a max. napé-
tim kolektoru 50 V pro dvojéinné zesilovace a regulaéni

‘obvody

Par germaniovych vykonovych tranzistorl p-n-p se ztratovym
vykonem 4 W a max. napétim kolektoru 48 V pro zesilovace
tfidy B a regulaéni obvody

Par germaniovych vykonovych tranzistord p-n-p se Ztrdtovym
vykonem 12,5 W a max. napétim kolektoru 48 V pro zesilo-
vaée tfidy B a regula&ni obvody

Par germaniovych vykonovych tranzistorl p-n-p se ztratovym
vykonem 50 W, zesilovacim &initelem 20—60 a max. napé-
tim kolektoru 60 V pro dvojéinné zesilovaée a regula¢ni
obvody

Par germaniovych vykonovych tranzistord p-n-p se ztratovym
vikonem 4 W a max. napétim kolektoru 60 V pro zesilovace
tiidy B a regulaéni obvody

241,
307

271

271

251

261

281

289

261

281

289

261

281

289

261

v



Typ
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Strana

2-5NU73

2-5NU74

* 2-6NU73

2-6NU71

2-7NU73

2-7NU74

2-101NU71

2-104NU71

2NU72

2NU73

2NU73

3NU72

3NU73

3NU7s

VHI

Pér germaniovych vykonovych .tranzistorti p-n-p se ztratovym
vykonem 12,5 W' a max. napétim kolektoru 60 V pro zesilo-
vace tridy B a regulaéni obvody

Pér germaniovych vykonovych tranzistord p-n-p se ztratovym
vykonem 50 W, zesilovacim: &initelem 50—130 a max. napé-
tim kolektoru 60 V pro dvojéinné zesilovaée a regula&ni
obvody

Pér germaniovych vykonovych nf tranzistord p-n-p ‘se ztrdto-
vym vykonem 12,5 W o max. napétim kolektoru 70 V pro
zesilovace tiidy B a regulaéni obvody

Par germaniovych vykonovych nf tranzistorG p-n-p. se ztrato-
vym vykonem 50 W, zesilovacim é&initelem 20—60 o max, na-
pétim kolektoru 90 V pro dvojéinné zesilovaée a regulaéni
obvody

'Pér germaniovych vykonovych nf tranzistorli p-n-p se ztrdto-

vym vykonem 12,5 W a max. napétim kolektoru 80 V pro
zesilovace tfidy B a regulaéni obvody

P&r germaniovych vykonavych nf tranzistord p-n-p se ztrgto-
vym vykonem 50 W, zesilovacim &initelem 50—130 a max.
napétim kolektoru 90 V pro dvojéinné zesilovaée a regula&ni
obvody

Par germaniovych nf tranzistorld n-p-n se zesilovacim &inite-
lem 40 ai 120 a ztrdtovym vykonem max. 165 mW pro dvoj-
¢inné zesilovade

Par germaniovych nf tranzistorli n-p-n se zesilovacim é&inite-
lem 45 07 120 a ztrdtovym vykonem max. 165 mW pro
dvojéinné zesilovade

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vyko-
nem 4 W a max. napétim kolektoru 24 V pro spinade a re-
gulaéni obvody _

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztratovym vyko-
nem 12,5 W a max. napétim kolektoru 24 V pro spinale a
regulaéni obvody : :

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vyko-
nem 50 W, zesilovacim é&initelem 20—60 a max. .napétim
kolektoru 50 V pro zesilovaée, spinade a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vy-
konem 4 W a mox. napétim kolektoru 32 V pro spinaée
a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vy-
konem 12,5 W a max. napétim kolektoru 32 V pro spinaée
a regulaéni obvody -

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrétov?m vy-
konem 50 W, zesilovacim &initelem 50—130 a max. napétim
kolektoru 50 V pro zesilovade a regulaéni obvody

281

289

281

289

281

289

33

55

261

281

289

261

281

289
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4NU72

4ANU73

4ANU74

5NU72

5NU73

5NU74

6NU73

6NU74

7NU73

7NU74

101NU70

101NU71

102NU70

102NU71

103NU70

103NUT1

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vy-
konem 4 W o max. napétim kolektoru 48 V pro spinace
a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztratovym vy-
konem 12,5 W a mox. napétim kolektoru 48 V pro spinade
a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrc':tov{"m vy-
konem 50 W, zesilovacim éinitelem 20—60 a max. napétim
kolektoru 60 V pro zesilovaée, spinace a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vy-
konem 4 W a mox. napétim kolektoru 60 V pro spinaée
a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztratovym vy-
konem 12,5 W a max. napétim kolektoru 60 V pro spinace
a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vy-
konem 50 W, zesilovacim éinitelem 50—130 a max. napétim
kolektoru 60 V pro zesilovaée, spinaée a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vy-
konem 12,5 W a max. napétim kolektoru 70 V pro spinace
a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztratovym vy-
konem 50 W, zesilovacim é&initelem 20—60 a max. napétim

kolektoru 90 V pro zesilovale, spinaée a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vy-
konem 12,5 W a max. napétim kolektoru 80 V pro spinace
a regulaéni obvody

Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vy-
konem 50 W, zesilovacim &initelem 50—130 a max. napétim
kolektoru 90 V pro zesilovade, spinaée a regulaéni obvody

Germaniovy nf tranzistor n.p-n se zesilovacim &initelem
min. 0,84 a ztratovym vykonem max. 30 mW

Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim ¢&initelem
45 az 120 a ztratovym vykonem max. 165 mW

Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim cinitelem
0,92—0,95 a ztratovym vykonem max. 50 mW

Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim <cinitelem
65 az 220 a ztrdtovym vykonem max. 165 mW

Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim d&initelem
min. 0,95 a ztrdtovym vykonem max. 50 mW

Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim dinitelem
45 az 220, meznim napétim kolektoru 48 V a ztrdtovym vy-
konem max. 165 mW

261

281

289

261

281

289

281

289

281

289

33
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49



Typ Pouziti Strana
104NU70 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim <Einitelem
min. 0,95, sumovym cinitelem max. 15 dB a ztratovym vy-
konem max. 50 mW 3
104NU71 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim é&initelem
45 az 120, meznim napétim kolektoru 20 V a ztratovym vy-
konem max. 165 mW 55
105NU70 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim ¢éinitelem
20—40, meznim napétim kolektoru 32 V a ztrdtovym vyko- .
nem max. 125 mW 9
106NU70 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim <éinitelem
30—75, meznim napétim kolektoru 32 V a ztrdtovym vyko-
nem max. 125 mW 17
107NU70 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim cinitelem
65 az 130, meznim napétim kolektoru 32 V a ztratovym vy-
konem max. 125 mW 25
152NU70 Germaniovy vf tranzistor n-p-n s meznim kmitoétem min.
2,5 MHz a malym Sumem max. 10 dB pro smésovace 65
153NU70 Germaniovy  vf tranzistor n-p-n s meznim kmitoctem min,
1 MHz, zesilovacim &initelem 10 az 40 pro mezifrekvenéni
zesilovade 69
154NU70 Germaniovy vf tranzistor n-p-n s meznim kmitoétem min.
2,5 MHz a zesilovacim &initelem 20—100 pro oscildtory 73
155NU70 Germaniovy vf tranzistor n-p-n s meznim kmitoétem 3 aZ
12 MHz pro mezifrekvenéni zesilovade 455 kHz 77
156NU70 Germaniovy .vf tranzistor n-p-n s meznim kmitoétem 7,5 aZ
30 MHz pro vysokofrekvenéni zesilovaée a smésovaée 83
GC500 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim é&initelem 50
a ztrdtovym vykonem max. 550 mW 145
GC501 Germdniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim ¢&initelem 95
a ztrétovym vykonem max. 550 mW 145
GC502 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim &initelem 95,
napétim kolektoru max. 32 V a ztratovym vykonem max.
550 mW 145
GC507 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim é&initelem 153,
" 45 az 120 a ztrdtovym vykonem max. 165 mW . 301
GC508 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim ¢&initelem 153,
65 ai 220 a ztratovym vykonem max. 165 mW 301
GC509 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim &initelem
min. 45, napétim kolektoru max. 60 V a ztrgtovym vykonem 153,
max. 165 mW pro spinaci obvody . 301
GC510 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim <initelem
GC510K 60 ai 250, stfednim ztratovym vykonem max. 200 a 300 mW
‘ 225

a napétim kolektoru max, 32 V pro nf zesilovaée vykonu



pro vkv sdélovaci piistroje

Typ Pouziti Strana
GC511 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim Cinitelem
100 af 500, stfednim ztratovym vykonem max. 200 a 300 mW
a napétim kolektoru max. 25 V pro nf zesilovace vykonu 225
GC512 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim: Einitelem
GC512K >25, stfednim ztrtovym vykonem max. 200 a 300 mW a na-
pétim kolektoru max. 20 V pro nf zesilovade vykonu 225
GC515 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim <Zinitelem 163,
20 az 40 pro nf zesilovade napéti 303
GC516 ~ Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim ¢Einitelem 163,
30 ai 60 pro nf zesilovace napéti 303
GC517 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim cinitelem 163,
50 a 100 pro nf zesilovace napéti 303
GC518 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim ¢&initelem 163,
75 ai 150 pro nf zesilovade napéti 303
GC519 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim ¢&initelem 163,
125 az 250 pro nf zesilova¢e napéti 303
GC520 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim cCinitelem
GC520K 60 ai 250, strednim ztratovym vykonem max. 200 a 300 mW
a napétim kolektoru max. 32 V pro nf zesilovace vykonu 121
GC521 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim é&initelem
GC521K 100 ai 500, strednim ztratovym vykonem max. 200 a 300 mW
a napétim kolektoru max. 25 V' 121
GC522 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim cinitelem
GC522K 60 az 500, sifednim ztratovym vykonem max. 200 a 300 mW
a napétim kolektoru max. 20 V 121
GDé607 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim Ccinitelem
40 a¥ 230, ztratovym vykonem max, 4 W a napétim kolektoru 133,
max. 32 V pro nf zesilovace vykonu 305
GD608 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim <cinitelem
100 a¥ 360, ztrGtovym vykonem max. 4 W a napétim kolektoru 133,
max. 25 V pro nf zesilovaée vykonu 305
GD609 Germaniovy nf tranzistor n-p-n se zesilovacim ¢Einitelem
40 a# 360, ztratovym vykonem max. 4 W a napétim kolektoru 133,
max. 20 V pro nf zesilovaée vykonu 305
‘GD617 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim Cinitelem
40 af 230, ztrgtovym vykonem max. 4 W a napétim kolektoru 241,
max. 32 V pro nf zesilovaée vykonu 307
GDé618 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim Einitelem
100 a 360, ztratovym vykonem max. 4 W a napétim kolektoru 241,
max. 25 V pro nf zesilovaée vykonu 307
GD619 Germaniovy nf tranzistor p-n-p se zesilovacim ¢initelem
AD ai 360, ztrétovym vykonem max. 4 W a napétim kolektoru 241,
max. 25 V pro nf zesilova¢e vykonu 307
GF501 Germaniovy vf mesa tranzistor p-n-p s meznim kmitoctem
min. 300 MHz, éasovou konstantou max. 56 ps, zdvérnym
napétim kolektoru max. 24 V, ztratovym vykonem 300 mW
175

Xl
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GF502

GF503

GF504

GF505

GF506

GF507

GF507R

GS501

GS502

GS504

GS506

GS507

GS508

Xil

Germaniovy vf mesa tranzistor p-n-p s meznim kmitoctem
min. 300 MHz, éasovou konstaniou max. 70 ps, zdvérnym
napétim kolektoru max. 24 V, ztrgtovym vykonem 300 mW
pro vkv sdélovaci pfistroje

Germaniovy vf mesa tranzistor p-n-p s meznim kmitoétem
min. 300 MHz, &asovou konstantou max. 56 ps, zavérnym
napétim kolektoru max. 24 V, ztrdtovym vykonem 300 mW
pro vkv sdélovaci pfistroje

Germaniovy vf mesa tranzistor p-n-p s meznim kmitoctem
min, 300 MHz, &asovou konstantou max. 70 ps, zévérnym
napétim kolektoru max. 24 V, ztratovym vykonem 300 mW

pro vkv sdélovaci pfistroje

Germaniovy vf mesa tranzistor p-n-p s meznim kmitoctem
min. 170 MHz, zesilovacim é&initelem min. 25 pro vkv zesilo-
vade, smésovade a oscildtory ai do kmitoétu 260 MHz

Germaniovy vf mesa tranzistor p-n-p s meznim kmitoétem
min. 170 MHz, zesilovacim &initelem min. 10 pro vkv zesilo-
vade, smésovace a oscildtory oz do kmitoétu 260 MHz

Germaniovy vf mesa tranzistor p-n-p s meznim kmitoétem
min, 250 MHz, zesilovacim &initelem 50, typ A s vykonovym
ziskem min. 11 dB pro vstupni obvody, typ B s vykonovym
zesilenim 9 a7 11 dB pro oscilaéni a sméSovaci obvody az
do kmitoétu 900 MHz

Germaniovy vf mesa tranzistor p-n-p s meznim kmitoétem
min. 250 MHz, zesilovacim éinitelem 50, vrcholem regulaéni
charakteristiky v rozsahu proudu emitoru 2,3 az 3,5 mA pro
fizené ukv obvody aZ do kmitoétu 900 MHz

Germaniovy vf tranzistor n-p-n se zesilovacim Einitelem 35
az 130, napétim kolektoru max. 20 V a ztrdtovym vykonem
150 mW pro spinaci uéely

Germaniovy vf symetricky tranzistor n-p-n se zesilovacim
éinitelem 35 az 130, napétim kolektoru max. 20 V a zirato-
vym vykonem 150 mW pro spinaci Géely

Germaniovy vf tranzistor n-p-n se zesilovacim ¢&initelem 35
aZ 130, napétim kolektoru max. 20 V a ztrGtovym vykonem
150 mW pro spinaci ugely

Germaniovy vf tranzistor n-p-n se zesilovacim é&initelem 40
az 300, napétim kolektoru max. 15 V a ztrGtovym vykonem
85 mW pro spinaci ucely

Germaniovy vf tranzistor n-p-n se zesilovacim ¢initelem 40
az 300, napétim kolektoru max. 15 V, proudem kolektoru
max. 30 mA, meznim kmitoétem prim. 18, min 10 MHz pro
spinaci Géely

Germaniovy vf tranzistor n-p-n se zesilovacim é&initelem 40
az 300, napélim kolektoru max. 15 V, proudem kolektoru
max. 30 mA, meznim kmitoétem min. 15 MHz pro spinaci
ucely
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Typ Pouiiti Strana
0C26 Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztratovym vy-
konem 12,5 W a zesilovacim éinitelem 20 aZ 75 pro nf zesi-
lovaée vykonu . 2N
0C27 Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztrdtovym vy-
konem 12,5 W a zesilovacim &initelem 60 aZ 180 pro nf zesi-
lovaée vykonu 271
0C30 Germaniovy vykonovy nf tranzistor p-n-p se ztratovym vyko-
nem 4 W a zesilovacim &initelem 17 az 110 pro zesilovace
vykonu - 251
0OC169 Germaniovy vf tranzistor p-n-p s meznim kmitoétem fr pra-
mérn& 50 MHz pro mf zesilovade s kmitoétem 10,7 MHz 219
oc170 Germaniovy vf tranzistor p-n-p s meznim kmitoétem fr pré-
mérn& 50 MHz pro vf a mf zesilovaée s kmitoétem 10,7 MHz 219
rr322 Germaniové difazni tranzistory p-n-p s proudovym zesilova-
IT322A cim &initelem 40 a# 300, FT322A se zesilovacim éinitelem 30
az 100 pro vf a vkv zesilovaée, smésovaée a oscildtory oz do
kmitoétu 120 MHz 309
TT328A Germaniové plandrné epitaxni vysokofrekvenéni tranzistory
{AF106) p-n-p se zesilenim prim 17,5 dB na kmitoctu 200 MHz pro
vf zesilovage, smélovaée a oscilatory ai do kmitoétu
500 MHz 315
713286 Germaniové plandrné epitaxni vysokofrekvencni tranzistory
{AF109R) p-n-p se zesilenim prim. 16,5 dB na kmitoctu 200 MHz
: pro vf zesilovace Fizené aZ do kmitoltu 500 MHz 323
TT346A Germaniové plandrné epitaxni vysokofrekvencni tranzistory
(AF239) p-n-p se zesilenim prim. 14,5 dB na kmitoétu 800 MH:z
pro vf zesilovale, sméfovale a oscildtory az do kmitotu
.. 1000 MHz ' 331
rT3466  Germaniové plandrné epitaxni vysokofrekvenéni tranzistory
.{AF139) p-n-p se zesilenim prim 12 dB na kmitoétu 800 MHz pro vf

zesilovade, sm&fovaée a oscildtory az do kmitoétu 1000 MHz 339

Xin
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VYSVETLIVKY POUZITYCH ZKRATEK

Ce
Cb’c
Caz

| hage |

Ig
igm
tipy

le

icm
oy
IcBo-
lcEm
lcEM imp
lceo
lcer
lcgv

Ig

U374
tigy
J:3:1)

lis
Pc
Ptot
Qg
b

’

Top’ * Co'e

Rpp

Re (h1te)
Rg

Ris

Ry, Rinja
Ry1, Renje

U TRANZISTORU

optimalni vykonovy zisk

kapacita kolektoru

kapacita béze proti kolektoru

kapacita kolektoru

kmitocet

mezni kmitoet s uzemnénou bdézi

mezni kmitoéet s uzemnénym emitorem

mezni kmitoget, pfi némz hy;, =1 -

Sum -
vykonovy zisk

vstupni odpor

zpétny napéfovy &initel

proudovy zesilovaci &initel

absolutni hodnota proudového zesilovaciho Einitele
vystupni vodivost

proud baze

proud béze Epickovy

proud béze Epidkovy — absolutni hodnota
proud kolektoru

proud kolektoru 3$pi&kovy

proud kolektoru pickovy -~ absolutni hodnota

-klidovi proud kolektoru s uzemné&nou bézi

proud kolektoru Spitkovy E

proud kolektoru ndrazovy

klidovy proud kolektoru s uzemnénym emitorem
klidovy proud kolektoru

zdvérny proud kolektoru .

proud emitoru

proud emitoru $pickovy

proud emitoru $pitkovy — absolutni hodnota
klidovy proud emitoru s uzemnénou bazi
izolaéni proud .

ztratovy vykon kolektoru

ztrdtovy vykon celkovy

sotura&ni &asovd konstanta

odpor baze

Zasovd konstanta

vné&jii odpor mezi bdzi a emitorem
redInd slozka vstupni impedance
impedance zdroje budiciho napéti
izolaéni odpor

tepelny odpor celkovy

tepelny odpor vnitini




teplota okoli
teplota pouzdra
teplota pfechodu

teplota p¥i skladovéni

-napéti baze proti emitoru

napéti kolektoru proti bazi

zavérné napéti kolektoru

napéti kolektoru proti bazi 3pickové

napéti kolektoru proti emitoru

napéti kolektoru proti emitoru 3pickové

zbytkové napéti kolektoru

saturaéni napéti kolektoru

zavérné napéti kolektoru

napéti emitoru proti bazi

napéti emitoru proti bazi $pickové

prenesené napéti

zavérné nopéti emitoru

izolaéni napéti mezi pouzdrem a systémem
proudovy zesilovaci &initel s uzemnénou bazi
proudovy zesilovaci éinitel s uzemnénym emitorem
absolutni hodnota proudového zesilovaciho &initele
strmost

teplotni &initel



Xvi

TYPOVE OZNACOVANI POLOVODI¢OVYCH
SOUCASTEK

Polovodic¢ové soucastky TESLA, uréené pro pouiiti v rozhlasovyjch a tele-
viznich pfijimacich, magnetofonech a jinych pfistrojich spotiebni elektro-
niky, jsou oznafovany typovym znakem sloZfenym ze dvou pismen a i
dislic,

Polovodicové souddstky TESLA, uréené pro jiné pouiiti nez v pfedchozim
odstavci, predeviim pro priimyslové G&ely, jsou oznaovdny typovym
znakem sloZenym ze tfi pismen a dvou éislic.

Prvni pismeno znaku uddva:

G germanium
K kiremik

Druhé pismeno znaku uddva:

diody vieobecné (detekéni, sméSovaci, spinaci apod.)
diody s proménnou kapacitou

tranzistory pro nizkofrekvenéni poufziti

vykonové tranzistory pro nizkofrekvenéni poutziti
tunelové diody

vysokofrekvenéni tranzistory

kombinace nestejnych prvki

Hallovy sondy pro méfeni magnetického pole
Hallovy generdtory (otevieny. magn. obvod)
vykonové tranzistory pro vysokofrekvenéni poufiti
Hallovy generdtory (uzavieny magn. obvod)
fotonky

elektricky ovladané regulaéni a spinaci souédstky s lavi-
novou charakteristikou (Rr >15°C/W) :

tranzistory pro spinaci obvody

fizené usmériiovaée (Rr <15°C/W)
vykonové tranzistory pro spinaci obvody
diody pro ndsobie (varaktory apod.)
usmérnovace

Zenerovy a referenéni diody

ATIrRIOMMUuNMN®>

N<XC-HWw

s v

Skupina &islic v druhé &asti znaku 100 az 999 u souddstek pro spotiebni
elektroniku jsou pofadové é&isla typu. Podobn& slouii joko pofadové
Cislo typu u soudastek pro primyslovou elektroniku tieti pismeno znaku
a skupina é&islic napf. A10... A99 az Z10... 799.

Priklad pouziti: GC510
G germaniovd souédstka
C tranzistor pro nizkofrekvenéni pouiziti

510 pofadové é&islo typu pro spotfebni elektroniku



PERSPEKTIVNI RADA GERMANIQVYCH
TRANZISTORU ’

Tranzistory
N-P-N malého a stredniho vykonu

nizkofrekvenéni vysokofrekvenéni
101NU70 B
102NU70 B
103NU70 B
104NU70 B 155NU70 B
105NU70 B 156NU70 B
106NU70 B
107NU70 B
101NU71 B
102NU71 B .
103NU71 B GS507 B
104NU71 B
GC520 A N-P-N nizkofrekvenéni vykonové
GC520K A GD607 B,D
GC521 A GD608 B, D
GC521K “A GD609 B, D
GC522 A
GC522K A
Komplementdrni dvojice
malého a stfedniho vykonu vykonové
GD607/GD617 B, D
GC520/GC510 B GD608/GD618 B, D
GC521/GC511 B GD609/GD619 B, D
GC520K/GC510K B
GC521K/GC511K B
Tranzistory
P-N-P malého a stiedniho vykonu
nizkofrekvenéni nf vykonové
GC500 B GD617 B, D
GC501 B GD618 B, D
GC502 B GD619 B, D
GC507 B, D 0C30 B
GC508 B, D 2NU72 B
GC509 B, D 3NU72 B
ANU72 B
5NU72 B



Xvii

GCs510
GC510K
GC511
GC511K
GC512
GC512K

GC515
GC516
GC517
GC518
GCs519

vysokofrekvenéni
Tr'T322

I'T322A

'T328A (AF106)
I'T3286 (AF109R)
I'T346A (AF239)
T'T346B (AF139)

Vysvétlivky:

A
D
B

perspektivni souédstka vhodnd pro nové konstrukce

PPPPO®

WWWwwwmw
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0C26

OCz7

2NU73,
3NU73
4NU73
5NU73
6NU73
7NU73

2NU74
3NU74
4NU74
5NU74
6NU74
7NU74

vyrobky budou zajistovény dovozem z LDS
nedoporuéuje se pro nové konstrukce
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ZAKLADNI MERENI TRANZISTORU

1. Osciloskopické snimani charakteristik.

1.1. Osciloskopické snimani wystupni charakteristiky lc=f (Ugg)
Ig = konst, (pfiklad uspofaddni).

obr

Sniméni je provadéno pllvinnym sinusovim napétim o frekvenci 50 Hz. PFi
méfeni je nutno napéti plynule zvySovat (pomoci Tr1), nejvySe viak do
hodnoty, kdy se dosdhne max. piipustného ztratového vykonu tranzistoru.
Proud bd&ze se nastavuje pomoci R; na miliampérmetru M,

- maly snimaci odpor
— regulaéni odpor

— osciloskop

- ss miliampérmetr

— usmériiovaci dioda
— zkouseny tranzistor

Tr1  ~ regulaéni trafo
Tr2 — oddél. trafo

R1 ~ zatdfovacei odpor
R,—R, — ochranné odpory
U — zdroj ss nopéti

“Uz0RP

1.2. Osciloskopické snimdni wstupni charakteristiky Ugp=f (ip)
Ue = konst. (pfiklad uspofadani).

Ty T2 . L | ‘
4 | I %D .
R1 H +
0 R2
v 2

obr.

— osciloskop

~ ss voltmetr

~ usmériiovaci dioda
— zdroj ss napdti

— zkouseny tranzistor

Tr1 - regulaéni trafo
Tr2 —~ oddél. trafo

R1 — maly zaté%. odpor
R2 — snimaci odpor

“CO0X0

Sniméni je provaddéno pulvinnym sinusovym proudem o frekvenci 50 Hz. Pri
méfeni je nutno proud plynule zvylSovat (pomoci Tr1), nejvySe viak do
hodnoty pfipustného proudu béze zkouZeného tranzistoru.

X1X
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2. Statické méreni bodld voltampérovych charakteristik.

2.1. Zbytkovy proud o mezni napéti pfechodu kolektor - baze:

Usrice G -~ U 0
UCB |

| A lcac
1B ‘
=fUcg): e =0 obr 3 I
A — zbytkovy proud pii daném napéti

B ~ prirazné napéti pfi daném proudu
C — maximélni pFipustné napéti pfechodu

2.1.1 Maéieni zbytkového proudu (bod A):
Pomoci’R.l se na M., nastavi dané napéti U a no M, se odeéte hodnota
zbytkového proudu, '
U1 — zdroj ss napéti
R, - reguladni potenciometr
R2 — ochranny. odpor
M1 — ss voltmetr
M, - mikroampérmetr
T — zkouseny tranzistor

2.1.2 Kontrola napéti:
(Kontroluje se, zda prirazné napéti (B) nelei pod urovni zaruCované hod-

noty max. - pfipustného napéti (C).

obr 9

Pomoci R; se na M6 ‘nastavi napéti, které odpovidd hodnoté p?edpoklédu-
ného max. pFipustného napéti zkouSeného tranzistoru’ (podle publikaénich
dat). Pomoci R1 se na M1 nastavi pfedepsany proud a na M2 se odeite
hodnota odpovidajiciho napéti. Je-li tranzistor vyhovujici, je Udaj na M2
a My shodny. (Smi se liit pouze o Ubytek napdti na cddélovaci diodé D,
t. j. o max. 1 V). N

Pozndmka: Vnitini odpor zdroje U; R, R2 ma byt co moino velky, zdroje

U2 R3 co mozno maly. .

-



2.3.

2.3.1.

Zbytkovy proud a mezni napéti pfechodu emitor bdze:

Méfeni se provadi obdobné, joko v pfipadé piechodu kolektor - baze.
V uvedenych schématech se u zkouSeného tranzistoru zaméni kolektor s emi-
torem,

knlak

Zbytkovy proud a mezni péti mezi em a i m:
U(BR)CQ\ U(BR)CE, U C
U
[ A e,
o>
D1

Ic = f( )
e obr.6 k

A - zbytkovy proud pii daném napéti a pfi daném wvné&jiim obvodu bdze
B — prirazné napdti pfi doaném malém proudu a pfi daném obvodu bdaze
D, (nebo Dz) — maximélni pFipustné napéti pfechodu

C —~ prirazné napéti pii daném velkém proudu a pii daném obvodu bdze

Méfeni zbytkového proudu (bod A)

2.3.2,

2br 7

Mezi bé4zi o emitor zkouSeného tranzistoru se pfipoji pfedepsany vnéjsi
obvod. Pomoci R, se na M1 nastavi dané napéti o na M2 se odeéte hodnota
zbytkového proudu.

R ~ Ohmicky odpor pfedepsané hodnoty

U ~ zdroj daného ss predpéti o vnitinim odporu R;

Ostatni &dsti jako pfi méfeni prechodu kolektor - baze.

Kontrola napéti:
(kontroluje se, zda prirazné napéti (B, C) neleii pod urovni zaru€ované
hodnoty max. ptipustného napéti (Dl' Dz).

.
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Mezi bézi a emitor zkoufeného tranzistoru se pfFipoji pfedepsany vné&jsi
obvod. Kontrola se provédi obdobnd, jak je popsdno v 2.1.2. Popsanym
zplisobem je moZno napéti kontrolovat pouze v oblasti malfch kolektorovych
proudi. Ma-li byt toto napéti kontrolovdno v oblasti velkych proudd, je
tieba pouZit pulsni techniky. Parametry pulsi méficiho kolektorového proudu
musi byt voleny tak, aby nedoilo k nadmémnému zatéZovéni zkouSeného
tranzistoru, je-li jeho prGrazné nopéti nizéi, neZ je hodnota nastaveného
max, napéti (M3).

R — Ohmicky odpor ptedepsané hodnoty

U - zdroje daného ss piedpdti o vnitfinim odporu R;

Ostatni soulasti jako pfi méfeni prechodu kolektor - baze.

2.4. Saturalni napéti

o
B lo=fUce)
IC —-l . IB = konst.

1
Uee sat obr.Q Uce

Ucg sqr le definovdno pii proudech o a Ig, které jsou voleny tak, ze plati

Ic
21 E min,

Ig= h

kde ho1E min i€ nejmenii pfedpokladané hodnota proudového zesileni tran-
zistoru (h21E min ™ 3. 10).

obr.90

U, U2 — zdroje ss napéti

Ry, R2 — regulaéni odpory

M1, M2 — ss miliampérmetry’

M3, M, —ss voltmetry s velkym vnitinim odporem

T — zkouseny tranzistor
+

Pomeci R1 M.l a Ry M2 se nastavi predepsané hodnoty proudu lg a Ig.
Uck sar Se pak odeite na M;. Na M, je moZno soufasné odedist hodnotu

UgE sarr

XX



2.5

Proudové zesilenf:

R2 U2
M2

obr.1

Pomoci R, M' se nastavi pfedepsany proud lg, pomoci R.2 M2 piedepsané
kolektorové napéti Us. Na M3 se odelte hodnota proudu béze lg. Pro
proudové zesileni h21 E pak plati

Ma&§i-1t se proudové zesileni v saturaci, nahradi se kolektorovy napdjeci
obvod zkratem (Ucg = 0).

Poznémka: Pfi méieni se zanedbdvd vliv zbytkového proudu Ippg.

U,. U2 — zdroje ss napéti
R1, R, = regulaéni odpory
M1, M3 - ss mA-metry

M2 ~ ss voltmetr

T — zkoueny tranzistor

Napéti baze - emitor:

ar \2 1 B
+ M1 T O-
- R\ ¥
T M3 M2

obr.12

Pomoci R1 M1 se nastavi predepsany proud Ig, pomoci R2 M, kolektorové
napéti Up. Na M3 se odete hodnota napéti Ugg.

Poznamka: M&éFi-li se hodnoty podle 2.4, 2.5 2.6 pfi velkjch proudech a
napétich, je nutno poufit pulsni techniky. Parametry méficich
pulst musi byt voleny tak, aby nedoilo k nadmérnému zaté-
Zovani tranzistoru.

T - zkouseny tranzistor

U, U2 — zdroje ss napéti

R1, R2 — reguladni odpory

M, ~ ss mA-metr

M, — ss V-metr

M3 — ss V-metr s velkym vnitinim odporem

po (i}



3. Méieni nizkofrekvenénich parametrd.
3.1, Méfeni h,,,:

G ~
obr13
Odedtou se hodnoty napét( Ug (poloha 1 P) a Up (poloha 2 P).
Potom:
h R.Up (3. V]
11 = Ty - Up '

3.2. Méfeni hyy:
Tr

+
1

© CTO U T

obr.14
Odeétou se hod.noty napéti Uy (poloha 1 P) a U, (poloha 2 P),
Potom: '
Up.
h122 = v~
Ue

3.3. Méfeni hy,:

A

I obr 15
Odeétou se hodnoty Ug (poloha 1 P) Up (poloha 2 P) a U, (poloha 3 P).
Potom: } ’
Rp U

h. - —_—
21e = TR, Ug - Up

xxiv



3.4, MéFeni hyy,

4.

4.1.

CI T"U

obr16
Odeétou se hodnoty U, (poloha 1 P} a Ug (poloha 2 P).
Potom::
-Uu
q ¢
hope = — [ — 5 (8 V]
22¢ Us R
Poznadmka: V obvodech 3.1 — 3.4 znaéi:
G —~ nf generdtor
M — nf milivoltmetr s velkym vnitinim odporem
! — zdroj ss proudu (Ig)
V] — zdroj ss napéti (Ug)
Tr — oddélovaci transformdtor
P — prepinaé
L ~ nf tlumivka, kterd pfi méFici frekvenci pfedstavuje obvod
naprdzdno
c ~ kondenzétory, které pii méfici frekvenci pfedstavuji obvod
nakratko

R, Ry, R; — snimaci odpory
T — zkouseny tranzistor

Méfeni vysokofrekvenénich parametrd.
Zpétné impedance naprazdno {odpor bdze):

or 17

Odeétou se hodnoty vf napéti Up (poioha 2 P} a U, (poloha 1 P).
Potom je zpétnd impedance naprézdno:

bl =R gl @

12 I U |
Hodnotu lz12b] je moino méfit také substituci. V poloze 1 P udd M
uréitou vychylku. V poloze 2 P se pak regulaci R nalezne stejnd vychylka,
potom |z12b = R. Za piedpokiadu platnosti zjednoduseného ndhradniho
schématu je z.lzbl rovna hodnoté odporu béze rp.

XXV



~ zkouleny tranzistor

- oddél tlumivka (odpor), kterd pfedstavuje obvod naprdzdno
oddél. tlumivka (odpor)

- regulaéni odpor (bezindukéni)

- vf generdtor

— vf milivoltmetr s velkym vnitfnim odporem

zdroje ss proudu a napéti

— kondenzdtory, které pH méf. frekvenci predstavuji obvod
nakrdtko.

R Nl
1

(=
|

4.2. Kapacita kolektoru Coobt

s S

-0 ; O
- U Py I +
_obr18 -
Kapacita Cypb se méfi vyvdienim mastku. Vnitfnl kolektorovou i
tranzlstoru ¢c je moino uriit ze vztahu ¢, = €sb — C, kde C je suma
pacit kolektoru vii&i ostatnim elektroddm,
T — zkouseny tranzistor

M — vf mistek, ktery dovoluje mé&Fit hodnoty RC v paralelni kombinaci
a dovoluje pritok ss proudu mezl X — O.

r4 — oddél, impedance (tlumivka, odpor), kterd pFedstavuje obved

naprdzdno. )
C —~ kapacita (obvod nakrétko)
U, | - zdroje ss napéti a proudu

4.3. Casova konstanta

]
9]

I
13"

obr. 19

PH uréitém napéti Uy se na M odeéte hodnota U,.

Plati: | hyp | = II::Z! (ip = o) a

' ;
2 h {s; Hz,)
T ot | higb | 83 Tz
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4.4.

4.5.

L
i

Vyraz pro ¢ plati za predpokladu platnosti zjednoduieného ndhr. sché-

matu. Hodnotu ; je moino uréit také vypotem z hodnot | zp | = 1 @ < -
T =1h-+C

~ zkouSeny tranzistor

— oddél. tumivka (odpor) — obvod naprdzdno

oddél. tlumivka ]

— kondenzatory — obvod nakrdtko

- vf generdator

— vf milivoitmetr s velkym vnitinim odporem

zdroje ss proudu a napéti

2008
1

(=
|

Proudovy zesilovaci Einitel l hye | :

L C-[- 1~I C-[ ’IU
obr.20

Pii odpojeném T a zkratu mezi B a C udé M jednotkovou vychylku. Po
zapojeni T je vjchylka M Gm&mé hodnoté jeho I h21e I

— zkouseny tranzistor

~ vf generétor

vf milivoltmetr

— odpor mnohem vétii, neZ je vstup. impedance tranzistoru
— oddél. indukénost (rez. obvod) — obvod noprézdno

I, U — zdroje ss proudu a nap3ti
C - kondenzdtory — obvod nakrdtko
Re — zatd%, odpor — obvod nakrétko

Readlna sloika pni imped Re (hz,le):

Xo- c

9 QU?
obr 2
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Pomoci mustku se zmé&Fi vparalelni kapacita Cp a paralelni odpor R‘,.
pfedstavované tranzistorem. Potom plati:
Rp
Re (h1.12) = 1 + (21: f. RP‘ cp)z

[Q. Hz, F]

kde f je méfici frekvence. Uplatiuje-li se kapacita samotného pouzdra
tranzistoru (mezi B-E), je nutno ji od méfené CP odedist, -

M ~ vf mastek joko pti 4.2

C — kondenzdtory — obvod nakrdtko
I, U - zdroje ss proudu a napéti

T — zkouSeny tranzistor

4.6. VysokofrekvenZni Sum:

6 st 1 7 F
Q > AN

Ul obr.27

— Sumovy generdtor s definovanym vnitinim odporem
- vypinad&

— obvod se zkouSenym tranzistorem

- zesilovad

filtr s definovanou $itkou pésma

— atenudtor

- kvadraticky indikdator

52 - vypinade

I~ zdroje pro zkoueny tranzistor

C__.(Ilz)'nN—l<8
|

Je-li 51 rozepnut, 52 sepnut, udavd M vychylku Gmérnou vikonu Sumu na
vystupu tranzistoru. 51 se sepne, 52 rozepne a pomoci 5G se nastavi stejnd
vychylka na M. Sumové é&islo se stanovi z udajt 3G a A.

Pozndmky: 1. Viechna stfidavd méfeni Jje ynutno provadét malym signélem,
ti. takovym, ¥e jeho dalfi zmenieni mé& zanedbatelny vliv na
vysledek méfeni.

2. Obved naprdzdno — je obvod o tak velkém odporu  (impe-
danci), fe jeho dal3i zvétieni md jen zanedbatelny viiv na
vysledek méreni.

3. Obvod nakrétko ~ je obvod o tak malém odporu (impedanct),
Ze jeho dal3i zmenseni md jen zanedbatelny vilv na vysle-
dek méfeni.

4. Velky odpor — rozumi se takovy odpor, ktery pfedstavuje
obvod naprdzdno. ’

MéFi-li se ] hmel na frekvenci f, kterd leZi v oblasti spadu | h21e‘ 6 dB no
oktdvu kmitodtu, je moZno urélt mezni frekvenci fT:‘
fT =f. [ h218 I :
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11

CHLAZENI POLOVODICOVYCH SOUCASTEK

Tepelnd ndhradni schémata polovodifovych souédstek ve stejno-

smérném provozu.

Souéastky uréené pro provoz bez pfidayného chlazeni.

pouzdro

/ (teplota tc) okolni prostredi

{teplota tq)

prechod | Rii
teplota t;)

polovoditovd souastka

Pasobenim elektrického vykonu P, ktery je rozptylovdn na pfechodu soucdstky,
se vytvaii tepelny tok Q, ktery proudi z pfechodu na pouzdro soudstky a do
okolniho prostfedi. SouZdéstka klade . prochdzejicimu. tepelnému toku urdity
odpor, ktery zGvisi na fyzikalnich viastnostech -materialu a povrchu sougdstky,
na jeho teploté o na vlastnostech prostfedi.

Tento celkovy tepelny odpor R, sestdva ze dvou dillich tepelnych odport:

a) Vnitini tepelny odpor R, — charakterizuje prestup tepla z pfechodu na
pouzdro soucdstky.

b) Vngjii tepelny odpor R;, — charakterizuje prestup tepla z pouzdra do
okolniho prostiedi souéastky.

V ustdleném stavu je tepelny tok Q roven elektrickému vykonu P, rozptylo-

vanému na piechodu souddstky.

Plati:
t]- -t
Ry = —5—— [oC/W; °C; W] M
te = tg ,
Ry, = P [oC/W; °C; W] (2)
t]- - ta
Ry =Ry+Ry = P [°C/W: °C; W] @

Pouzije-li se pfi montéZfi souldstky chladicich kiidel, pfichytek, blokd apod.,
vytvofi se dali tepelny odpor R,. naznageny na obr. 1 &arkované. Tim se sni-
juje hodnota "vnéjiho tepeiného odporu, ktera je pak ddna paralelni kombi-
naci vnéjéiho tepelného odporu samotného tranzistoru a tepelného odporu
piipojené souldstky. Z hlediska vykonové zatifitelnosti souldstky je smérodatna
vidy .hodnota celkového tepelného odporu R, podle (3). "
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i se zvlastnim chladicim zafizenim:

tc Rts tr Rir tal, okolni prostredi

teplota tq
Ryi
wlond. (| Ao gt
soutdstka | L tepelny tok Q ;
; : //
: | Chladici  zafizeni
pouzdro 9 (teplota tr)

prechod {teplota t;)
(teplota t;)

Sou&dstka je montovéna na chladicl zafizeni, jehoZ tepelny odpor je zpravidla
mnohem menéi, neZ je vnéjii tepelny odpor samotné souldstky. Vnéjsi tepelny
odpor samotné souldstky pak neni nutno udriovat. Vnéjsi tepelny odpor sou-
&astky na chladicim zafizeni sestdva z dvou dildich tepelnych odpord:

a) Tepelny odpor styku R;; — charokterizuje pfestup tepla z pouzdra’ sougdstky
na chladici zafizeni. PouZije-H se mezi pouzdrem a chladicim zafizenim
izola€ni podlozky, rozdéli se R;; na daldi tfi tepelné odpory, které cha-
rakterizuji pfestupy tepla z pouzdra na podlozku, z podlotky na chladici
zafizeni a tepelné vlastnosti podiozky,

b) Tepelny odpor chladiciho zafizeni R, — charakterizuje piestup tepla
z chladiciho zafizeni do okolniho prostiedi souddstky.
V ustdleném stavu je Q = P,

Plati:
R = —C ®
Ry = —1 2 ®
Rig = Res + Ry = —%—;L (¢
Ry =Ry + Ry = %‘4 &)

kde P je elektricky vykon rozptylovany na prechodu souééstky..

Nejvyisi pripustné vykonové ratiieni polovodiovych souastek.

Polovodi¢ové & stky hou byt zatéiovany pouze potud, pokud teplota pie-

- chodu zotéjovaného prvku nepiesdhne nejvyiii plipustnou hodnotu teplpty

prechodu t; max. Hodnoty t; max. zdvisi na drubu a uréeni souddstky a jsou
pro kaidy typ uvedeny. Obecny vyraz pro vypoet hodnoty nejvyiiiho pfi-



pustného zatifeni P max. je moino odvodit ze vztahu (3), polozi-li se za t;

hodnota tj max.:

t; max — ¢,
Pmax = '—R‘t— [W; °C; °C/W] ¢
kde t; je teplota okolniho prostiedi a R, celkovy tepelny odpor soué&dstky.
Podle zptisobu chlazeni sougéstky (tj. podle hodnoty jeho R;) je moino rozlisit
nékteré specidini pfipady:

a) ideélni chlazeni: viechno teplo z povrchu se rozptyli do dolniho prostiedi.
Je charakterizovano podminkou Rta = 0, Rt = Ry

Potom:

j a
Prax = Ry ()

Idedlini chlozeni lze ptibliznd dosdhnout intenzivnim nucenym chlazenim
prvku.

b) Soutdstka na idedind chlazené desce: Viechno teplo z chladiciho zafizeni
se rozptyli do okolniho prostfedi. Je charakterizovano podminkou: R, =0,
Ry = Ry + Ry

t; — t
] a
P - 9)
£3
ma Ry + Ry
Tohoto typu chlozeni se doséhne pfi montdii soudstky na nucené chlazené
chladici zafizeni.
c) Obecné chlazeni: Je charakterizovéno nerovnosti t. = t, = t;

Potom:

t,-—ta

-— 10;
Pmax Ry + Rys + Ry o

Tento pfipad nastévé ve viech aplikacich, kde se pouziva chlazeni pfiro-
zenym proudénim a je v proxi nejéastéjsi.

d) SouZdastka bez chlazeni: Jako R,, je tu nutno uvaZovat pouze vnéjsi te-
pelny odpor samotné sou&astky.

t—t,

max = Ry + Ry an

P
Ma-li polovodi&ovd souldstka pracovat pfi rhznych teplotdch okolniho prostiedi
tg je pii uréovéni P,iax Putno uvaZovat vidy nejvy3ii pfedpokliédanou hod-
notu t;. Se sniZovénim h dnoty t, se hodnot Prmax vySuje. Toto zvySovdani
je viak piipustné pouze do absolutni mezni hodnoty, udané pro kazdy typ
souédstky o stanovené se zietelem na Zivotnost a spolehlivost.

3. Kontrola teploty piechodu polovodi€ovych soucdastek.

Sprévnost urditého refimu polovodiovych souédstek je moino kontrolovat po-
moei hodnoty teploty pfechodu t; kterd odpovidd zndmému vykonu P na
souddstce rozptylovanému. Vyroz pro hodnotu t; je moZno odvodit ze vztahu (3):

t =1t + P-R (12)
kde t, je teplota okolniho prostiedi a R, je celkovy tepelny odpor souddstky.

Podle druhu poutitého chlazeni je za R, moino dosazovat jednotiivé hodnoty,
obdobné jako ve vztazich (8) - (11).
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4.1

4.2

43

4.4

4.5

Je-li reim spravné rozvrien, musi platit:
t (13)

-(14)

i <Y max

P < Prgy

kde Y max @ Ppgy Isou absolutni mezni hodnoty uvedené pro dany typ
souédstky.

Praktické zpusoby chlazeni polovodiZovych soucastek.

Vieobecné

Aby se zlepiil odvod tepla, montuji se polovodidové souédstky na rizna chla-
dici zafizeni. Chlazeni je zprostiedkovdno zéfenim a pfirozenym proudénim,
nebo nucenym obéhem chladiciho media. Nejjednoduséim chladicim zafizenim
je rovna deska kruhového nebo &tvercového tvaru, v jejim? stiedu je chlazena
sou€dstka umisténa. Deska musi byt dostateéné silnd, aby se teplo rozvedio po
celé jeji plofe. Chladici desku mae poptipadé nahradit kostra, pfipadné rdm
piistroje. Deska miZe byt vhodnd profilovana. Skiddanim desek je moino
vytvaiet vice méné slozité chladici plochy, které Ize vyrobit nejsndze odlé-
vanim nebo soustrufenim. Jsou-li desky (febra) blokd pFili$ blizko u sebe,
uplatfiuje se nepfiznivé tzv. tepelné stinéni, které je tim vétdi, &im blise
isou desky. Dé&je-li se chiazeni pouze ptirozenym proudénim, je celkovy te-
pelny odpor chladiciho bloku vidy o néco vétsi nei by’ odpovidalo paralelni
kombinaci tepelnjch odpord jednotlivich desek. Takové bloky maji vsak
vyborné chladici vlastnosti, umisti-li se do proudu chladiciho media (napi.
vzduch). Pfi nuceném chlazeni mohou byt sou¢dstky montovdny také na silné
duté desky, kterymi protékd chladici kapalina (napi. voda).

Vyb&r materialu

Pro chladici zafizeni je vhodné volit material s co moino vysokou tepelnou
vodivosti, a to zvlaité tehdy, je-li chladici zafizeni rozmé&rné. Vhodnd je
napi. méd, mosaz, hlinik nebo i ocel. Pii volb& materidlu je nutno brat
ohled také na moZnost vzniku zvjiené koroze plsobené galvanickymi &lanky,
které mohou vzniknout v misté styku ndkterjch kovti (napf. hlinik — méd) za
pfitomnosti vihka a rGznych vypard, V takovych pfipadech je nutno materig!
vhodné pokovit nebo pouzit vhodnych podlofek (nikl, stfibro). Jsou-li ma-
terialy zakladny chlozené souZdstky a chladiciho zafizeni o nestejné tepeiné
roztaznosti, muZfe dojit pasobenim zmén teplot k postupnému uvolfiovani
Sroubovych spoji. To lze omezit pouZitim pérovjch podloZek.

Uprava pevrchu chladicihe zafizeni v misté styku s chlazenou soudstkou

Povrch chladiciho zofizeni musi byt rovny bez ryh nebo vystupki, které v praxi
Casto vznikaji zvldité kolem otvort. Otvory je potfeba zbavit tiisky, jsou.li
otvory vytlaovdny, je vhodné plochu dodateéné hladit. Pred montdsi je
tieba  plochy .dobfe oéistit. Styk je moino ddle zdokenalit pomoci silikonové
vazeliny, kterG se v tenké vrstvé nanese na obé plochy pfed koneénou
montazi. - - :

UtaZeni

Dobry ptfenos tepla z chlazené souéastky na chladici zafizeni vyiaduje do-
stateény tlak mezi ob&ma plochami. Tento tlak se vyvozuje upeviovacimi
frouby, které musi byt dobfe utafeny, nikoliv viak telik, aby hrozilo poskozeni

upeviiovacich sou&dsti. Je-li u daného typu soudstky uddn kroutici moment

[kp - cm] potiebny pro dobry pfenos tepla, je tieba jej pfiblizné dodriet.

Izol hi é éastky a chladiciho zafizeni

K odizolovani je moino pouiit tenkych izola&nich podio¥ek z materidlu o do-
bré tepeiné vodivosti (slida, teflon, pertinax apod.). Podloiky je vhodné po
obou strandch potiit silikonovou vazelinou. Rovné: je tieba .pamatovat na
dobré odizolovani upeviiovacich froubd. g




4.6

4.7

Uprava vyzaiovacich ploch chladiciho zafizeni

P¥i pfirozeném chlazeni se podstatnéd uplatiiuje zafeni chladiciho zafizeni,
které je zdvislé na vlastnostech povrchu vyzafujici plochy. Nejméné vyzatfuji
le$téné povrchy, nejvice plochy opatfené barevnymi ndétéry. Nejvhodn&jii jsou
tmavé, piipadné &erné ndtéry. Takové povrchové upravy dovoluji znaéné
zmen3eni rozmérd chladiciho zafizeni.

Poloha chladiciho zafizeni

Pii pfirozeném chlazeni se znaéné uplatiiuje poloha chladiciho zafizeni. Toto
je vhodné umistovat tak, aby desky, pfipadné Zebra blokii byly ve vertikalni
poloze. Chlagdici zafizeni je vhodné umistovat v takovych mistech zafizeni,
kde dochdz{ k pfirozenému proudé&ni chladného vzduchu.

Navrh chladici desky.

V praxi je tfeba nejéastd]i uréit velikost chladici desky (pfipadné vibec chla-
dicihg zatizeni), které je potfebné pro spravné chlazeni polovodi¢ové souédstky,
zoggfované danym ztratovym vykonem P.

Celkovy tepelny odpor sougastky na chladici desce R, je ddn vztahem

]
R, = 5

(3

Pfi vypoétu se jako t; uvaZuje nejvyiii teplota pfechodu, kterou je moino
za provozu piipustit, t; je nejvy33i teploto okoli, kterd se maZe za provozu
vyskytnout.

Uvaiuje-li se obecné chlazeni (t]- =l = t,) plati pro R, také:
Ry = Ry + Ryg + Ry 3

Hodnota R;; je udavéna pro kaidy typ vykonové polovodiéové souédstky.
Hodnotu R, je nutno odhadnout podle provedeni styku polovodiové souddstky
a chladici desky. Pfi neizolovaném styku je R asi 0,2 — 0,4 oC/W. Pouzitim
silikonové vazeliny je tuto hodnotu moino sni%fit asi na polovinu. P¥i pouZiti
tenké slidové izolaéni podloiky dosahne R hodnot asi 0,5 — 0,8 °C/W, pFi
poufiti teflonové podlozky stejné sily se hodnoty pfibliZné zdvojndsobi. Sili-
konovou vazelinou je tu moZno R, sni%it osi o tfetinu.

Ze znadmych hodnot R,, R;; a R,; je moino uréit potfebnou hodnotu Ry,

Ryp = Ry —(Ry; + Ry (16)

Pro hodnotu R;. je nyni nutno uréit rozméry chladici desky. K tomu je
mozno pouZit pfiblizného vzorce:

33 o2 650
tr T = P+ 5 - C
V}L'd A

[0C/W; W/eCcm; mm; cm?] (17)

kde R, je tepelny odpor chladici desky
J tepelna vodivost materialu desky
d tloustka desky
A plocha desky
o

korekéni faktor
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Hodnoty ) jsou:

méd - ) = 38W/Cecm
hlinik - A = 2,1 WrC cm
mosaz - A = 11 WrCem
ocel - A = 0,46 W°/C cm
Korekéni faktory C:
C = 1,00 ~ vodorovna poloha desky, povrch &isty
C = 0,85 = svisld poloha, povrch &isty
C = 0,50 — vodorovnd poloha, povrch &ernén

C = 0,43 ~ svisld poloha, povrch &ernén

Vzorec plati za pfedpokiadu, Ze je chlazend souddstka jedinym zdrojem tepla,
ktery’t. plsobi na chladici desku. Pfedpokiddd se &tvercovy tvar desky s chla-
zenou soucdstkou uprostied o teplota desky ne vétsi nei asi 50 °C. Tepelny
odpor. se rozumi od stfedu desky do okolniho prostiedi, kterym je klidny
vzduch,

Hodnoty )} a d se uplatiuji pouze u velkych desek. Pro malé desky asi do
20 cm? postadi uvaiovat zjednoduseny tvar:

650 C
R = A [°oC/W; em?] (18)
Prakticky piiklad:
Tranzistor OC26, zatéfovany stejnosmérné vykonem P = 6 W, md pracovat

pii teploté okoli t;, = 45°C. Je tfeba uréit velikost chladici desky, kterd bude
upevnéna neizolované.

Potfebny celkovy tepelny odpor R;:

z publikovanych Gdajd: t; max = 90°C

90 — 45
podle (3) : R, = 3 = 7,5°C/W
Potiebny tepelny odpor chladici desky R,,:
z publikovanjch Gdajé Ry = 1.20C/W
odhad: R,s = 039C/W
podle (16) Ry = 75-(1,2 4+ 0,3) = 6°C/W

Material desky: (volime) Al plech tl 2 mm Eernény

Poloha desky: (volime) vertikélni

Rozmér desky: podie (17) bude pro R;r = 6°C/W potfebnd plocha
A = 60 cm

Volime é&tvercovou desku o rozmérech asi 8 X 8 cm.



POKYNY PRO MONTAZ A PAJENI

. Tronzistory mohou byt montovany pdjenim nebo zasunutim vyvodid do vhodnych objimek.
Mohou pracovat v libovolné poloze, aviak pouzdro musi byt uchyceno tak, aby se zabra-
nilo mechanickému namdahdéni vyvodid na ohyb nebo chvéni. -

. P¥i montd3i tranzistoru na chladi€¢ musi byt dosedaci plocha pro tranzistor dostateéné
rovinnd o musi zaruovat co nejmendi piechodovy tepelny odpor mezi tranzistorem a chla-

zékladny tranzistoru.

. Pti realizaci obvodi s tranzistory nutno brat v tfvahu kiivku zdvislosti ztratového vykonu
Ptot na provozni teploté.

. Pfi montazi tranzistorGd je nutno dodriet tato ustanoveni:

o) Vyvody nesmi byt zkraceny na délku mensi nezi 4 mm.

b) U polovodiéovych sou&dstek je dovoleno ohybani piivodd 0% do vzddlenosti 1,5 mm

mezi mistem ohybu a pouzdrem, neni-li prémér vyvodu vétii nei 0,7 mm s vyjimkou
souddstek v celosklendném pouzdie, kde je dovolen ohyb ve vzddlenosti vétsi nezi 3 mm
od pouzdra.

c) lilezkrc':cené vjvody, jejichZ primér neni vétii nef 0,7 mm se dovoluje namdhat kroucenim
nulové polchy o 4%°, o 90° na druhou stranu a zpét do pocdtedni polohy.

d) PrevySuje-li pramér vyvodd 0,7 mm, ohybdani a krouceni vyvod se nedoporuduje.
. P¥i pdjeni nesmi byt tranzistor tepelné pfetifen. Doba pajeni vyvodd pfi rucnim pdjeni
smi byt nejvyie 4 vtefiny pi. teploté pijedia 350 °C. B&hem pdjeni se doporuluje od-

vadét Zkodlivé teplo z vyvadl pomac: whodného ndstroje, napf. uchopenim vyvodG do
kieiti se Sirokymi &elistmi.
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POKYNY PRO MONTAZ A PAJENI

Pfi pajeni musi byt dbdno toho, aby nedoilo k tepelnému pretizeni souédstek. Béhem
pdjeni nesmi teplota pfechodu presdhnout 110°C u Ge.a 200°C u Si souldstek.
Maximalni pdjeci doba pro rizné délky mezi pdjenym mistem o mistem vystupu vyvodd
z pouzdra je ddna ndsledujicimi vztahy,

T;=Tp) - I ,
tmax =JKL—-Z pro | > 5 mm [
M =T -1 ’
tmar T TGmoos U Koz Petemmsl<smm 21

MaximdlIni doba pro pdjeni pdje¢kou je 1 minuta, pro pdjeni v Idzni 5 sec.
Hodnoty koeficientu K; pro teplotu 300 °C jsou uvedeny v tabulce. Pro teplotu a% do 400 °C
mohou byt uréeny Ze vztahu:

T, =T
L a
= —_ 3
T B
1 .« .+ .+ . . délka vyvodi mezi pdjenym mistem a pouzdrem v mm
Y4 .« « .« .- . polet souasné pdjenych vyvodu
Ky < « « . . . koeficient pajeni pfi teploté pajeci ldzné T M
Ksgp - - « . . . koeficient pdjeni pro T, = 300°C
trax max. doba pajeni v sec.
T]- . + « . . . teplota pfechodu
T, . teplota okolniho prostiedi
T « . .+ .+ . . teploto lazné

SOUCINITEL PAJENI PRO TEPLOTU PAJKY 300°C

Typ pouzdra K300

podle NR-K 028 Germanium Kremik Poznamka

K501 6 -

K502 9 -

K504 6 -

K505 6 7

K507 9 15 Kolektor spojen s pouzdrem
K507 - 12 Kolektor cdizolovdn od pouzdra
K601, K602 5 5

K202, K204, K205 15 15

K503 - . 8

K504 ‘ 7 -

K702 - 5

K703, K704, K711 - . 6
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MONTAZNI POKYNY
PRO PAJENI V LAZNI

Pro lep§i a snadnéj§i orientaci uvddime souhrn informaci pro montdf a pdjeni v lazni pii

teploté lazné T; = 245°C.

Podlozka bez vodivych
prichodek

=y
Al
L1152\ TP et 012

LI YT

Doba pdjeni je uvedena pro nejnepiiznivéjsi

Podlozka s vodivymi Doba pdjeni

pro typ pouzdra

tyax = 58
K501
K504
K505 Ge
K601 [ tyuy =55
vl K602
K502
K507 Ge
tpgr = 238
K507 Si
tgx = 58
tpay =4S
tmax = 45

ze skupiny uvadénych pouzder.

Fii pdjeni musi byt vylouéeno jakékoliv dalsi otepleni pouzdra. Jsou-li poZadovany podrob-

néjsi adaje, je moino pouZit vztahd [1],

materidly z nédsiedujici tabulky.

popiip. pouZit Gdaji pro jednotlivé
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MONTAZNI POKYNY
PRO PAJENI V LAZNI

Tabulka 1

TEPLOTA PAJECI LAZNE A DOBY PAJENI PRO RUZNE MATERIALY

3

Drub
vyvodu

Teplota lazné a doba pajeni

minimdlni
|

optimélni
1

maximdlni
th

N\

%]

Au povlak

= 0,5 mm

230°C/35 s

270°C /4 s

350°C/7 s

axb

0,5...6,5X0,25...0,32

230°C /35 s

260°C /4 s

265°C /7 s

Au poviak

< > 0,8 mm

270°C /3,5 s

280°C /4 s

350°C/7s

Au poviak s pajkou

> 0,8 mm

230°C/3,5s

270°C/4 s

350°C/7s

2 .

Ni povlak s pdjkou

v

0.8 mm

230°C/35s

270°C /4 s

350°C/7s

XXXVHI



MONTAZNi POKYNY
PRO PAJENI V LAZN!

Teplota pajeci lazné

Teplota péjeci [Gzné md rozhodujici vliv na kvalitu pdjeni. Pfi pajeni je proto nutné dodriovat
teploty pdjecich ldazni podle tab. 1. Pdjeni vyvodl neni dokonalé, jestlize teplota pdjeci
lazné a doba pdjeni budou pod hranicemi uvedenymi ve sloupci 1. Nejpfiznivéj$i podminky
pdjeni pro jednotlivé druhy vyvodu jsou ve sloupci Il. Proto je iadouci tyto podminky dodriet,
nebo se jim podle moZnosti co nejvice pfiblizit.

Za iadnych okolnosti neni viak pripustné pfekrogit podminky pdjeni uvedené ve sloupci Ili.,
protofe pfi téchto podminkdch dochazi jiz k rychlému rozpousténi galvanickych povlakd
vyvodl v pdjeci lazni a odhali se zdkladni kov vyvodl, ktery ma obvykle nedostateénou
pdjitelnost.

Meznich hodnot teplot uvedenych ve sloupci Ili. mbfe byt vyuZito jen po kratii dobu
(max. 6 s) ve vyjimeénych pfipadech; napfiklad pro opravy pdjenych jiZz vyvodii apod.

Pouiiti tavidel

Pajitelnost vyvodi polovodiovych souddstek se zlepSuje pouiitim aktivovanych tavidel. Pokud
viak zafizeni pro pdjeni neumoiZiiuje pouiiti aktivovanych tavidel, doporuéuje se U(prava
kalafunového tavidla pfidavkem anclytického dietylaminohydrochloridu do mnoistvi 0,5 %
(vyjadieno jako volny chlor) vzhledem k obsahu kalafuny.

Vliv neéistot pdajeci lazné

Je tfeba si uvédomit, ¥e pajeei lGzefi se v prilb&hu pdjeni znediifuje stopovymi mnoZstvimi
médi, stfibra, zlata a daliich kovii rozpu$ténim galvanickych povlakil vyvod a ploinjch spoji.
PFi uréitych mnoistvich negistot mohou tyto nepfiznivé ovlivnit vzhled i kvalitu spojd.

Proto se v prib&hu pdjeni doporuduji chemické rozbory obsahu zneéitujicich kovl rozpuitd-
nych v pdjeci |dzni. PFi zvyieném obsahu neéistot (po uréité dob& pdjeni, piipadné po
uréitém poétu pdjenych desek) se doporuduji pravideiné vymény pdajeci lazné.

Hranice mnoZstvi jednotlivych neéistot a jejich vliv na jakost pdjeni nelze obecné& stanovit,
protoZe kvalita spoji je ovliviiovana povrchovou dpravou pred pdjenim, poufitim rlznych
tavide!, teplotou a dobou pajeni a daldimi vlivy. Z téchto divodd je nutné stanovit mnoistvi
pFipustnych neéistot v pdjeci ldzni pro kazdy druh zafizeni zvlgst.
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Germaniove tranzistory n-p-n

nizkefrekvengni

~ yysokofrekvenéni
spinaci
vykonove



NiZKOFREKVENCNI 101NU70 103NU70
N-P-N TRANZISTORY 102NU70 104NU70

Pouziti:
Polovodidové souldastky TESLA 101NU70 oi 104NU70 jsou nizkofrekvenéni germaniové
plo3né tranzisiory typu n-p-n se ztratovym vykonem 50 mW, uriené pro stejnosmérné
a nizkofrekvenéni zesilovade nebo nizkofrekvenini generdtory.

Provedeni:
Tranzistor je umistdn v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou priichod-
kou. Z&kladni elekiroda — bdze — je desti¢ka z monokrystalu germania typu p,

emisni elektroda — emitor — a sbérnd elektroda — kolektor -, je z germania typu n.
K elektroddm jsou pfipdjeny vyvodni drdty. K usnadnéni orientace vjvoda jsou vyvody
umistény ve sklenéné patici v rliznych vzdalenostech — stfedni vyvod je bdze, bliZsi
vyvod je emitor, vzddlenéjsi vyvod je kolektor (oznalen &ervend na pouzdru).

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +20 °C)

o o = o
~ M~ ~ ~
: 2 2 2 2

z 4 4 z

= o ” -

g & & &
Napéti keolektoru Ucgp max 10 20 20 20 )
Napéti kolektoru 3pickové ucpm max 10 20 20 20 v
Napéti kolektoru Uck max 20 25 25 25 v
Napéti kolektoru Spic¢kové Uepm max 20 25 25 25 \'
Proud emitoru ~lg max 3 5 5 5 mA
Proud emitoru 3pickovy gy max 100 100 100 100 mA
Kolektorova ztrdta P. max 30 50 50 50 mw
Teplotni &initel x max 0,5 mWw/°C
Teplota okoli Sa max —40... +50 °C
Teplota pfi skladovani ¥s max —40 ... +60 °C



NIZKOFREKVENCNI
N-P-N TRANZISTORY

101NU70 103NU70
102NU70 104NU70

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +20 °C)

101NU70  102NU70

Klidovy proud kolektoru

(Ucg=5V) leBo <20 <15
h =~ parametry
(UCB=5V, —IE=1 mA, f =1 kHz)
Proudovy zesilovaci é&initel harp ~ 0,84 0,92-0,95
Vstupni odpor hin <120 <120
Zpétny napétovy cinitel hio <10 <6
Vystupni vodivost hyap, <3 <2
Mezni kmitoéet
(Upg =35V, —lg=1mA) fy > 200 > 500
h - parametry
(Ugg =5V, =lg =1 mA, f=750 Hz)
Proudovy zesilovaci Einitel hase &ervend
oraniovd
Zluta
zelend
modré
fialova
" bila
Vstupni odpor hise 0,55 0,6
Zpétny napétfovy &initel hige 8 10
Proudovy zesilovaci &initel hsge 12 18
Vystupni vodivost © hyg, 22 25

Sumovy é&initel . N
(Ugg = 5 V. 1g =25 pA, f =1 kHz)

F -
Doporuéeny pracovni bod: .
Napéti kolektoru Ucg
Proud emitoru Ig

4 2.1.1952-2

103NU70

10

A

0,95
<120
<6

<2

60-75

75—-100

> 100

15
40
60

10ANU70

IIA
)

>0,95
<120
<6
<2

> 500

3040
40-50
50-60

6075

75-100
> 100

<15

uA

103
S

kHz

k2
104

uS

dB

mA



NIiZKOFREKVENCNI 101NU70 103NU70
N-P-N TRANZISTORY ' 102NU70 104NU70
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NIZKOFREKVENCNI
N-P-N TRANZISTORY

105NU70

Pouiiti:

Polovodiové souddstky TESLA 105NU70 jsou nizkofrekvenini germaniové plo3né tran-
zistory typu n-p-n, vhodné pro pouZiti jako stejnosmérny, nizkofrekvenéni a pulsni

zesilovaé.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pra-
chodkou. Vyvody jednotlivich elektrod jsou od sebe rizné vzddleny — stiedni vyvod
je bdze, vzdalendjsi vyvod (ozna&en éEervend) je kolektor, blifii vyvod je emitor.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti kolektoru Ucs
Napéti kolektoru Spickové Ucem
Napéti kolektoru Uegp
Napéti kolektoru 3pi¢kové Ucem
Proud emitoru -lg
Proud emitoru $pi&kovy —ipu
, Proud kolektoru lo
Proud kolektoru Spickovy icm
Proud baze . Ig
Proud bdze $pickovy inym
Ztrata kolektoru (f, = 25 °C) Pec
Teplota pFecho-du B
Teplotni odpor R,
Teplota okoli minimdlIni da
24.2.1961 - 1

max

max

max

max

max

max

max

max

max

32
32
viz obr.
viz obr.
12
55
10 |
50
2
5
125
+75
0.4

mA

mA

mA

mA

mA

mA
mwW

°C
°C/mW
°C



NIZKOFREKVENCNI ' 105NU70
N-P-N TRANZISTORY

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +25 °C)
Zpétny proud kolektoru
(Ugp = 45 V) lcgo 45 <12 uA

h = parametry
(Ucp =2V, Ic =05 mA, =1 kHz) }
Vstupni odpor him » 7 58 ,..88 Q

Zpétny napétovy Einitel hiop 7.10-4
Proudovy zesilovaci é&initel ho1p 0,968 0,952...0,976
Vystupni vodivost haap 0,7 <1.3 us

Mezni kmitofet
(Ugg =6 V. Ig =1 mA) for 1000 > 600 kHz

Zpétny proud kolektoru
(Ugg = 4.5 V) lero 110 <225 HA

h — parametry

(Ucg =2V, Ig =05 mA, f=1KkHz)

Vstupni odpor hite ] 2,2 1,0...25 k2
Zpétnovazebni napéfovy Cinitel his, 9.10-4 <27.10-4
Proudovy zesilovaci é&initel hse 30 20...40
Vystupni vodivost hsse 23 <53 us

Mezni kﬁ'\itoc’:et
(Ugg =2V, lp =05 mA, f=1 kHz)
B 15 kHz
Sum

(Ugg =2V, Ig=05mA, f=1kHz

R, = 500 ) . F <10 4B
Proud kolektoru IUCE =45 V le 04 0,21...0,85 mA
Napéti baze \'sa = 10 uA Ugg M0 75... 150  mv
Proud kolektoru j Ugg =45 V Ic 10 4,6...132 mA
Napéti béze |15 =250 uA Upg 210 150... 270 mV

10 24, 2, 1961 - 2



NIiZKOFREKVENCNI 105NU70
N-P-N TRANZISTORY
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NIiZKOFREKVENCNI 105NU70
N-P-N TRANZISTORY ‘ .
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NIiZKOFREKVENCN{ 105NU70
N-P-N TRANZISTORY
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NIZKOFREKVENCNI 106NU70
N-P-N TRANZISTORY

Pouiiti:
Polovodigové sou&dstky TESLA 106NU70 jsou nizkofrekvenéni germaniové ploiné tran-

zistory typu n-p-n, vhodné pro pouiiti jako stejnosmérny, nizkofrekvenéni a pulsni_
zesilovaé nebo nizkofrekvenéni generdtor.

Provedeni:

Tranzistor je umistdn v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pri-
chodkou. Vyvody jednotlivych elektrod jsou od sebe rlizné vzddaleny ~ stfedni vyvod
je bdze, vzddlendjii vyvod (oznalen ¢Zervend) je kolektor, blizii vyvod je emitor.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli 425 °C)

Napéti kolektoru Uep max 32 v
Napéti kolektoru $pickové UcBM max 32 v
Napéti kolektoru Uegp max viz obr.

Napéti kolektoru $pitkové UCcEM max viz obr.

Proud emitoru =g max 12 mA
Proud emitoru $pickovy ~igy max 55 mA
Proud kolektoru e max 10 mA
Proud kolektoru 3pigkovy icm max 50 mA
Proud baze Ig mox 2 mA
Proud bdze $pickovy ign max 5 mA
Ztréta kolektoru (f, = 25 °C) Pe max 125 mwW
Teplota pFechodu i max +75. °C
_Teplotm’ odpor R; max 0,4 °C/mW
Teplota okoli minimaini C Ba min —40 °C

24.2.1961 - 1 17



NIZKOFREKVENCNI 106NU70
N-P-N TRANZISTORY

Charakteristické Gdaje: (Teplota okoli +25 °C)
Zpétny proud kolektoru )
(Ugp =6 V) icBo 45 <10 uA
h —~ parametry
Uep =2V, lp=3mA, f=1kHz)

Vstu;;ni odpor hi1p . 17 10...25. Q
Zpétny napéfovy Zinitel hiop 8.10-4

Proudovizesilovaci &inite! thb 0,979 0,968 ...0,987
Vystupni vodivost hsar, 1,6 <2,7 uS

Mezni kmitoget .

(Ugp =6V, lg =1 mA) fa 1250 >800 kHz
Zpétny proud kolektoru

(Ugg =45V) IcEo 150 <325 uA
h - parametry

Ueg =2V, fp=3mA, f=1kHz)

Vstupni odpor hite 0.8 04...15 k2
Zpétny napéfovy &initel hize 5,4.10-4 <17.104
Proudovy zesilovaci &initel LY 47 30...75
Vystupni vodivost hase 80 <200 us
.Proud kolektoru Upp = 45 v le 07 03...12 mA
Napéti bdaze g = 10 uA Ugp 110 80...155 mV
Proud kolektoru UCE = 45 V e 14 10... 25 mA
Napéti baze lg =25 !IAJ Upg 210 150...270 mV
Mezni kmitocet

(Upg =2V, g =3 mA, f = 1kHz) f8 25 . kHz
Sum

(Ugp =2V, Ic=05mA, f=1kHz

Ry = 500 2) F <10 dB

18 24. 2. 1961 - 2
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NiZKOFREKVENCNI _ 106NU70
N-P-N TRANZISTORY
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NIZKOFREKVENCNI : 106NU70
N-P-N TRANZISTORY
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NiZKOFREKVENCNI 106NU70
N-P-N TRANZISTORY '
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NIZKOFREKVENCNI ‘ 106NU70
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NIZKOFREKVENCNI
N-P-N TRANZISTORY.

107NU70

Pouiiti:

Polovodicové souddastky TESLA 107NU70 jsou nizkofrekvenéni germaniové ploiné tran-
zistory typu n-p-n, vhodné pro pouiiti jako stejnosmérny, nizkofrekvenéni a pulsni

zesilovaéd.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pri-
chodkou. Vyvody jednotlivich elektrod jsou od sebe rizné vzdaleny — stiedni vyvod
je baze, vzdalengjsi wyvod (oznalen Eervené) je kolektor, bliZ§i vyvod je emitor.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti kolektoru Uep
Napéti kolektoru 3pickové uCBM
Napéti kolektoru Ucp
Napéti kolektoru Spickové UCEM
Proud emitoru -z
Proud emitoru §pickovy ~ipm
Proud kolektoru Io
Proud kolektoru 3pickovy icm
Proud bdze g
Proud bdze 3pi&kovy igm
Ztréta kolektoru (§, = 25 °C) Pe
Teplota prechodu B
Teplotni odpor . R,
Teplota okoli minimdlni $a
24.2.1961 - 1
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NIZKOFREKVENCNI " 107NU70
N-P-N TRANZISTORY , .

Charakteristické udaje: (Teplota okoli 25 °C)

Zpétny proud kolektoru
Ugg =45 V) lceo 45 <12 uA

h ~ parametry
(Upp=2V, lpg=3mA, f=1kHz)

Vstupni odpor hip ‘ 14 Q
Zpétny napétovy &initel hio 10-3

Proudovy zesilovaci ¢initel ho1p 0,989 0,985...0,99
V)"stdpni vodivost hZZb 1,4 usS

Mezni kmito&et

(UCB =6V, o =-1 mA) for 1500 >1000 kHz
Zpétny proud kolektéru

WUcg =435V) lozo 350 <550 uA

h — parametry
Upp =2V, [oc=3mA, f=1kHz)

Vstupn'l' odpor hize 1,3 07...2 k2
Zpétnovazebni napéfovy &initel hyse " 8.104 <20.10-4
Proudovy zesilovaci é&initel hate 90 65...130
Vystupni vodivost ~ hyp, 125 <250 us

Mezni kmitodet

(Upg =2V, Ig =3 mA) f‘g 15 kHz
Sum .

(Ucp =2V, I =05mA, f=1KkHz,

Rg = 500 Q) F <10 dB
Proud kolektoru UCE = 4,5 V IC 1,1 0,75... 19 mA
Napéti baze Ig = 10 pA Ugg 120 90...175 mV
Proud kolektoru Uop =45 V Ic 22... 45 mA
Napéti baze ig =250 uwA{ Upgp 210 150...270 mv
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" NIZKOFREKVENCNI
N-P-N TRANZISTORY

101NU71
2-101NU71

Pouziti:

Polovoditové souddstky TESLA 101NU71 jsou ploiné nizkofrekvenéni tranzistory typu
n-p-n, vhodné pro nizkofrekvenéni zesilovage stfedniho vykonu tfidy A a B, tranzistory

2-101NU71 jsou pdrované tranzistory pto zesilovaée tiidy B.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pri-
chodkou. Vyvody jednotlivjch elektrod jsou od sebe rizn& vzddleny — stiedni vyvod
je bdze, vzddlendjsi vyvod (oznaden &ervend) je kolektor, blizii vyvod je emitor.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti emitoru Ugpp
Napéti emitoru $pickové urgm
Napéti kolektoru Ues
Napéti kolektoru $pickové ueBM
Napéti kolektoru Uce
Napéti kolektoru 3pickové UCEM
Proud kolektoru IC
Proud kolektoru $pickovy iom
Proud bdze Ig
Proud baze spickovy ipm

Ztrata kolektoru

bez chladici plochy Pe
s chladici plochou 12,5 cm? Pc
Teplota pfechodu ¥

Teplotni odpor

bez chladici plochy R;

s chladici plochou 12,5 cm? R,
Teplota okoli Da
Teplota pfi skiadovani Dstg

27. 12. 1962 - 1
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NIZKOFREKVENCNI ; 101NU71
N-P-N TRANZISTORY 2-101NU71

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +25 °C)

Zpétny proud kolektoru

(Ugg=6V) - Icgo <10 " pA
Zpétny proud emitoru

(Ugg=6V) izo <10 uA
Zpétny proud kolektoru '

(Ugg = 6 V. Rgp = 500 2) lcro <50 uA
Napéti baze

(Ugg = 0.7 V, —lp =125 mA) Upp <0,7 A

(Ucp =0V, —lp = 80 mA) Ugp <0,45 A

(Ugg =6V, =lp = 1,5 mA} Ugp 0,115~0,155 \'
Proudovy zesilovacei é&initel

(Ugg =6V, —lp = 10 mA) ha1g 70 45-120

(Ugg =0V, —lp = 80 mA) ha1g 50 30-100

(Ugp =0V, —lg = 125 mA) haig >25

(Ugs =0V, —lp = 250 mA) ha1E >15
Napéti kolektoru

(Ic = 0,2 mA, Ry = 500 9) Ucr >30 v

Saturaéni napéti kolektoru

(Ic. = 125 mA, 1z =10 mA) Ucrs <022 ‘ v

Mezni kmitodet

(Ugg =6V, Ig =10 mA) fr >07 MHz

Cinitel Sumu
Weg =2V, Ig =05 mA,

R‘g =500 2, f =1 kHz) F <10 dB

Parované tranzistory 2-101NU71:

34

Pro pdrovdni musi tranzistory spliiovat podminku:

Proudovy zesilovaci &initel hy;p obou tranzistord se nesmi lisit vice nei o 15 % za
téchto provoznich podminek: '

Ucp 6 \' Ucgp 0 v

10 mA -lg 80 mA
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N-P-N TRANZISTORY . 2-101NU71
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NiZKOFREKVENCNI
N-P-N TRANZISTORY

102NU71

Pouiiti:

Polovodiové sou&dstky TESLA 102NU71 jsou plo3né nizkofrekvenéni tranzistory typu

n-p-n, vhodné predeviim pro pouziti ve spinaci a impulsni technice, pfipadné jako

nf koncové zesilovaée stiedniho vykonu.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pri-
chodkou. Vyvody jednotlivich elektrod jsou od sebe riizn& vzddleny — stfedni vyvod
je bdze, vzddlenéjii vyvod (oznalen &ervend) je kolektor, blizii vyvod je emitor.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti emitoru Urg
Napéti emitoru Spickové Uppum
Napéti kolektoru Ucg
Napéti kolektoru $pickové ucpm
Napéti kolektoru Ucp
Napéti kolektoru Ipitkové UcEM
R Proud kolektoru e

Proud kolektoru $pi¢kovy icm
Proud bdze Ig
Proud bdze $pickovy ipym
Ztrdta kolektoru

bez chladici plochy . Pc

s chladici plochou 12,5 ecm? Pe
Teplota piechodu 8;
Teplotni odpor
I bez chladici plochy R,

s chladici plochou 12,5 cm? R,
Teplota okoli minimélni Ba
Teplota pfi skladovani Bstg

27 12. 1962 - 1
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NiZKOFREKVENCNI 102NU71
N-P-N TRANZISTORY

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +25 °C)

Zpétny proud kolektoru

(Upgg=6V) leso <10 A
Zpétny proud emitoru

Ugp=6W) IzB0 <10 uA
Zpétny proud kolektoru’

(Uggp =6V, Rgp =500 Q) lcEo <50 uA
Napéti baze

(Ugg = 0V, —Ip =125 mA) Upg <07 v

(Ugcg =0V, ~Ip = 80 mA) Upgp <0,45 A
Proudovy zesilov;:c:' &initel

(Ugg =6V, —Ig = 10 mA) ha1g 140 65...220

(Ugg =0V, —lp = 80 mA) ha1g 120 50. .. 200

(Ugg =0V, ~Ig = 125 mA) hs1g >35

(Ugg =0V, =l = 250 mA) ha1g >25
Napéti kolektoru

(lc = 0.2 mA, Rgp = 500 Q) Ucg >30 v
Saturadni napéti kolektoru

(g = 125 mA, ig = 10 mA) Ucks <0,22 v
Mezni kmitodet

(Ugg = 6 V. Ig = 10 mA) fr >0,7 MHz

25
C E
B
G E
B S
ming04 E_
CBE
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150 :
e 102NU7
[mAl - IEZ 125mA Tl 3~ 25-C
c , uzemneéna baze
\&-
&
2—— 100 100mA
-
80 mA
\
N
mA
\\ 50 50.mA
\ 40 mA
\ 30 mA
20mA
\ 40 mA——
)\
— 100 0 1011 Ucg (V11190
— I |
- | [mA] ._II_L_,]O'Z%)A
02 4 = Um
e 50
S e TR A
S L R0 mA L
Ugg(V]

A4 27.12. 1962 - 4



NiZKOFREKVENCNI 102NU71
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NiZKOFREKVENCNI : 103NU71
N-P-N TRANZISTORY

Pouziti:
Polovodiové sou&astky TESLA 103NU71 jsou ploiné nizkofrekvenéni tranzistory typu
n-p-n, uréené predeviim pro poufiti ve spinaci a impulsni technice, pro ménice stej-
nosmérného napéti apod.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pri-
chodkou. Vyvody jednotlivich elektrod jsou od sebe rizn& vzddleny — stiedni vyvod
je baze, vzddlenéji vyvod (oznagen &ervend) je kolektor, bliZi vyvod je emitor.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +23 °C)

Napéti emitoru Uggp max 10 \Y
Napéti emitoru $piékové CeaM max 10 ‘ v
Napéti kolelﬂ(toru Ucs max a8 v
Napéti kolektoru $pi¢kové ucpM max 48 A"
Napéti kolektoru UbE ’ ‘max viz obr Vv
Napéti kolektorv Ipickové UcEM max viz obr. A\
Proud ko!ektoru e _ max 250 mA
Proud kolektoru $pigkovy icm .max 250 mA
Proud bdze Ig max 20 mA
Proud bdze 3pickovy igym max 20 . mA
Ztrata kolektoru :

bez chladici plochy Pc - max 125 mW

s chladici plochou 12,5 em? Pc max 165 mW
Teplota pfechodu B max —i—75 °C
Teplotni odpor

bez chladici plochy ' R, max 0.4 °ClmW

s chladici plochou 12,5 cm? R, max 0,3 °C/lmW
Teplota okoli minimalni D max -40 °C
Teplota pfi skladovani Dstg max —40 az +75 °C
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NIZKOFREKVENCNI 103NU71
N-P-N TRANZISTORY ‘ |

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +25 °C)

Zpétny proud kolektoru .

(Usg=6V) leBo <10 uA
Zpétny proud emitoru
(UEB =6 V) 'EBO <10 uA
Zpétny proud kolektoru
(Uggp =6V, Rpp =500 2) Icgo - <50 uA
‘Napéti baze
(Ucg =0V, =lp = 80 mA) Ugp T <045 v
(Upgg =0V, =l =125 mA) Uge <0,7 v
Proudovy zesllovaci &initel
(Upg =6V, —lp = 10 mA) haip 45...220
(Ucg =0V, —lp = 80 mA) hogp 7 30...200
(Ugg =0V, —lg =125 mA) ho1k >25
(UCB =0V, _IE = 250 mA) h'ZIE >15
Napéti kolektoru ’
(lc = 0,2 mA, Rpp = 500 Q) Uce >48 v
Saturaéni napéti kolektoru
{Ic = 125 mA, Iz = 10 mA) Ucks <0,22 v
Mezni kmitodet
(Upg =6V, lg = 10 mA) fp >0,7 MH:z
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NIZKOFREKVENCNI 103NU71
N-P-N TRANZISTORY
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NiZKOFREKVENCNI 103NU71
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NiZKOFREKVENCNI 103NU71
N-P-N TRANZISTORY

103NUA
o = f{Uce)
2 tg= 25°C
E
S
300
\B' HmA I
- |
A LA
200 - — {
3mA
/ 25mA
// H t
/ )
/ v 1.5 mA
100 T —
r 1mA
L
(// 05mA
/ // 1|
/// 0.2 mA
0

27. 12. 1962 - 5

53




NIZKOFREKVENCNI 104NU71
N-P-N TRANZISTORY 2-104NU71

Pouiiti:
Polovodiéové soucdstky TESLA 104NU71 jsou plosné nizkofrekvenéni tranzistory typu

n-p-n pro nizkofrekvenéni zesilovaée stfedniho vykonu tfidy A a B, tranzistory 2-104NU71
jsou pdrované tranzistory pro zesilovade tiidy B.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavienédm kovovém pouzdru se sklen&nou pri-
chodkou. Vyvody jednotlivych elektrod jsou od sebe rlzné& vzddleny — stiedni vyvod
je baze, vzddlen&jsi vyvod (oznalen d&ervend) je kolektor, blizii vyvod je emitor.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti emitoru Urp max 10 v
Napéti emitoru Spickové UEBM max 10 \'J
Napéti koiektoru Ucp . max | 20 v
Napéti kolektoru Epiékové ucgM max 20 \
Napéti kolektoru Uegp max viz obr. \'
Napéti kolektoru 3pi&kové UcEM max viz obr. A
Proud kolektoru 1%} max 250 mA
Proud kolektoru $pigkovy iom max 250 mA
Proud bdze Ig max 20 mA
Proud béz.e §pickovy igy max 20 mA
Ztrata kolektoru

bez chladici plochy Pe max 125 mw

s chladici plochou 12,5 cm? Pe max 165 mwW
Teplota pfechodu 17]' max +75 °C
Teplotni odpor

bez chladici plochy R, max 0,4 °C/mW

s chladici plochou 12,5 cm? R; max 0.3 °C/mW
Teplota okoli minimdini da max -0 °C
Teplota pfi skiadovani l?stg max —40 ai +75 °C

27.12.1962 - 1 55



NIZKOFREKVENCNI ' 104NU71
N-P-N TRANZISTORY ' 2-104NU71

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +-25 °C)

Zpétny proud kolektoru

(Ugg=6V) ' IcBo <10 uA
Zpétny proud emitoru

Ugg=6W) lzBo <10 A
Zpétny proud kolektoru _

(Ugg =6 V. Rgp = 500 2) lI¢cro <50 uA
Napéti bdze ‘

(Ugg = 0'V, =1 = 125 mA) Ugg . <07 v

(Ugg =0 V. —lp = 80 mA) Ugg <0,45 \

(Ugg — 6 V, —lg = 1,5 mA) Ugp 0,115-0,155 v
Proudovy zesilovaci &initel

(Ugp =6V, =lg = 10 mA) hop 7q 452120

U =0V, —lg = 8 mA) | ha1gp 50 30-100

(Ugg =0V, -l =125 mA) hy1g >25

(Ugg =0V, =lp =250 mA)  f¢gyp >15

Napéti kolektoru

(lg = 0.2 mA, Rpg = 500 Q) Ucg >20 . v
Saturaéni napéti kolektoru

(lo = 125 mA, 15 = 16 mA) Ucks <022 v
Mezni kmito&et

(Uop =6V, Ic =10 mA) fr >0,7 MHgz
Cinitel 3umu

(Ucg =2V, Ig =05 mA,

R‘g = 500 2, f =1 kHz) F <10 dB

Parované tranzistory 2-104NU71:

56

Pro pdrovéni musi tranzistory splhovat podminku:
Proudovy zesilovaci &initel hyyp obou tranzistorll se nesmi lidit vice nei o 15% zo
téchto provoznich podminek:

Ucs 6 v Ucg 0 v
-lp 10 mA ~lg 80 mA
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104NU71
2-104NU71
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NIZKOFREKVENCNI . 104NU71

N-P-N TRANZISTORY 2-104NU71
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NIZKOFREKVENCNI
N-P-N TRANZISTORY

104NU71
2-104NU71
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N-P-N TRANZISTORY 2-104NU71
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NIZKOFREKVENCNI 104NU71
N-P-N TRANZISTORY 2-104NU71
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NiZKOFREKVENCNI 101NU70 . . . 107NU70

N-P-N

TRANZISTORY 101NU71 . . . 104NU71

Doporuceni pro montai:

1.

7

Tranzistor je pouiitelny af do teploty okoli +50°C, je viok nutno poéitat se zmé-
nou parametrd. Stabilizace pracovniho bodu tranzistoru je nutnd.

. Uvedené mezni hodnoty se nesmi piekro&it. Rovndi se nesmi zaménit polarita

zdroje (kolektor + pél).

. Tranzistory se doporuuje upeviiovat pfipdjenim vyvod( a upevnénim pouzdra proti

volnému pohybu piisroubovanim chladiciho kiidélka, které je nasunuto na tran-
zistoru, ke kostfe pfistroje nebo jiné chladici desce (naptf. hlinikové o plose
minimdln& 12,5 ¢m?) tak, aby povrch tranzistoru prevddél celou plochou ztrdtové
teplo z tranzistoru. Doporuuje se pfi montdii képnout na dosedaci plochy sili-

konovy olej (zvy$i se tim odvod tepla z tranzistoru).

. Vyvody se nesmi ohybat ve vzddienosti blizii nez 5 mm od okraje patky. Zdsadné

se nesmi vyvody namdhat na ohyb v misté prechodu ze sklenéné patky (hrozi
nebezpedi ulomeni pfivodu).

. Pfi pdjeni je nutno odvadét vznikajici teplo z vyvodi nejlépe uchopenim vyvodu

do cCelisti plochych kleSti v misté mezi tranzistorem a pdjenym bodem. Doba
pajeni vyvodu pdjedlem s teplotou hrotu cca 400°C max. 5 vtefin.

. Tranzistory jsou neprodySné zapouzdfeny a jsou odolné vié&i klimatickym vlivim ~—

proti U&inkim mrazu —40°C (zkousi se podle normy CSN 34 5681, zkouska SAS5),
u¢inkdm suchého tepla +70°C (zkouika SB6), uginkim vihkého tepla +55°C
s relativni vlhkosti 95 az 100 %, (zkouska SD5).

Tranzistory jsou odolné proti G&inkim chvéni a otfesim ai do hodnoty 10 g pfi
kmitoétu 50 Hz (zkouii se podle CSN 34 5681, zkouska SF4a) a proti uginkim
pddu ai do hodnoty 40 g (zkouska SE4).

. Tranzistory musi byt sklodovény v uzavienych, suchych a vétranych mistnostech,

kde se nevyskytuji kyselinové, zdsadité o jiné vypary, které by gkodlivé pasobily
na tranzistory. Ve skladech se doporuduje udriovat teplotu 5 ai 35°C, relativni
vihkost mensi nei 75 9,.
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VYSOKOFREKVENCNI 152NU70
N-P-N TRANZISTORY.

Poufiti:
Polovoditové soucdstky TESLA 152NU70 jsou germaniové ploné tranzistory typu n-p-n,
uréené pro smélovaci stupné v rozhlasovjch prijimadich s pasmem stfednich vin,

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklen&nou pri-
chodkou. Zékladni elektroda — béze — je destitka z monokrystalu germania typu p,
emisni elektroda — a sbérnd elektroda ~ kolektor je z germania typu n. K elektroddm
jsou pfipdjeny vyvodni draty. K usnadnéni orientace vyvodd jsou vyvody umistény
ve sklenéné patici v riznych vzddlenostech — stiedni vjvod je bdze, blizdi vyvod je
emitor, vzdalenéjsi vyvod je kolektor (oznaden Eervené na pouzdru).

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti kolektoru Ucp max 10 v
Napéti kolektoru $pickové YeBy max 10 \'
Napéti kolektoru Ucp max 6 A
Napéti kolektoru 3pickové ucpm max 6 v
Napéti emitoru Ugg max 5 v
Mapé&ti emitoru 3pickové Ugpm max 5 v
Proud kolektoru ’ o max 5 mA
Proud kolektoru $pickovy iom max 10 mA
Proud emitoru Iz max 5 mA
Proud emitoru Epickovy ipy max 10 mA
Ztréta kolektoru Pe max 50 mwW
Teplotni odpor R; max 1 °C/mW
Teplota pfechodu b max +75 °C

v Teplota okoli Ya max -40 of +50 °C
Teplota pfi skladovani l?stg mox —40 oz +70 °C

#
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VYSOKOFREKVENCNI 152NU70
N-P-N TRANZISTORY .

Charakteristické Udaje: (Teplota okoli +25 °C)

Klidovy proud kolektoru
(Upp=5V) leBo <10 uh

Mezni kmitoéet min.

(Ugg =5V, Ig =05 mA) for >2,5 MH:z
Proudovy zesilovaci &initel
(Ugg =5V, Ig = 0.5 mA) ha1e 20100
Sumové &islo (f = 250 kHz) ’
(Ugg =35V, Ic =05 mA) F <10 dB
25
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VYSOKOFREKVENCNI
N-P-N TRANZISTORY

153NU70

Pouiiti:

Polovodiéové soucdstky TESLA 153NU70 jsou germaniové plosné tranzistory typu n-p-n,
uréené pro mezifrekvenéni zesilovaci stupnd v rozhlasovych pfijimag&ich s pdsmem

stiednich vin,

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pri-
chodkou. Zdékladni elektroda —~ béze ~ je desticka z monokrystalu germania typu p,
emisni elektroda — emitor ~ o sbé&rnd elektroda — kolektor, je z germania typu n.
K elektroddm jsou ptipdjeny vyvodni draty. K usnadnéni orientace vyvodd jsou vyvody

umistény ve sklenéné patici v rGznych vzddlenostech — stredni vyvod je bdze, bliZsi

vyvod je emitor, vzddlenéjsi vyvod je kolektor (oznolen &ervené na pouzdru).

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti kolektoru Ucp
Napéti kolektoru $pickové UCcBM
Napéti kolektqru Uep
Napéti kolektory ipickové uCEM
Napéti emitoru Ugp
Napéti emitoru $pickové UgBM
Proud kolektoru e
Proud kolektoru $pickovy iem
Proud emitoru Ig
Proud emitoru $pic¢kovy ipm
Ztrata kolektoru Pc
Teplotni odpor R,
Teplota pfechodu 8
Tepliota okoli Ba
Teplota pfi skladovani Fstg
15. 7. 1961 -1

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

10 v
10 v

6 A

6 v

5 v

5 v

5 mA
10 mA

5 mA
10 mA
50 mwW

1 °C/mW

+75 °C

—40 a +50 °C
—40 ai +70 °C
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VYSOKOFREKVENCNI 153NU70
N-P-N TRANZISTORY

Charakteristické adaje: (Teplota okoli +25 °C)

Klidovy proud kolektoru

(Ucg =35V} leso <10 uA
Mezni kmitoéet min. ‘

(Ugp =5 V. lg = 0,5 mA) f >1 MHz
Proudovy zesilovaci &initel

(Ugg=5V. IC = 0,5 mA) hote 10-40
Sumové &islo (f = 250 kHz) ;

Ugp =5V, Ig =05 mA) F <20 d8B
Vnitini kapacita 1)

Ugg =6V, Ig=1mA) Cy'e 8-26 pF

Poznamky:

) V pfipadé, Ie zdkaznik poiaduje tfidéni tranzistord podle hodnoty cb'c, oznaduji
se jednotlivé skupiny barevné podle kédu:
Cy'e 8— 9 pF zelend
9—-10,7 pF  modra
10,7 — 13,1 pF :é&ervend
13,1 — 15,9 pF  Zluté
15,9 — 18,0 pF  cCernd
18,0 — 22,0 pF  bila
22,0 — 26,0 pF fialovd

Vyrobce si vyhrazuje prdvo doddvat tranzistory v libovolnych skupindch.
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VYSOKOFREKVENCNI 154NU70
N-P-N TRANZISTORY

Pouziti:

Polovodiéové sou&astky TESLA 154NU70 jsou germaniové plosné tranzistory typu n-p-n,
uréené pro oscilaéni stupn& v rozhlasovych pfijimadich s pasmem stiednich vin.

Provedeni:

Tranzistor je umistdn v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se skienénou prii-
chodkou. Zdkladni elektroda = baze — je desti¢ka z monokrystalu germania typu p,
emisni elektroda —~ emitor — a sbé&rnd elektroda — kolektor, je z germania typu n,
K elektrodam jsou pfipdjeny vyvodni draty. K usnadnéni orientace vyvodi jsou vyvody
umistény ve sklenéné patici v rliznych vzddlenostech — stfedni vyvod je baze, blizsi
vyvod je emitor, vzddalendjsi vyvod je kolektor (oznalen &ervené na pouzdru).

Mezni hodnoty: (Teplota okoli 425 °C)

Napéti kolektoru Ucg max 10 v
Napéti kolektoru Spickové UcBM max 10 A\
Napéti kolektoru Uck max 6 v
Napéti kolektoru Spi¢kové Ucpm max [ v
Napéti emitoru Upp max 5 \'
Napéti emitoru Spi¢kové : Uppym max 5 v
Proud kolektoru lc max 5 mA
Proud kolektoru 3pickovy lon max 10 mA
Proud emitoru Iz ‘ max 5 mA
Proud emitoru 3piékovy gy max 10 mA
Ztrata kolektoru Po max 50 mw
Teplotni odpor R, max 1 °ClmW
Teplota pfechodu B max +75 °C
Teplota okoli Sa max =40 a +50 °C
Teplota p¥i skladovani 17stg max ~40 0% +70 °C

15.7. 1961 - 1 73



VYSOKOEREKVENCNI 154NU70
N-P-N TRANZISTORY

Charakteristické udaje: (Teplota okoli 4-25 °C)
Klidovy proud kolektoru
(Ugg=5V) oo <10 uA

Mezni kmitoet min.

(Ucg =5V, I =05 mA) fo >2,5 MHz
Proudovy zesilovaci ¢initel

(Ugg =5 V. Ig = 0,5 mA) h1e 20-100
Sumové &islo (f = 250 kHz)

(Upp =5V, Ip =05 mA) F <20 dB
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VYSOKOFREKVENCNI 154NU70
N-P-N TRANZISTORY
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VYSOKOFREKVENCNI
N-P-N TRANZISTORY

155NU70

Pouiiti:

Polovodicové souddstky TESLA 155NU70 jsou vysokofrekvenéni tranzistory typu n-p-n,
vhodné pro mezifrekvenni zesilovaci stupné v rozhlasovych pfijimagich.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pri-
chodkou. Zékladni elektroda — bdze — je destitka z monokrystalu germania typu p,
emisni elektroda — emitor — a sbérng elektroda — kolektor, je z germania typu n.
K elektroddm jsou pfipdjeny vyvodni draty. K usnadnéni orientace vyvod® jsou vyvody

umistény ve sklenéné patici
vyvod je emitor, vzdalenéjsi

Mezni hodnoty: (Teplota okoli
Napéti kolektoru
Napéti kolektoru 3pickové
Napéti kolektoru
Napéti kolektoru 3pickové
Napéti emitoru
Napéti emitoru $pikové
Proud emitoru
Proud emitoru §pickovy
Proud kolektoru
Proud kolektoru $pickovy
Proud kolektoru impulsni 3)
Proud bdze
Ztrata kolektoru (f§, = 25 °C)
bez pfidavného chlazeni
s chladici plochou,
R, £120°C/W
Teplotni odpor celkovy
Teplotni odpor vnitfni
Teplota pfechodu

Teplota okoli

25. 5. 1965 - 1

Uce
UCEM
Ucs
ucBM
Ugp
ugBM
_|E
~igm
IcE
icem
lceM imp
:10¢

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

viz obr.
viz obr.
15
15
8
12
10

83

150
0,6
0,15’
75
—40 ... +75

v riznych vzdélenostech — stiedni vjvod je bdze, bliZsi
vyvod je kolektor (oznaéen Cervené na pouzdru).

mwW
mW
°C/mW

°C{mW

°C
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VYSOKOFREKVENCNI 155NU70
N-P-N TRANZISTORY

Charakteristické udaje: (Teplota okoli -+25 °C)
Zpétny proud kolektoru

(Upgp=2V) IcBo 0,5 <2 uA

Uep=1V) leso <10 uA

WUeg=2V) Icro 12 <49 pA
Zpétny proud emitoru

(Ugp=2V) lEBO 0,4 <2 uA

(Ugg=12V) lzB0 <40 HA
Mezni kmitodet

(Ugg =6V, —lp =1 mA) fe 6 3...12 MHz

(Upg =6V, —lg =1 mA) fp 4,5 MHz

Proudovy zesilovaci &initel

(Ugg = 6V, -l =1 mA,

f =1 kH2) 216 50  25...125
"(Ugg =6V, -l =1mA,
f, =1 MHz2) | hage | >2,2

Nap&ti baze 1)
(Upgg =6V, —ig =1 mA) Upp <195 mV

Charakteristické Gdaje pfi provozu s malym signalem:
(Upg =6V, =l =1 mA)

Teplota okoli 25 °C N Cyed 10 7...18 pF
Cye 1000 pF
Sce 15 <40 us
9'e 760 uSs
¥ 9y'c <05 us
Im 39 mA/V
b ) 75 <200 Q
o [ 12,5 5...30 2/MHz
e 1.3 k@
e . >2 Me
r 67 >25 k2

ce

78 29.1.1971 -2



VYSOKOFREKVENCNI * 155NU70
N-P-N TRANZISTORY

Poznamky:
) f, =0,5 MHz

%) V piipadé, Ze zakaznik poiaduje tfidéni tranzistorG podle hodnoty Cp. oznaduji
se jednotlivé skupiny barevnym znokem podle kédu:
Cy'e 8~ 9 pF zelend
9—10,7 pF modrd

10,7 =13,1 pF  &ervena

13,1—-15,9 pF  %luté

15,9 — 18,0 pF  &ernd
Vyrobce si vyhrazuje pravo doddavat tranzistory v libovoinych skupinach.
Mgéteno pii f, = 1 MHz.

3

~

Podminky pro impulsni provoz:

UcE max £ 15 Vi lopy <20 mA; pro Ugp = +63...+3V
Tranzistor je moZno zatéfovat pulsné 3pi¢kovym vykonem, ktery odpovida souginu

UC_EInax 'II"CEM’(3°° inW), je-li opakovaci kmitoéet zotéZovacich pulst fp >1 kHz
a jejich kli¢ovaci pomér Vy < 0,2,

P-300 mwW

lceme

20mA . ]
t
Z——/ v
UCE t 02
Ucemax ¢ 1BV

2
J

B S
ol
1 3
ml i ‘ =
ot
C E g
=
3
B ming04 £
CBE

25, 5. 1965 - 3
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VYSOKOFREKVENCNI 155NU70
N-P-N TRANZISTORY

N

HE ///r =
& , /

_§ A // 8
&g % fy 83
%‘ s L‘o

M o .

3 ¥

va 8

&

=

OO

py @ § &8 8 8 B8 8 8

; - .
=5 =] A55NUZ0 H—
Z N . Uce = HRBE) 1
& :
) N :
i..); x

10 AN

SN§
N
5 [
O 1 1 1 A 1 1 Il 1
1 10 100 Rge Zge [kQ1 1000
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VYSOKOFREKVENCNI 155NU70
N-P-N TRANZISTORY

e e
T
\%\\ (mA] =T ’_:L%QA”
\\<DL\ | st ] 1‘ ‘ -
N - - 60
- T
N 40
L 20
e
100_-'8 [pA]_ 0 5 UCE (V] '—10'
o7}
I =10 uA
7 20
& )
ERERA bz e :
TP\ce = 02 : 20
[
200
Use
vViEg 159NU70
+H Ta=25C
03 uzemnény emiter
[ [TITITITITTII
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VYSOKOFREKVENCNI 156NU70
N-P-N TRANZISTORY

Pouiiti:

Polovodicové souddstky TESLA 156NU70 jsou vysokofrekvenéni tranzistory typu n-p-n,
vhodné pro poufiti jako vysokofrekvenéni zesilovag, smésova& a samokmitajici zesilovaé
v rozhlasovych prijimadich.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pri-
chodkou.- Zékladni elektroda — baze — je destitka z monokrystalu germania typu p,
emisni elektroda — emitor —~ a sb&rné élekiroda — kolektor, je z germania typu n.
K elektroddm jsou pfipajeny vyvodni drdty. K usnadnéni orientace vyvodd jsou vyvody

umistény ve sklen&né patici v rlznych vzddalenostech — stredni vyvod je bdze, blizi
vyvod je emitor, vzddlen&jsi vyvod je kolektor (oznalen &ervend na pouzdru).

Mezni hodnoty: (Teplota okoli -+25 °C)

Napéti kolektoru Uck max viz obr. A
Napé&ti kolektoru Spitkové UCEM max viz obr. v
Napéti kolektoru Uep max 15 v
Napéti kolektoru $pikové oy max 15 Vv
Napéti emitoru Ugp max 8 \
Napéti emitoru $pickové UpBM max 12 A\
Froud emitoru =g max 10 mA
Proud emitoru ¥pi¢kovy ~igM max 15 mA
Proud kolektoru lcg max 10 mA
Proud kolektoru 3pickovy icem max 15 mA
Proud kolektoru impulsni 3) lcem imp max 20 mA
Proud béze Igm max 5 mA
Ztrata kolektoru (f, = 25 °C) .

bez pfidavného chlazeni P. max 83 mwW

s chladici plochou,

R, =120°C/W P max 150 mwW
Teplotni odpor celkovy R, max 0,6 °C/mW
Teplotni odpor vnitini R;q max 0,15 °C/mW
Teplota pfechodu By max 75 °C
Teplota okoli P max —40...+475 °C

25.5. 1965 - 1 83



VYSOKOFREKVENCNI 156NU70
N-P-N TRANZISTORY
Charakteristické udaje: (Teplota okoli 425 °C)
Zpétny proud kolektoru '
(Uep=2V) leBo 0.5 <2 uA
(Ucg =15V IcBo <10 WA
(Ucg=2V) IcEo 25 <75 HA
Zpétny proud emitoru
Wgp=2V) IeBO 04 <2 pA
(Ugg =12 V) B0 <40 uA
Mezni kmitolet ‘
(UCB =6V, _|E = 1 mA) fo 15 75...30 MHz
(Ugg =6V, ~lg=1 mA) fp 9 MHz
Proudovy zesilovaci &initel v
(UCB =6V, ~lp=1 mA,
f=1 kHz) hy1e 100 45...225
Proudovy zesilovaci &initel ’
(Upgg = 6.V, —lg =1 mA,
f, = 1 MHz) | hate | >5:6
Napéti baze )
(Ugp = 6 V. —tg =1 mA) Ugg <185 mv
Charakteristické udaje pii provozu s malym signalem:
(Ugg = 6 V. —lg =1 mA)
Teplota okoli 25°C Cpled 10,5 7 18 pF
) Cyle 410 oF
Ice 0 . <100 us
Cayle 3% us
"3_55 9p'c <0.5 us
\ p o [ v X 9m 39 mA/V
ore e e ' 110 <250 2
e Ve cl:: Vg |2 ron’ i 7.5 35...20 Q/MHz
* T ‘ e 2,6 k2
) e >2 M2
Yoo 25 >10 k2
29.1.1971 - 2
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VYSOKOFREKVENCNI 156NU70
N-P-N TRANZISTORY ‘

Poznamky:
N, = 0,5 MHz
2 f, =1 MHz

3) Podminky pro impulsni provoz:
UcEmaxr =15 V; lcgm =20 mA; pro Ugp = +0.3...+3V

- = " N

Tranzistor je & Ipitkovym vykonem, ktery odpovida soulinu
UCE max * \cEM (300 mW), je-li opakovaci kmitoget zatdéfovacich pulst fp >1 kHz
a jejich kli¢ovaci pomér Vp < 0,2. ’

P=300 mW
Ic _
lcem< -PI l
20mA —
Z t
UCE VT= _t? = 02
Ucemax £ 1BV fp= 1. 1kHz
T
25
C‘®—E maxgb5
: P
- IB i1
i ""é |
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VYSOKOFREKVENCNI 156NU70
N-P-N TRANZISTORY

\\ S
RN
60 A

T Q)

I
156NU70
Rmax = (T)
R,
] Y&
., A .
50

; vl 3
=y . -~
y}y ¥
Ve 8
&
Q
- B B O'
[rw) owy 3 ~ 8 3 R <
=15 = : 156NU70
z N . Uge = f(RBE) T
5 N ’
S
10
A
N -
5 —
O : ) I 1 L . L
1 10 100 Rgg Zge (k0] 1000
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VYSOKOFREKVENCNI 156NU70
N-P-N TRANZISTORY
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VYSOKOFREKVENCNI 156NU70
N-P-N TRANZISTORY
Spinaci vlastnosti tranzistord:
g}
+Ucc
Isy
° e Al
. ‘{_/_ lgy C L
o ' ' o " Re ilosk
oot __{: 1 Us osciloskop
| ——
: ]
o [_I - , T 'e2 ,fuBE
0 ! t T
EE T pulsni génerator |

Definice spinacich &asd

Hodnoty spinacich éasa:

Provozni hodnoty:

Schéma méficiho obvodu pro méfeni

spinacich viastnosti tranzistorl

g =1 mA Typ g+ 1, t t

gz = 05 mA (ws) - (1s) (us)

o = 10 mA .
155NU70 0,651 0.75<1 0.65<0,9

Uge = 10V 156NU70 0,55<0,7 1,05.1,2 0.65.0,8

Ug » Upg
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VYSOKOFREKVENCNI

N-P-N TRANZISTORY

156NU70

Pulsni zatizitelnost:

P¥i pulsnim provozu musi byt dodrieny ndsledujici vztahy:

pro tp <t0 R P
t: -t -
i max a max t'o
PP =P, + R R,
pro tp =zt P
P Y max — ta max t
p = Rt
B
z fg |
T 1od- T
T
Definice puls
kde jsou: \ etinice pulsd

- pulsni ztradtovy vykon na tranzistoru !

- stejnosmé&rny ztratovy vykon na tranzistoru

- koeficient pulsni pretiZitelnosti

- nejvyssi pfipustnd teplota pFechodu tranzistoru
~  nejvyisi pfedpokliddand teplota okoli tranzistoru

- celkovy odpor tranzistoru (pfechod — okoli)

~  kli¢ovaci pomér _tl"_
T
- doba trvani pulsu
- opakovaci kmitoéet pulst
L e
] 155-156NUZQ [T . v HH
- R-f(t) -—'il:—“"ﬁ" L
3
LY | _l_
T A
o u
i}
0? I
Cv=0028 m: i
1005 ~—]
e e
01
=) = ES;
05 1 ———— 1l
©° BEEI - e | i =
107 104 s - 0% ot 0
ti {s]

Dovolend pulsni zatiZitelnost
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VYSOKOFREKVENCNI

152NU70 - 156NU70

N-P-N TRANZISTORY

Doporuéeni pro montai:

90

1.

Tranzistor je pouzitelny ai do teploty okoli +50 °C, je viak nutno poéditat se zménou
parametril. Stabilizace pracovniho bodu tranzistoru je nutnd.

. Uvedené mezni hodnoty se nesmi piekrodit. Rovnéz se nesmi zaménit polarita

zdroje (kolektor + pol).

. Tranzistory se doporuduje upeviiovat pfipajenim vyvodl a upevnénim pouzdra proii

volnému pohybu pfiSroubovdnim chladiciho kfidélka, které je nasunuto na tron-
zistoru, ke kostfe pfistroje nebo jiné chladici desce (napi. hlinikové o ploie mini-
malné 12,5 cm?) tak, aby povrch tranzistoru prevadél celou plochou ztrdtové teplo
z tranzistoru. DoporuCuje se pfi montdZi kdpnout na dosedaci plochy silikonovy
olej {zvy$i se tim odvod tepla z tranzistoru). - '

. Vyvody se nesmi ohybat ve vzdalenosti bliz§i nez 5 mm od okraje patky. Zdsadné

se nesmi vyvody naméhat na ohyb v misté préchodu ze sklen&né patky (hrozi
nebezpedi ulomeni pfivodu).

. P¥i pdjeni je nutno odvddét vznikajici teplo z vyvodi nejlépe uchopenim vyvodu

do é&elisti plochych kleiti v misté mezi tranzistorem a pdjenym bodem. Doba pd-
jeni vyvodu pdjedlem s teplotou hrotu cca 400 °C max. 5 vtefin.

. Tranzistory jsou neprodyiné zapouzdfieny a jsou odolné vaéi klimatickym vlivim —

proti G&inkGm mrazu —40°C (zkousi se podle normy CSN 34 5681, zkoutka SAS3),
uginkiim suchého tepla +70°C (zkoutka SB6), a&inkim vihkého tepla +55°C
s relativni vlihkosti 95 ai 100 % (zkouska SD5).

. Tranzistory jsou odolné proti G&inkim chvé&ni a otfesim aof do hodnoty 10 g pii

kmitoétu 50 Hz (zkoudi se pcdie CSN 34 5681, zkouika SF4a) proti GEinkim pddu
aZ do hodnoty 40 g (zkouska SE4).

. Tranzistory musi byt skladovdny v uzavienych, suchych a vétranych mistnostech,

kde se nevyskytuji kyselinové, zdsadité a jiné vypary, které by skodlivé pasobily
na tranzistory. Ve skladech se doporuiuje udriovat teplotu 5 ai 35 °C, relativai
vlhkost mensi nez 75 %,.



GERMANIOVE
N-P-N TRANZISTORY

GS501 GS502
GS504

Pouiiti:

Polovodigové souddstky TESLA GS501, GS502, GS504 jsou germaniové n-p-n tranzistory,
uréené predeviim pro spinaci Gdely: typ GS502 je symetricky.

Provedeni:

Tranzistory jsou zapouzdieny v kovovém pouzdru TO-5 (JEDEC) se sklenénou pri-
! chodkou a tfemi vyvody (pouzdro TESLA K505, patice P208). Bdze tranzistord je
vodivé spojena s krytem. Zapojeni vyvoda podle obrazku.

Mezni hodnoty: (Teplota okeli 425 °C)

Napé&ti kolektor — baze Ucp
Napéti kolektor — baze $pickové Uecpm
Napéti kolektor — emitor 2) Ucp
Napéti emitor — baze Urp
Naopéti emitor — baze $pickové Uppy
Proud kolektoru Io
Proud kolektoru 3pickovy lem
Proud kolektoru impulsni 2) lem imp
Proud emitoru g
Proud emitoru Spi¢kovy leym
Proud béze

(po dobu moax. 20 ms) Ig
Proud bdze 3pickovy Igm
Ztrata kolektoru Pe
Teplota pfechodu b}
Teplota okoli Ya

Charakteristické Udaje: (Teplota okoli 425 °C)
Jmenovité hodnoty:

Klidovy proud kolektoru

Ucg=6V) Icao
(Ugg =20 V) 15:10)
Klidovy proud emitoru
(UEB =6V) lgBo
19. 4, 1966 - 1 -

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max -

GS501

<3
<50

<3

G5501
GS502
GS504

20
20
20
20
20

400
400
400
400

40
400
150

+75

—40 a +70

GS502

<3
<50

<3

GS504

<3
<50

<3

mA
mA
mW
eC
cC

uA
pA

A
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GERMANIOVE

- GS501 GS502

N-P-N TRANZISTORY GS504

Proud béze GS501 GS502 . GS504 :

(Upp =0V, =l =15 mA) _ g 0,1-03 01-04 0103 wA

(Ugp =0 V, —Ip = 300 mA) Ig <M <n <1l mA
Proud bdze inverzni ") .

(Ugg =0V, —lg = 300 mA) Ig - <19 - mA
Napéti baze — emitor

(Ugg = 0V, =l = 300 mA) Ugp <08 <0,8 <08 V
Saturaéni napéti kolektoru ) .

(Ig = 400 mA, g =20 mA) Upgps 02 <04 02 <04 02 <05 V
Kapacita kolektoru

(Ugg =6V, ~lg =3 mA,

f = 3 MHz) Cyle <30 <30 <30 pF
Proudovy zesilovaci &initel

(Ugg =6V, —lg =3 mA,

f=1 MHz ‘ [hage] >45 >45 >45
Informativni Gdaje:
Klidovy proud kolektoru

Weg=6V, T;=60°C) leBo <35 <60 <35 uA
Klidovy proud emitoru

(Ugg=20V) IEBO <50 <50 <50  uA
Napéti bdze —~ emitor

(Ugg =0V, —ig =15 mA) Uzg <027 <027 <027V
Napéti baze — emitor idverzni .

(Ugg =0V, =l = 300 mA) Ugp - 0.4 - v
Odpor baze

(Ugg =6V, —Ig =3 mA,

f = 0,5 MHz) 'y 100 <180 100 - 2
Mezni kmitocet

(Ugg =6V, —lg =3 mA,

f =1 MHz) fr 18 18 18 MHz
Vnitni tepelny odpor Ryq <0,2 <0,2 <0,2 . °C/mW

. Celkovy tepelny odpor ‘R, <0,35 «<0,35 <0,35 °C/mW

02 19. 4. 1966 - 2



GERMANIOVE : GS501 GS502
N-P-N. TRANZISTORY GS504

Poznamky:

1. Kolektor zaménén s emitorem.
2. Viz charakteristiku.

Klimatické vlastnosti:
Kategorie odolnosti proti vnéjsim vlivdm podle CSN 358031: 40/70/21. Zkouli se
podle CSN 34 5681 zkouskami SA5, SB6 a SD5 pfi zkouskdch kontrolnich a pFejimacich
bez pfivedeného napéti. Doba aklimatizace mezi zkouskami nejméné dvé hodiny.
Po zkouikach se kontroluji elektrické parametry jmenovitych hodnot logy (Ucp = 6 V),
1ggo, g ¢lg =15 mA).

Mechanické vlastnosti:
Tranzistory jsou odolné proti G&inkim chvéni se zrychlenim 10 g pfi kmitogtu 50 Hz
(zkoudi se vidy po 30 minutdch ve sméru hlavni osy a v jednom libovolném sméru,
kolmém na hlavni osu) a .proti uéinkim pdéda se zrychlenim 100 g. (Zkousi se podle
CSN 34 5681, €l. 80, zkouska PE3.)

Pajitelnost vyvodi: ;
Zkoudi se podle CSN 358050, &l. 16, zkouska MT1° pii teploté ldzné 230 + 10 °C.

Doporuéeni pro konstruktéry:

1. Vyvody se nesmi ohybat ve vzddienosti mendi nez 3 mm od okraje patky. Zkraceny
smi byt nejvy$e na délku 4 mm. :

2. Kroucenim smi byt vyvody namdhdny nejvyie takto:

z nulové polohy o 45°, zpét a opét o 45° do pfedchozi polohy.

3. Pii pdjeni se doporuiuje ‘odvadét Skodlivé teplo nejlépe uchopenim vyvodu v misté
mezi pouzdrem a pdjenym bodem do Zelisti plochych kleiti. Doba pdjeni smi byt
hejvyse 4 vtefiny, pouiije-li se 'pc'ljgdlu s hrotem max. 350 °C tepiym. Vyvody kratsi
nez 6 mm se nesmi pdjet. ’

GS501-GS502 GS504

3
2
=]
S
Ny
.=\,=-
L min22.
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GERMANIOVE GS501 GS502
N-P-N TRANZISTORY GS504

Spinaci vlastnosti tranzistori

Q... dvoukandlovy  osciloskop
(Ribet - Desjordins 241A)

Schéma méficiho obvodu pro méfeni
spinacich viastnosti

Spinaci ¢asy:
GS501 GS502 GS504
doba zpoZdéni tp [ns] >20 =20 ~20
doba ndbéhu t, [us] 0,4 0,3 A 0,4
doba pifesahu tg [us} 1,5 1.2 1.5
doba poklesu 7] [us] 0,5 0,4 0,5

Podminky pro pulsni provoz:
Plati pfi teploté okoli +25°C

Ucr max = 15 V

lom max = 400 mA
Tranzistor je moino zatéfovat impulsnéd
Epi¢kovym vykonem, ktery odpovida sou-
¢inu Uop max * ICM, je-li opakovaci
kmitoget zatéZovacich impulst f;,, » 15
kHz a jejich kli¢ovaci pomér Vp < 0,02.

z
- GS501.GS502.GS504
400 Wﬁ- W
% pulsni provoz,
=N ' || I
o=t t
100 N\ b
I aasrts oz
[ 10 [] 20 Ue™
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GERMANIOVE GS501 GS502
N-P-N TRANZISTORY GS504

Impulsni zatiitelnost:

Pfi pulsnim reZimu musi byt dodrieny ndsledujici vztahy:

pro tp < t, .
t; -t - R
i max a max t'o
Pp <P, + R R,
Pl
prot, >t, ‘ tp
P < ti max — ta max |
p = Rt
| B
| h% i t
To . |
Kde jsou: v
Pp - pulsni ztratovy vykon na tranzistoru
P, - stejnosmérny ztratovy vykon na tranzistoru
R - koeficient pulsni pretiZitelnosti (viz obr.)
Y max - nejvys$$i pripustnd teplota pfechodu tranzistoru
ta max - nejvy3ii pfedpoklddand teplota okoli tranzistoru
¢ - celkovy tepelny odpor tranzistoru (pfechod — okoli)
Wigovaci pomd ty
- oV mér -
Vp icovaci pomé T
tp - doba trvani pulsu
fp - opakovaci kmitodet puls
EEEEY - T
) GS501
L | GS502
GS504
0% —]
1 R={(tp)
o
2
—'VT =0025
00 ~-L
AT
ot TT = . =
il i e - ]
029 £ =
11 Pt -
05 = Ny
J ‘ 1 11 e feed

10° o 173 -0 0t tp sl f o'
Dovolend pulsni zatiZitelnost
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GERMANIOVE . GS501 GS502
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI GS506
N-P-N TRANZISTORY

Pouziti:
Polovodicové souddstky TESLA GS5506 jsou germaniové vysokofrekvenéni n-p-n tranzitory,
vhodné pro vysokofrekvenéni zesilovale, oscildtory a spinaci obvody.

Provedeni:

Systém- tranzistoru je zapouzdfen v kovovém pouzdru se sklenénou prichodkou K504/
P204 se tfemi dratovymi vyvody. Systém je odizolovén od pouzdra. Vyvod kolektoru
je oznagen Cervené a je od stfedniho vyvodu (bdze) umistdn ve vétsi vzddlenosti
neZ vyvod emitoru. :

Mezni hodnoty: (Teplota okoli -+25 °C)
Napéti kolektoru Ueg max

-a
w

Napéti kolektoru Spickové

a pulsni Ucsm max 15 \
Napéti kolektoru

(Rpp = 1k2) Uck max 15 v
Napéti kolektoru

$pitkové a pulsni

(Rpr = 1 k?) Ucem max 15 \'
Napéti emitoru . Upp max 8
Napéti emitoru Spickové a pulsni Urpa max 12
Proud kolektoru lcg max 10 mA
Proud kolektoru pulsni loem max 20 mA
Proud kolektoru ndérazovy lcEM imp max 20 mA
Proud bdze pulsni Ipar max 5 mA

Ztratovy vykon kolektoru
bez chlazeni Pc max 85 mwW

s chladici plochou

(R; < 120°C/W) P max 150 . mwW
Teplota piechodu B max 75 °C
Vnitini tepelny odpor Ryy max 0,15 °ClmW
Celkovy tepelny odpor R, max 0,6 °ClmW
Teplota okoli da max -40...4+70 - °C
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI GS506
N-P-N TRANZISTORY

Charakteristické Udaje: (Teplota okoli. +25 °C)

Jmenovité hodnoty:

Zbytkovy proud kolektoru

WUeg=2V) ~lego <2 uA
(Ucg=15V) —lcBo <10 vA
(Uep=12YV) ~lcgo <75 vA
Zbytkovy proud emitoru
(Upg=2V) ~lgB0 <2 uA
(UEB =12V) _IEBO <40 ) pA
Proudové zesileni ")
(I =1 mA) ha1E 40 — 300
(Ugg =6V, Ip=1mA,
f =1 MHz) [ h2ge | > 10
Napéti bdze

(Uog =6 V. I

i

mA) Upe - <200 mV
Kapacita kolektoru

(Ugg =6V, Iz =1 mA,

f=1MHz) Coay <15 pF
Odpor béaze i

(Ugg =6V, 15 =1 mA,

f =1 MHz) %W <250 Q

Informativni hodnoty:
Mezni kmitoéet

(Ucp =6V, Ip =1mA,

f =1 MH2) . W >0 MHe
Saturaéni &asové konstanta

WUgp =6V, 1o =5mA,

Ig; =5 mA, Igy, = 2,5 mA) Ts <1 . us

Klimatické vlastnosti:

Kategorie odolnosti proti vnéjsim viivdm podle CSN 358031: 40/070/21. Zkou$i se
podie CSN 34 5681: zkouska ST - stfidani teplot (+55°C/~10°C, po 1 hodiné v kai-
dém prostiedi, celkem 3 cykly), SB6, SD5 prvni cykl, SAS, SD5 druhy cykl, SCS,
v pofadi, jak je zde uvedeno. Zkouska SC35 se provadi pfi zkoudkdach typovych, SD5
pii kontrolnich a pfejimacich, ST pfi typovych a kontrolnich. Po zkouskach se kontro-
tuji elektrické parametry jmenovitych hodnot.
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI . GS506
N-P-N TRANZISTORY :

Mechanické vlastnosti:

Tranzistory jsou odolné proti G&inkiim chvéni a otfesim se zrychlenim 10 g pi#i kmi-
toétu 50 Hz (zkoudi se vidy po 30 minutdch ve sméru hlavni osy a v jednom libo-

volném sméru, kolmém na hlavni osu) a proti G&inkim pdda se zrychlenim 40 g
(zkousi se podle CSN 34 5681, &l. 80, zkouska SE4).

Pajitelnost vyvodi:

Zkousi se podle CSN 358050, &. 16, zkoustka MT1 pii teplotd ldzné 230 + 10 °C.

Doporuéeni pro konstruktéry:
1. Vyvody se nesmi ohybat ve vzddlenosti bli?$i nez 3 mm od okraje pouzdra. Zkratit

se smi aZ na délku 6 mm.

. Kroucenim se smi vyvody namdhat nejvyie takto: z nulové polohy o 45° zpét

a opét o 45° do piedchozi polohy. Pfi krouceni se drat uchopi ve vzddlenosti
15 mm od mista ohybu.

3. Pii pajeni se doporuéuje odvddét $kodlivé teplo nejlépe uchopenim vyvodu v misté
mezi pouzdrem a pdjenym bodem do Celisti plochych klesti. Doba pdjeni smi byt
nejvySe 4 vtefiny, pouiije-li se pdjedla s hrotem max. 350 °C teplym.

Poznamky:

1. Nejméné 40 %, tranzistord musi mit hodnotu hyyp vétsi nei 100.

2. Uvedenym hranicim jmenovitych hodnot musi vyhovét minimalné 90 9/, tranzistord.
Zbyvajicich 10 %, tranzistord mdZe mit hodnoty horii nejvyie o 109, hraniéni hod-
noty, kromé mezniho kmitoctu fg,, ktery miZe byt menii nejvyie o 57%.

v2,5
maxeb5
c E _1{!3'5.2
© =
B ! 'é
g
8
]
Cl{ & oo ) E 2
NS mine0s | IF €|
B |
CBE
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI GS506
N-P-N TRANZISTORY

Podminky pro impulsni provoz:

Napéti kolektoru UCE max 15 v
Proud kolgktoru IcEM max 20 mA
Plati pro napéti -Upgp = 03-3 v

Tranzistor je moino zatéiovot impulsné 3pickovym vykonem, ktery odpovidd soutinu
Ugg mox, lcgy (mox. 300 mW), je-li opakovaci kmitodet zatéZovacich pulsd fp
>1 kHz a jejich kliovaci pomér Vp < 0,2..

P+ 300mw

f Uce it
" Ucemax< BV
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GERMANIOVE SPINACI GS507
N-P-N TRANZISTORY ' GS508

Poutziti:

Polovoditové soulastky TESLA GS507, GS508 jsou germaniové vysokofrekvenéni n-p-n
tranzistory, vhodné pro spinaci obvody.

Provedeni:
Systém tranzistoru je zapouzdien v kovovém pouzdru se sklenénou prichodkou K504/
P204 se tiemi dratovymi vyvody. Systém.je odizolovdn od pouzdra. Vyvod kolektoru je
oznaden &ervené a je od stiedniho vyvodu (bdze) umistén ve vétdi vzddlenosti nsi
vyvod emitoru.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti kolektoru Ucp max 15 \Y
Napéti kolektoru $pickové

a pulsni Ucaym max 15 \'
Napéti kolektoru

(RBE = 1 kQ) UCE max 15 v
Napéti kolektoru $pickové a pulsni

(RBE = 1 k) UCEM max 15
Nopéh’ emitoru Urp max 8 A"
Napéti emitoru ¥pi¢kové a pulsni Urpm max 12
Proud kelektoru lcg max 30 mA
Proud kolektoru pulsni lcem max 60 mA
Proud kolektoru ndrazovy lcEM imp max 50 mA
Proud bdze pulsni Iz max 5 mA

Ztrdtovy vykon kolektoru

bez chlazeni Pe max 85 mwW
s chladici plochou
R, < 100 °C/W) Pc max 160 mw
_ Teplota pfechodu . B max 75 °C
Vnitini tepelny odpor R;; . max 0,2 °ClmW
Celkovy tepelny odpor R, max 0,6 °C/mW
Teplota okoli Ba max —~40 ... +70 °C
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GERMANIOVE SPINACI - - GS507
N-P-N TRANZISTORY . GS508

Charakteristické adaje: (Teplota okoli +25 °C)
Zbytkovy proud kolektoru D}

Weg=2V) Iceo 1,5 <3 uA

(Ugg =15V) lcBo 1,85 <10 pA

WUegp=2V) lcgo 4 <200 vA
Zbytkovy proud emitoru V]

(Ugg=2V) IzB0 1,25 <3 uA

(Ugg =12V) IO 1.5 <10 uA

Proudové zesileni ') ?)

(Ugp =6V, Ip =1 mA,

f=1 MHz) GS507 | hyy, | >10
GS508 | hyp | >15
Proudové zesileni )
(Ugp =0V, Iy =1 mA) ho1g 77 40...300
Proud bédze %) ‘
(Ucp =0V, Iz =1mA) Iz 13 33...25 pA

Napéti baze )

(Ugg=6V, lg = 1"mA) UBE 145 <200 mV
Kapacita kolektoru 1)

(Ugp=6V, Iz =1mA,

f =1 MHz) Coz 13,6 <20 pF
Odpor baze )

(Ugp =16V, Ig=1mA,

f =2 MHz) oy 142 - <250 Q
Mezni kmitodet

(Ugg =6V, Ip =1 mA,

f =1 MHz) fr 18 >10 MHz
Saturaéni €asova konstanta 3)

(Ucg =6V, 1o =5mA,

Ig; =5 mA, Ip, = 2,5 mA) s 0,65 <18 us

Poznamky:

1. Uvedenym hranicim musi vyhovét minimdlngé 90 %, tranzistord. Zbyvajicich 10%,
tranzistord. miZe mit hodnoty hordi nejvyse o 10 %, hraniéni hodnoty, kromé mezniho
kmitoétu fr, ktery miZe byt mensi nejvyie o 5 %;.

2, Nejméné 40 %, tranzistord musi mit hodnotu fp vétsi nei 15 MHz.
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GERMANIOVE SPINACI GS507

N-P-N TRANZISTORY GS508

Klimatické vlastnosti:

Kategorie odolnosti proti vn&jim vlivim podle €SN 358031: 40/070/21. Zkous$i se
podle &SN 34 5681: zkouka ST — stfiddni teplot (455 °C/-10°C, po 1 hoding v kai-
dém prostfedi, celkem 3 cykly), SB6, SD5 prvni cykl, SA5, SD5 druby cykl, SC5
v pofadi jak je zde uvedeno. Zkoutka SC5 se provadi pii zkouSkéch typovych, SDS
p¥i kontrolnich a pfejimacich, ST pfi typovych a kontrolnich, Po zkouice se kontroluji
elektrické parametry charakteristickjch hodnot lcpn. Ipgor | haze | g Ugp Cazy's

Tpb's TSt

Mechanické vlastnosti:

Tranzistory jsou odolné proti G&inkim chvéni o otiestim se zrychlenim 10 g pfi kmi-
toétu 50 Hz (zkoudi se vidy po 30 minutach ve sméru hlavni osy a v jednom libo-
volném sméru, kolmém na hlavni osu) a proti G&inkim padi se zrychlenim 40 g
(zkou$i se podle CSN 34 5681, &l. 80, zkouska SE4).

Pajitelnost vyvodu:
Zkousi se podle CSN 358050, &. 16, zkouska ‘MT1 pfi teploté laznd 230 £ 10 °C,

Doporuéeni pro konstruktéry:

1. Vyvody se nesmi ohybat ve vzddlenosti bliz§i nez 3 mm od okraje pouzdra. Zkrétit
se smi aZ na délku 6 mm.

2. Kroucenim se smi vyvody namdhat nejwyde takto: Z nulové polohy o 45°, zpét
a opét o 45° do predchozi polohy. PFi krouceni se drat uchopi ve vzdalenosti
15 mm od mista ohybu. '

3. Pii pdjeni se doporuéuje odvddét ikodlivé teplo nejlépe uchopenim vyvodu v misté
mezi pouzdrem o pdjenym bodem do &elisti plochych klesti. Doba pdjeni smi byt
nejvyie 4 vtefiny, pouiije-li se pdjedla s hrotem max. 350 °C teplym.

ming 04 :

c8
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N-P-N TRANZISTORY - GS508

Podminky pro impulsni provoz:

108

Napéti kolektoru Uer max 15 A
Proud kolektoru lcem max 60 mA
Plati pro napéti -Ugge = 0,3-3 v

Tranzistor je moino zatéfovat impulsné 3pitkovym vykonem, ktery odpovida sou&inu
Ucg mox - lopy (max 900 mW) jé-li opakovaci kmitodet zatéiovacich pulsd fp >1kHz
a jejich kli€ovaci pomér V; < 0,2.

lo P-900mW
T
pa ] =
i Uce t -
Ucemax <10V vy - 4 . 02
, + =0,
fp =~ J.F > 1kHz
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GERMANIOVE SPINACI . GS507
N-P-N TRANZISTORY ' GS508

MERENI SATURACNI CASOVE KONSTANTY =5

i

U
i
Ug 30v .0V . -
I t 16 J
G — generdior pravouhlych pulsd, opaokovaci kmitolet asi 100 kHz, kiiCovaci pomér 1 : 1,

trvéni zdvérné hrany max. 50 ns, vystupni napéti 30 V
O - dvoukandlovy osciloskop, doba ndbéhu max. 50 ns
Pouzité odpory maji zanedbatelnou indukénost a kapacitu.
Zdroje jsou piemostény kondenzdatory s takovou kapacitou, ktera pro pulsni proud predsta-

vuje obvod nakrdtko.

Saturaéni konstanta se, odeditd na stinitku osciloskepu naznadenym zplisobem:

Pracovni bod pro méfeni saturaéni dasové konstanty:
Uce =8V, Ip =5mA, lg; =5 mA, Igy = 2,5 mA

Zaruéovand maximdlni hodnota ¢, = 1,8 us.

Nejméné 90 %, tranzistord musi mit hodnotu T mensi nez 1,4 us.
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N-P-N TRANZISTORY GS508
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GERMANIOVE N-P-N\ TRANZISTORY ’ GC520 GC520K
STREDNIHO VYKONU GC521 GC521K

GC522 GCbH22K

Poufiti:
PolovodiZové soucastky TESLA GC520 ai GC522, GC520K ai GC522K jsou slitinové
tranzistory n-p-n se stfednim ztratovym vykonem, uréené piedeviim pro koncové stupné
nizkofrekvenénich zesilovaéd tiidy A, B, ve spojeni s p-n-p tranzistory GC510, GC511
a GC512 pro koncové komplementdrni zesilovaci stupné.

Provedeni:

Systém tranzistoru je zapouzdien v kovovém pouzdru se skienénymi prachodkami;
typy oznacené pismenem K maji nasunuto hlinikové chladici téleso hranoclového tvaru.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)
GC520 GCs521  GC522
GC520K GC521K  GC522K

Napéti kolektoru Uecg max 32 25 20 v
Nopéti kolektoru Spickové Ucem max 32 . 25 20 \';
Napéti kolektoru Uce max 16 15 15 A
Napéti emitoru Ugg max 10 \"
Napéti emitoru Spickové Urem max 10 A\

’ Proud kolektoru e max 1 A
Proud kolektoru impulsni lem max 2 A
Proud kolektoru $pickovy

(timp max = 20 ms) ICM imp max 2 A
Proud emitoru -z max 1 A
Proud emitoru 3piékovy

(timp max = 20 ms) ey max 2 A
Proud baze Ig max 100 : mA
Proud baze $pickovy

(timp max = 20 ms) 'BM max 500 mA
Ztratovy vykon kolektoru

(T, max = 45°C)

s idedlnim chlazenim Pe max 1 w

bez piidavného chlazeni
GC520 — GCs22 Po max 200 mw
GC520K — GC522K Pe max 300 mwW
Teplota piechodu #j max 90 °C
Tepelny odpor )

vnitini R, max 45 °C/W

celkovy Rt max 200 °C;W
Teplota okoli Ba max —55... 485 °C
Teplota pii skladovani Bstg max —55... +85 °C
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GERMANIOVE N-P-N TRANZISTORY
STREDNIHO VYKONU

GC520 GC520K
GC521 GC521K
GC522 GC522K

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +25 °C)

122

Jmenovité hodnoty:

Klidovy proud kolektoru
Uep=10V)
Zavérné napéti kolekt’oru
(lcpg = 0,2 mA)
(icg =1 A Rgp =)
Zavérné napéti emitoru
(lgg = 0,2 mA
Zavérné napéti kolektoru
(log = 0.2 mA, —Ugp =1V)
(lcg =05 mA, —Ugp=1V)
Saturadni napéti kolektoru
(lc=1A, Ig =30 mA)
(lg=1A, Ig=15mA)
Napéti bdze
Proud bdze
Proudovy zesilovaci &initel
(Ugg = 0V, —I = 300 mA)
Absolutni hodnota proudového
zesilovaciho &initele
(Ugp =2V, —lp = 10 mA,
f = 500 kHz)
Mezni kmitodet
(Ucg =2V, —Ip = 10 mA)
Klidovy proud kolektoru
(UCE =6V)

Informativni hodnoty:
Napéti bdze
Proud bdze

Proudovy zesilovaci &initel

(Ugg =0V, <l = 50 mA)

2. 11, 1967 - 2
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GERMANIOVE N-P-N TRANZISTORY GC520 GC520K
STREDNIHO VYKONU GC521 GC521K

GC522 GCbH22K

GC520 GC521 GCs522
GC520K GC521K  GC322K

Napéti béze Ugps 0,8 [1X:] 0,8 v
Proud béze Igs 18 8 12 mA
Proudovy zesilovaci E&initel

Upgg =0V, -lg=1A) ho1p 55 125 83
Vystupni kapacita

(Ugg =6V, f =05 MHz) Ca 150 150 150  pF
Odpor bdze

WUpgg =6V, —lp =1mA,

f = 0,5 MH2) o' % %0 s0- @

Parované tranzistory:

Pdry lze sestavovat z té&chto tranzistorG:

2 - GC510K 2 — GC520K 2 — GC510 2 - GC520
2 — GC511K 2 — GCs521K 2 - GC511 2 — GC521
2 - GC512K 2 - GC522K 2~ GC512 2 - GCs522

Pérované tranzistory musi vyhovovat jmenovitym hodnotdm piisluiného typu a navic
musi spliovot podminku, Je pro pomér hodnot h,;r péru tranzistord v téchie pra-
covnich bodech plati vztah:

h
hiz <12 ho1er 2 bargz
Méti se ve dvou pracovnich bodech
Upeg =0V Ugg = 0V
Ip = 50 mA Iz = 300 mA
Komplementdrni pdry Ize sestavovat z téchto tranzistor(:
GC510K/GC520K
GC511K/GC521K

‘ GC510 /GC520
GC511 /GC521

Tranzistory GC512, GC512K, GC522, GC522K nejsou vhodné pro pdrovani do komple-
mentdrnich dvojic. Z tohoto dGvodu se jako komplementérni dvojice nedoddvaji.

2. 1. 1967 - 3 123



GERMANIOVE N-P-N TRANZISTORY GC520 GC520K
STREDNIHO VYKONU GC521 GC521K

GC522 GC522K

Klimatické vlastnosti:

Kategorie odolnosti proti vnéj§im vlivim podle CSN 358031: 55/085/21. Zkou$i se
podle CSN 34 5581 zkouskami ST (-+55°C/—10°C po 1 hodiné v kaidém prostiedi,
celkam 3 cykly), SB5, SD5 prvni cykl, SA4, SD5 druhy cykl, SC5, v pofadi jok zde
uvedeno.

P#i zkouikdch typovych se provdadi zkouska SCS, pti kontrolnich a prejimacich SDS5,
ST pfi zkouskdch typovych a kontrolnich. Po zkou$kdch se kontroluji elektrické para-

metry jmenovitych hodnot 'CBO' UCBO' UEBD' UCEO' UCEV' UCES a UBEZ' Po
zkouice SC5 se pfipouiti bodova koroze.

Mechanické vlastnosti:
Tranzistory jsou odolné proti G&inkim chvéni a otfesim se zrychlenim 10 g p¥
kmitoétu 50 Hz (zkoudi se vidy po 30 minutdch ve sméru hlcv:\i osy a v jednom

libovolném sméru, kolmém na hlavni osu) a proti G&inkim pddh se zrychlenim 100 g
(zkousi se podle CSN 234 5581, &lének 89, zkouska PE3).

Pajitelnost vyvodi:
Zkouii se podle CSN 358050, &. 16, zkouska MT1 pii teploté lazné 230 + 10°C.

Doporuéeni pro konstruktéry:

1. Vyvody se nesmi ohybat ve vzddlenosti bliZ3i neZ 3 mm od okraje pouzdra. Zkrétit
se smi aZ na délku 6 mm.

2. Kroucenim se smi vyvody namdhat nejvyie takto: Z nulové polohy o 45°, zpét
a opét o 45° do pfedchozi polohy. FFi krouceni se drat uchopi ve vzdalenosti
15 mm od mista ohybu. :

3. Pii pdjeni se doporuduje odvadét Skodlivé teplo nejlépe uchopenim vyvodu v misté
mezi. pouzdrem a pajenym bodem do &elisti plochych kleiti. Doba pdjeni smi byt
nejvySe 4 vtefiny, pouzije-li seé pdjedla s hrotem max. 350 °C teplym.
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GERMANIOVE N-P-N TRANZISTORY
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GC520 GC520K
GC521 GC521K
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GERMANIOVE N-P-N TRANZISTORY GC520 GC520K
STREDNIHO VYKONU GC521 GC521K

GC522 GC522K

]
Q Lam ]
‘ T2
] |
e\ B\ e\ ‘é\__‘é\__‘é ‘é\ K o
o\ | =\ © RS 0 ~ -
P ‘AL
\ VT \
NEANEA \ \ ©
N { ©
T s LORNNLN o \
SR T LS 5
T R * ©
1 Blow 8 REWAY
.
[ [TT 1 il o
fvwl % 8 ® 8 g &
[T IL
: %QE i o o
| g SRE Z
> w
| 1 Ol o2 8 l =
T )
| | < g
<« = -
{ PR __‘é “i Y ©
YRS e\ [\ [
e\ T —+ O
2\ FHTH ‘I
ANV | N
\NHIAN \ |
N \L \J
o Vo) to) 3 ~

128 2. 11. 1967 - 8



129

GC520 GC520K
GC521 GC521K
GC522 GC522K

N *n go g0 vo 20 0 o (N *®N g0 90 %0 20 O
262 | -
[ ¢
2.077 254 0.62- 1
HHH o 0.07 H|RseS
b &
\\ \ 4 \\ \
v £ NI
s i
\.- I~ OQ y = o g
/ \\ JImE / \\\
7198 (XY} .ol_.lm 717
ya \\ \“\ \\ Dy T
\u nnn O— v KU.mR = l_v —
)
@
OjIL3 Auguwazn W one %w._ﬁwg
I e = ] AL =N
] )-8 ] e -8
= 02G09 = 12605

GERMANIOVE N-P-N TRANZISTORY

STREDNIHO VYKONU

8

[vw]

2. 11, 1957 - 9



GC522 GC522K

GC520 GC520K
GC521 GC521K

T
et |

N

-

T

L]
Mol

o

i

o

0
[N
.
=

(A 30, g0 90 w0 20 04, A1 ®n | g0
I
~ Z
O-mNc I €
0.07-H ¢
oo
i
IR |
TRNARI 1]
: AL i
Ao ]
e |
vl . Vil
NI Vi
L N\ ] [ \-h
17 y i y i
==r2=is = Y H
Ay 8AV1R /
7 i
/ e
s A / 1/
7 /A4 y i [
= (TR =
5:62-8 1 130204 - g0 2,62 <€ 1yd jhydzos-]
| | ojoupoy mpagys — || pjoupoy upass-
|| A= 30 & L] Al =3
—  (Fn)f- 3 - IR T
— 02809 3 — [¥Z%0}
- > ‘
HREREEN HER

2. 11, 1967 - 10

GERMANIOVE N-P-N TRANZISTORY

STREDNIHO VYKONU

130



GERMANIOVE N-P-N TRANZISTORY

STREDNIHO VYKONU

GC520 GC520K
GC521 GC521K
GC522 GC522K

(vl 7

70

20

T/

a4

//

A
/
Lo _
R
o

<C

90

80

Al

7t

[0.62-81 11d 1Ayd204

DjoupOy MpaLs —

Jopwa Auguwazn

(94 =Yg

9l

02%29
L[]

‘g

(vl 9
l 80 90 70 20 0,
70
g .
| = /]
2077 T 1~ 2”4 o0
[t~ ‘““‘ \
2.6 T \\
< 80
[~
0,62~
// e~ ,
/r/
/l
1.G£ =5 ]
N S N_v
l 3 //
//. ~ \\
N T~ \
Ml - \\ 4 .N.v
G281 d Aydzoa . FF ==
Djoupoy 1pas —
Jopwa fuguwiazn
Cni-'g 9
. €609
LITTT]

‘g

131

2. 111967 - 1



GERMANIOVE N-P-N TRANZISTORY GC520 6052OK
STREDNIHO VYKONU GC521 GC521K
- GC522 GC522K
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GERMANIOVE GD607 2-GD607
N-P-N TRANZISTORY 4 W GD608 2-GD608

GD609 2-GD609

Pouziti:
Polovoditové souidstky TESLA GD607, GDé608, GD609 jsou germaniové slitinové tran-
zistory v n-p-n. provedeni se ztrdtovym vykonem 4 W, uréené pro nf koncové stupné
tiidy A nebo dvojéinné koncové stupng, tvofené komplementdrnim pdrem s tranzistory
GDé617, GD618 a GD619.

Provedeni:

Systém tranzistoru je hermeticky zapouzdien v kovovém pouzdru se sklen&nymi
prachodkami. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)
GD607 GD608 GD609

Napéti kolektoru Ucg max 32 25 20 v
Napéti kolektoru Ucro max 20 8 16V

(Ugg = -1V} Ucery max 32 25 20 v
Napéti emitoru Urp- max 1.0 v
Proud kolekto;u e max 1 A
Proud kolektoru $pi¢kovy lem max 2 A
Proud emitoru g max 1 A
Proud emitoru $pigkovy lem max 2 A
Proud bdze Ig max 0,1 A
Ztréta kolektoru

(TC < +60°C) Pc max 4 w
Teplota pfechodu B; max +90 °C
Teplota pfi skladovani l?stg max —-55...+85 °C
Vnitini tepelny odpor Ry max 7.5 °C/wW

Charakteristické idaje: (Teplota okoli +25 °C)

Jmenovité hodnoty: ) GD607 GD608 GD609
* Zbytkovy proud kolektoru

(Upgg =10 V) leBo <35 <35 <35 HA
* Zavérny proud kolektoru

(Ugpy =32 V. Ugg =1V)  «  lggy <200 — T~ HA

(Ucpy =25V, Ugp =1V) cpy - <200 - uA

Uggy =20V, Ugp =1V) lcey — - <500 A
Zbytkovy proud emitoru

(Uggp = 10 V) IeBO <200 <200 <200 HA
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GERMANIOVE : GD607 2-GD607
N-P-N TRANZISTORY 4 W GD608 2-GD608

GD609 2-GD609

GDs07 GD608  GD60S

* Proud baze Ipg 0,28--1,70 0,1-0,5 0,1-1,70 mA
Napéti béze Uggs <03 <0.3 <03 Vv
Proudovy zesilovaci é&initel ’ hyig 30180  100-500 30-500

(Ugg = 0 V. —lp = 50 mA)
* Proud bdze IBZ 2,2-12 1,4-5 1,4-12 mA
Napéti baze Uggs <065 <065 <065 V
Proudovy zesilovaci &initel )

(Ugg = 0V, —Ig = 500 mA) hasp 40-230  100-360  40-360.
Saturagni napéti kolektoru

(g =1A lg=30mA) Uces <06 - <08V

(g =1A, lg =15 mA) Ucrs - <0,6 - Y

Proudovy zesilovaci &initel

(Ugp =2V, =l =10 mA,

f = 500 kHz) [hazel >2 >2 >2
Z4vérné nopéti emitoru

(-l = 0,2 mA) Ugg =10 > 10 s10 V

Informativni hodnoty:

Proud béze Igs 6-30 <13 <30 mA
Napéti béze Upgs <1 <1 <1 v
Proudovy zesilovaci &initel

(Ugg =0V, -lg =14 hyie 33165 > 66 >33
Mezni kmitodet

(Ugg =2V, =Ip = 10 mA) fg 10 -~ 10 ~10  kHz

Parované tranzistory:

134

Pdary l1ze sestavovat z téchto tranzistord

2 — GD607
2 — GD608
2 — GD609

Pérované tranzistory musi vyhovovat jmenovitym hodnotém pfisluiného typu a navic
musi spliovat podminku, ¥e pro pomér hodnot hy;. tranzistorového péru v téchie
pracovnich bodech plati vztah:

ho1E1

ez S ) h21e1 = h21E2
MEéFi se ve dvou pracovnich bodech

Ugp =0V Ueg =0V

lp =50 mA Ip = 500 mA
Komplementarni pdry Ize sestavovat z téchto tranzistor(

GD607/GD617

GD608/GD618

GD609/GD619
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GERMANIOVE GD607 2-GD607
N-P-N TRANZISTORY 4 W GD608 2-GD608
GD609 2-GDS09

Klimatické vlastnosti: .
Kategorie odolnosti proti vnéj$im vlivim podle CSN 358031: 55/85/21. Zkousii se podie
CSN 34 5581 zkouskami SN9 (+55°C/—10°C, po 1 hodiné v kaidém prostiedi, celkem
3 cykly), SB5, SD5 prvni cykl, SA4, SD5 druhy cykl, SC5, v pofadi jak je zde
uvedeno.
Pfi zkouskdch typovych se provddi zkouska SC5, pii kontrolnich a pfejimacich SD5,
SN9 pii typovych a kontrolnich. Po zkouskdch se kontroluji elektrické parametry jme-

novitych hodnot ICBO' 'EBO' 'CEV' IBZ'

Mechanické viastnosti:
Tranzistory jsou odolné proti u&inkim chvéni a otfesdm se zrychlenim 10 g pfi
kmito&tu 50 Hz (zkou$i se vidy po 30 minutdch ve sméru hiavni osy a v jednom libo-
volném sméru, kolmém na hlavni osu) a proti Géinkém pddd se zrychlenim 100 g
(zkousi se podle CSN 34 5681, ¢lanek 80, zkouska PE3).

Pgjitelnost vyvodii:
Zkousi se podle CSN 358050, &l. 16, zkouska "MT1 pfi teplotd ldznd 230 + 10°C.

Doporuceni pro konstruktéry:
P#i pdjeni se doporuéuje odvadét $kodlivé teplo nejlépe uchopenim vyvodu v misté
mezi pouzdrem a pdjenym bodem do &elisti plochych klesti. Doba pdjeni smi byt
nejvySe 4 viefiny, je-li pdjené misto nejméné 5 mm od pouzdra a poufije-li se
péjedla s hrotem max. 350 °C teplym. :

max975
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GERMANIOVE GD607 2-GD607
N-P-N TRANZISTORY 4 W GD608 2-GD608

GD609 2-GD609

Zaruéované hodnoty AQL pro jednotlivé vady a parametry

13¢

Kontrold nebo zkouika AQL [%] Poznamka
. ; ’ Soucet viech vad, napf. ulomeny
Uplr:t'a vu:iy pouzdra 0,25 pfivod, hrubé mech. poskozeni
a ptivodid
pouzdra
Casteéné vady pouzdra
a privodd 2,5 soucet viech vad, vzhledové vady
Uplné elektrické vady 0,25 soucet viech vad;, napf. zkrat,
preruseni
Elektrické parametry
oznalené * ) 2,5 soudet viech vad ,
neoznadené 1,0 souéet viech vad
Zkousky podle CSN 35 8801,
¢l 120 b, klimatické vlastnosti,
mechanické vlastnosti . 6,5 soufet viech vad
Zkoutky podle €SN 35 8801, soudet vse'ch v?d: provadi se' na
. 10 samostatném vybéru, kontrolni

&l. 120 i, pdjitelnost vyvodi g it
& i, pajite vyvodu droven S3.

)

Vadou se rozumi nespln&ni pofadavki nebo normy CSN 358801. Uplné vady jsou
takové, které vyluéuji jokékoliv pfedpoklédané pouiiti. Caste&né vady jsou takové,
které za uréitych podminek pfipoustéji poufiti tranzistori. }

V piipadé shodnych kritérii pro hodnoceni se u kaidého prvku poéitd do souétu vad
pouze jedna vada.
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GERMANIOVE  GD607 2-GD607
N-P-N TRANZISTORY 4 W GD608 2-GD608

GD609 2-GD609
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GERMANIOVE | GD607 2-GD607
N-P-N TRANZISTORY 4 W GD608 2-GD608

GD609 2-GD609
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GERMANIOVE GD607 2-GD607
N-P-N TRANZISTORY 4 W GD608 2-GD608

GD609 2-GD609
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Germaniové tranzistory p-n-p

nizkofrekvenéni

vysokofrekvenéni
spinaci |
vykonove



NiZKOFREKVENCNI
_P-N-P TRANZISTORY

GC500 2-GC500
GC501
GC502

Poutiti:
Polovodicové souédstky TESLA GC500 ai GC502 jsou ploSné nizkofrekvenéni tranzistory
typu p-n-p, vhodné pro nizkofrekvenéni zesilovale stiedniho vykonu tfidy A a B,
tranzistory 2-GC500 jsou pdrované tranzistory pro zesilovade tfidy B.

Provedeni:
Tranzistor je umistén v hermeticky uzavfeném kovovém pouzdru se sklendnou prii-
chodkou. Vyvody jednotlivich elektrod jsou od sebe rizné vzddaleny — stfedni vyvod

Mezni

Charakteristické udaje: (Teplota okoli

je bdaze, vzddlen&j$i vyvod (oznalen <ervené)

hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti kolektoru

Napéti kolektoru ')
Napéti emitoru

Proud kolektoru

Proud kolektoru 3piékovy
Proud emitoru

Proud emitoru Spitkovy

Teplota pfechodu trvale

Ztrata kolektoru

Teplota pfi skladovani

Jmenovité hodnoty:
Klidovy proud kolektoru

(-Ugg =6 V)
(-Ugg =6V, T, =60°C)

(~Ugp =6 V. Rpp = 500 2)

Klidovy proud emitoru
(=Upg=6V)
Proud bdze
(Ig = 50 mA, ~Upg =0)
(I = 600 mA, ~Usp = 0)
Napéti baze
(lg = 30 mA, -Ugpg =0
(g = 600 mA, ~Ugg = 0)

5. 7. 1963 - 1

Z‘)stg

+25°C)

-tceo
-lcBo
=leg

—lrBo

—lg;
—ig3

Vg1
—Uges

je kolektor,

GC500 GC502
GC501
max 24 32
max 24 32
max 10 20
max 300
max 600
max 340
max 600
max 75
max_Dimaz ™ da
Rt
max —50 az +75
GC500 GC501
GC502
<16 <16
330 <330
<50 <60
<16 <16
<17 <0,75
<30 <12
<0,35 <0,35
1,1 1,1

blizii vyvod je emitor.

mA
mA
mA
mA
°C

°C

A
HA
HA
uA

mA
mA
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NIZKOFREKVENCNI
P-N-P TRANZISTORY

GC500 2-GC500
GC501

GC502
GC500 GC501

Satura&ni napéti kolektoru GC502

(~Ic = 600 mA, —1g = 40 mA) -Ucrs <0,45 <0,45 ;
Zesilovaci &initel ‘

(Ip =50 mA, —Uppg =6V,

f = 100 kHz) | hate ] -5 S0
QOdpor baze '

(Ilg =10 mA, ~Upg=6V) 'y <75 <75 Q
Informativni hodnoty:
Klidovy proud kolektoru

(-Upp =6V, T, =60°C) ~leBo 70 70 uA
Napéti bdaze

(Ip =300 mA, —-Ucp =0V) ~Upg2 0,6 0,6 v
Proud bdze

(lg = 300 mA, ~Uppg =0V) ~lps 7.5 3.5 mA
Pfenesené napéti .

GC502 (~Upg =32V) =Urgr - 0,1 A
Zesilovaci Cinitel

(i = 50 mA, ~Upp =0) ha1E1 50 30 95 565

(g = 300 mA, —Ugg — 0) hy1E2 10 85

(I; = 600 mA, —Ugp = 0) ha1gs 30 20 70 550
Cinitel $umu

(~Upcp =6V, Ig =5 mA,

Rg = 500 2, f =1 kHz) F 15 15, dB
Tepelny odpor

bez chlazeni R, . <0,22 °C/mW

s Al chladicim plechem

35X 35X 1 mm Ry <0,09 °C/mW
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NIiZKOFREKVENCNI GC500 2-GC500
P-N-P TRANZISTORY GC501

GC502

Parované tranzistory 2-GC500:

Pro pdrovéni musi tranzistory splfiovat podminku:
Proudy bdze obou tranzistorli se nesmi li§it vice nei o 159%; z vyiéi hodnoty v téchto
pracovnich bodech:

Napéti kolektoru -Ucp 6 v

Proud emitoru ~lg 50 mA

Napéti kolektoru -Ucs 0 v

Proud emitoru =g 300 mA
Poznamka:

1. Plati pHi Rgg < 500 .

Doporuéeni pro montai:

1. Tranzistory se doporuuje upeviiovat pfipdjenim vyvodi a upevnénim pouzdra proti
volnému pohybu, nebo pfipevnénim chladiciho kfidélka, které je nasunuto na
tranzistoru, ke kostie pfistroje nebo jiné chladici plofe (napi. hlinikové destiéce
s plochou vét$i neZ 12,5 c¢cm?) tok, aby povrch tranzistoru pievadél celou plochou
ztratové teplo z tranzistoru. Doporuuje se pfed montdii nanést na dosedaci plo-
chy vrstvu silikonového oleje, &mZ se zv§ii odvod tepla z tranzistoru.

2. Tranzistory jsou neprodyiné zapouzdfeny a jsou odolné vi&i klimatickym vlivim —
proti u&inkdm mrazu —55°C (zkouska SA4, CSN 34 5681), udinkim suchého tepla
+85°C (zkouska SBS5), u&inkdm vlhkého tepla +55°C s relativni vlhkosti 95 af
100 %y (zkouska SD5).

3. Tranzistory jsou odolné proti G&inkim chvéni a otiesdim ai do hodnoty 10 ¢ pFi
kmito&tu 50 Hz (zkouika SF4a, CSN 34 5681) a proti uéinkim padd az do hodnoty
40 g (zkouika SE4, CSN 34 5581).

5.7.1963 -3 147



NIZKOFREKVENCNI - GC500 2-GC500
P-N-P TRANZISTORY g GC501

GC502
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NIiZKOFREKVENCNI GC500
P-N-P TRANZISTORY 2-GC500
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NIZKOFREKVENCNI - GC501
P-N-P TRANZISTORY :
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NIZKOFREKVENCNI
P-N-P TRANZISTORY
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NIiZKOFREKVENCNI
P-N-P TRANZISTORY

GC507 2-GC507
GC508 2-GC508
GC509

Pouiiti:

PolovodiZové sou&dstky TESLA GC507, GC508, GC509 jsou nizkofrekvencni germaniové
plodné tranzistory typu p-n-p, vhodné pro poulZiti jako stejnosmérny, nizkofrekvenéni

a pulsni zesilova&, parované tranzistory 2-GC507 jsou uréeny pro dvojéinné zesilo-
vate malého vykonu. S n-p-n tranzistory 101NU71 mohou vytvofit komplementdrni

dvojice.

Provedeni:
Tranzistor je umistén v hermeticky uzovieném kovovém pouzdru se sklenénou pra-
chodkou. Vyvody jednotlivich elektrod jsou od sebe rizné vzdéleny — stfedni vyvod
je baze, vzdalendjdi vyvod (oznaen Eervend) je kolektor, bliZsi vyvod je emitor.

Mezni hodnoty:
Napéti kolektoru
Napéti kolektoru §pickové
Napéti kolektoru
(Rgp = 500 @)
Napéti kolektoru $pikové
(Rpp = 500 &)
Napéti emitoru
Napéti emitoru Spickové
Proud kolektoru
Proud kolektoru $pitkovy
Proud emitoru
Proud emitoru $pickovy
Proud baze
Proud baze $pickovy
Ztrdta kolektoru
bez chladici plochy
s chladici plochou 12,5 c¢cm?
Teplota pfechodu
Teplota okoli
Naopéti mezi pouzdrem
a systémem tranzistoru
30. 4. 1965 - 1

-Uep
-Ucam

~Ugk

“Vcen
-Ugp
~Ugsm

“foum
g
lem
_|B

~lpum

max

max

max

max

max

max

max

max

maox

max

max

max

max

GC507
GCs08
32
32
32
32
10
10
125
250
130
250
20
125
125
165
+75
—60 ai
80

GC509

60
60

60

60

+75

mA
mA
mA
mA
mA
mA

mW
mWwW
°C
°C
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NIZKOFREKVENCNI GC507 2-GC507
P-N-P TRANZISTORY GC508 2-GC508
‘ GC509

‘

Charakteristické daje: (Teplota okoli +25 °C)

Jmenovité hodnoty: GC507  GC508  GC509
Zbytkovy proud kolektoru

(-Ugg=6V) -IcBo <10 uA

(-Ucp = 6 V, Rgp = 500 Q) ~loER <50 uA
Zbytkovy proud emitory

(-Ugg=6V) -lgBo <10 uA
Saturaéni, napéti kolektoru

(~lg = 125 mA, —lg = 10 mA) ~Ucgs - <0,22 \
Napéti bdze

(-Ugg =6V, Ig = 1,5 mA) —Upp; 0,115..0,i55 — -

(-Ugp =0V, Ip =80 mA) ~Upgs <045 045 045 V

(-Ugp =0V, Ip =125 mA) -Uggs <07 <07 <07 V
Napéti bdze

(-Ugp =6V, Ig =10 mA) —lg;  83..220  45.150 <220 - pA

(-Ucp =0V, Ig =80 mA) —lgy  08..26 04..1,6 <26 mA

(-Ugg =0V, I = 125 mA) ~lp3 <5 <3.6 <5 mA

(-Ugp =0V, Ig = 250 mA) —Ipg <16 <10 <16 mA
Proudové zesileni

(~Uppg =6V, Ip = 10 mA,

f = 0,3 MHz) I hate | >1 >1 >1
Cinitel Sumu

(~Ugg =2V, -1z =05 mA,

Rg; = 500 Q) F <15 - - dB
Izola&ni proud

(Ujs=6V) lis <3 <3 <3 WA

Informativni hodnoty

Klidovy proud kolektoru

(Upgg=6V) —lcro 150 350 350 uA
Proud kolektoru

(-Ugp =30V, +Ugp =05V) -y 10 10 ~  uA

(Ugg =60V, +Ugp =05V) -y - - 30 pA

~Ugg = 6V, —Ugp =0,15V) ~lcz 2,6 — —  mA
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NiZKOFREKVENCNI GC507 2-GC507
P-N-P TRANZISTORY GC508 2-GCbh08
GC509
GC507 GC508 GC509
Proudovy zesilovaci ginitel
(-Upgg =6 V., Ig =10 mA) hate 80 125 > 45
45...120 65...220
(-Ugg =0 V. Iy = 80 mA) hag  30...100 550 >30
(~Ugg =0V, Ig =125 mA) ha1E 525 >35 >25
(-Ugg = 0 V, Ig = 250 mA) ha1g >15 25 515
Mezni kmitodet
(<Ugg =6V, —lc = 10 mA) fo 1 MHz
(-Ucp =6V, —lc =10 mA) fg 8 kHz
Tepelny odpor (P = 50 mW) '
bez chlazeni R; 0,4 °C/mW
s chladicim kiidlem 12,5 em? Ry; 0,3 °C/mW

Parované tranzistory 2-GC507, 2-GC508:

Pdrované tranzistory 2-GCS507, 2-GC508 musi svymi parametry odpovidat viem para-
metrGm tranzistord GC507, popé. GC508. Navic pomér proudd bdze obou tranzistord,

méfeny pfi provoznich podminkdch:

Napéti kolektoru -Uep
Proud emitoru g
Napéti kolektoru -Uep
Proud emitoru Ig

ve stejném pracovnim bodé musi byt men3i nei 1.3 (pramérné 1,15).

30. 4. 1965 - 3
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NIZKOFREKVENCNI GC507 2-GC507
P-N-P TRANZISTORY GC508 2-GC508
GC509 '

Doporuéeni .pro montai:

1. Tranzistory se doporuuje upeviiovat pfipdjenim vyvodd a upevnénim pouzdra proti
volnému pohybu, nebo pfipevnénim chladiciho kiidélka, které je nasunuto na
tranzistoru, ke kostfe pfistroje nebo jiné chladici plose (napi. hlinikové destiéce
s plochou vétsi nei 12,5 ¢cm?) tak, aby povrch tranzistoru pievadél celou plochou
ztrdtové teplo z tranzistoru. Doporuduje se pfed montd#i nanést na dosedaci plochy
vrstvu silikonového oleje, &imZ se zvy$i odvod tepla z tranzistoru.

2. Tranzistory jsou neprodyiné zapouzdieny a jsou odolné proti klimatickym vlivim.
Kategorie odolnosti proti vn&jsim vlivim podle CSN!358031: 65/070/21, Zkou$i se
podle CSN- 34 5681, zkouska SA3, SB6, SC5 (pii zkouskdch typovych) nebo SD5
(pfi zkouskach kontrolnich a pfejimacich) bez privedeni napéti na systém tran-
zistoru.

3. Tranzistory jsou odolné proti Gginkim chvéni a otfesim ai do hodnoty 10 g pfi
kmito&tu 50 Hz (zkoudi se podle CSN 34 5681, &l. 83, vidy 30 minut ve sméru
hlavni osy a 30 minut ve sméru kolmém na hlavni osu) a proti ufinkdm pddd
af do hodnoty 100 g (zkoudi se podle CSN 34 5681, &l. 80, zkoutka PE3).
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NiZKOFREKVENCNI GC507 2-GC507

P-N-P TRANZISTORY GC508 2-GC508
’ GC509
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NIZKOFREKVENCNI GC507 2-GC507

P-N-P TRANZISTORY GC508 2-GC508
GC509
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NIZKOFREKVENCNI GC507 2-GC507

P-N-P TRANZISTORY : GC508 2-GC508
GC509
300 \,‘l‘v
AT
E | 27 o
B3 5 '
N & 200 }@
R 7 } “‘[‘T
7& |
o '\bj“
\\ i '{mP/
N T
\ 100 = 1 A
% m
\ R
\ 0.2 mA
\ [T 1]
‘ . Zls=0mA
Z, 3"8 [mA2] 1 0 10 -Uee (V120
01
022
%
/Y| 5 _
/1 103 GC508
’/'\\\ V TG = 25 C
AN 04

30. 4. 1965 - 7 159



NiZKOFREKVENCNI GC507 2-GC507
P-N-P TRANZISTORY GC508 2-GC508
' GC509
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NIZKOFREKVENCNI - GC507 2-GC507

P-N-P TRANZISTORY GC508 2-GC508
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NIZKOFREKVENCNI GC507 2-GC507

P-N-P TRANZISTORY GC508 2-GC508
GC509
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NiZKOFREKVENCNI GC515 GC517
P-N-P TRANZISTORY GC516 GC518

CG519

Pouiiti:
Polovodidové souddastky TESLA GC515 ai GC519 jsou plosné nizkofrekvenéni tranzistory
typu p-n-p, vhodné pro nf zesilovaée napéti.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pru-
chodkou. Vyvody jednotlivych elekirod jsou od sebe rizné vzddleny — stiedni vyvod
je bdze, vzddlenéjii vyvod kolektor, blif$i je emitor.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25 °C)

Napéti kolektor — baze -Ueg max 32
Napéti kolektor — baze $pickové -Uecpy max 32
Napéti kolektor — emitor

(Rg = 500 ) ~Ugg max 32 v
Napéti kolektor — emitor 3pickové

(Rgp = 500 Q) -Uecrm max 32
Napéti emitor — bdze -Ugp - max 10
Napéti emitor — baze Spickové ~Urpn max 10
Proud kolektoru ~lo max 125 mA
Proud kolektoru 3$pikovy ~tem max 250 mA
Proud emitoru Ip ’ max 130 mA
Proud emitoru $pi¢kovy Igar max 250 mA
Proud baze -lg max 20 mA
Proud baze 3pickovy ~gu max 125 mA

Ztrdta kolektoru

bez ptidavného chlazeni Pc max 125 mW

s chladicim kfidlem 12,5 cm? Pe max 165 mW
Teplota pfechodu #i max +75 °C
Rozsah provoznich hodnot $a max —65...+70 °C

Pfipustné napéti mezi pouzdrem

a systémem Uis max 80 \4

Charakteristické ddaje: (Teplota okoli +25 °C)
Imenovité hodnoty:
Zbytkovy proud kolektoru
(-Upgp=6W) : ~lepo <10 uA
(-Ucp = 6 V. Rgp =500 2) —leER <50 T uA
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NIZKOFREKVENCNI
P-N-P TRANZISTORY.

GC515 GC517
GCb16 GC518

CG519
-
Saturaéni napéti kolektoru
(~lg = 125 mA, —ig =10 mA)
GC515, GC516  —Ugg <0,32 \
GC517, GC518, GC519  —Uppg <0,22 v
Napéti baze
(g =1mA, ~Upg =6V} -Ugg; 0,08...0,17 \
Proudovy zesilovaci é&initel
(g =1mA, =Upgg=6YV)
GC515  hy,, 20... 40
GC516  hyy, 30... 60
GC517  hyy, 50 ... 100
GC518  hyy, 75...150
GC519  hyy, 125. . . 250
Proudové zesileni
(g =10 mA, -Usg =6V,
f=0,3 MHz) | hate | >1
Cinitel Sumu
(<lg =05 mA, ~Upp =2V,
Rg = 500 ) . F <12 dB
lzolaéni proud
(U;g=6V) lis <3 HA
Informativni hodnoty:
Zbytkovy proud
(Ugp=46V) —lcro 200 HA
Proud baze GC515 GC516 GC517 GC518 GC519
(-Ugg = 6 V, 1 = 10 mA) -lg; 025 02 012 008 006 mA
(-Ugg = 6 V, Iy =80 mA) —lga 3 22 16 10 07 mA
h - parametry:
(=Upp =6V, Ig =1 mA)
Vstupni impedance hize 12 1.2 2,0 3,5 60 k2
Zpétny napéfovy &initel hize 10 10 20 25 35  .103
Vystupni admitance naprdzdno hyae 40 40 60 80 100 S
Mezni kmitoZet .
(~Ugg =6V, —lc =1 mA) foe 12 12 12 10 10 kHz
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NiZKOFREKVENCNI GC515 GC517
P-N-P TRANZISTORY GC516 GCbH18

CG519

Mezni kmitocet .

(-Ugp =6V, —lg =1 mA) f8 03 03 0.4 0,7 0,7 kHz
Proud kolektoru

(Upgp =30V, +Ugg =05V}  ~Ig; 10 uA
Cinitel Sumu

(-Uggp = 2 V. ~Igp = 0.5 mA,

Rg = 500 2) F 8 dB
Tepelny odpor (P = 50 mW)

bez chladiciho k¥idla R, 0,4 °ClmW

s chladicim kiidlem 12,5 cm? R,z 0.3 °C/mW

Klimatické viastnosti:
Kategorie odolnosti Pproti vndjEim vlivim podle €SN 358031: 65/070/21. Zkoudi se
podle CSN 345681 zkouskami SN9 (+50/—10°C, po 1 hodiné v kaidém . prostiedi,
celkem 3 cykly), SB6, SD5 prvni cykl, SA3, SD5 druhy cykl, SC5 v pofadi, jak je
zde uvedeno. Zkouska SD5 se neprovddi pii zkouskdch typovych, SC5 pii kontrolnich
a pfejimacich, SN9 pfi pfejimacich. Po zkoukach se kontroluji elektrické parametry
jmenovitych hodnot:
—lcpor —Icer —Yors' ~User hate
Po zkoutkach SD5 a SC5 se piipoudti bodovd koroze v mistd elektrosvdru.

Mechanické vlastnosti:

Prvky jsou odolné proti GZinkdm chvéni a otfesim ai do hodnoty 10 g pfi kmitoctu
50 Hz (zkou$i se podle CSN 34 5681, &l. 83, vidy po 30 minutdch ve sméru hlavni
osy a v jednom libovolném sméru kolmém na hlavni osu), a proti Géinkdim padu
a do hodnoty 100 g (zkousi se podle CSN 34 5681, &l. 80, zkouska PE3).

Pajitelnost vyvodi:
Zkoudi se podle CSN 358050, &l 16, zkoutka MT1 pii teploté lazng 230 £ 10°C.
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI MESA GF501 GF503
TRANZISTORY P-N-P GF502 GF504

JEN PRO INFORMACI ~ NEVYRABI SE |
Pouiiti:
Polovodigové sou&astky TESLA GF501, GF502, GF503, GF504 jsou germaniové vysoko-
frekvenéni tranzistory p-n-p, vyrobené technologii mesa, uréené pro vf, vkv zesilovage,
smésovade a oscildtory v komunikaénich pfistrojich, pracujicich v pdsmu kmitoétd do
300 MHz s vf vystupnim vykonem do 100 mW, v pridmyslové elektronice a automati-
zaéni technice.

Provedeni:

Tranzistory jsou hermeticky zapouzdieny v kovovém pouzdru se sklen&nou prichodkou
K505 s patici - P203. Vyvod kolektoru je elektricky spojen s pouzdrem.

Mezni hodnoty: (3, = +25°C)

GF501
GF502 GF503 GF504
Napéti kolektor — baze -Ucg max 24 24 ‘28 v
Napéti kolektor — emitor =Uck max 12 9 12 v
Napéti emitor — baze V) -Ugp max 0,5 v
Proud kolektoru -l max 100 mA
Proud emitoru g max 100 mA
Proud bdze ~Ig max 50 mA
Ztrata kotektoru
bez chladici plochy Pe max 300 mwW
s idedinim chlazenim Pe - max 750 mW
Teplota pfechodu ,‘}]- max 100 oC
Teplota okoli 19stg max —40 a +85 °C

) V pulsnim provozu mize byt hodnota ~Ugp max. piekroéena, nebude-li $pi¢kové hodnota
emitorového proudu vétii nei 10 mA. Minimdalni kmitoget pulsd 50 Hz.
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‘GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI MESA GF501 GF503
TRANZISTORY P-N-P v GF502 GF504

Charakteristické adaje: (Teplota okoli +25 °C)
Jmenovité hodnoty:

Klidovy proud kolektoru

Ugp=15V) -lcBo 2 <18 A
Zavérné napéti kolektoru i
{-log = 100 $:A) GF501, GF502, GF503 ~Ugpg 40 224V
GF504 7 _UCBO 40 - 228 A
(Hlcgp = 2 mA)  GF501, GF502, GF504 “Ucpp 22 216V
_ GF503 “Uopg 17 29 v
Zavérné napéti emitoru ’
(~lgp = 100 4A) —Uggo 1 205 V
Soturaéni napéti kolektor — emitor
(=lg =50 mA, —Ig =10 mA) -Uggs 1.5 . =225 v
. GF504 -Ucgs 15 <23 v
Napéti bdze — emitor .
Ugp =9V, Ig=10mA) - -Ugy 0,38 <055 V
Proudovy zesilovaci &initel
(~Ugp =9 V. Ig =10 mA) hyig 50 >10

Proudovy zesilovaci &initel

abs. hodnota

(~Upg =9V, Ig=10 mA,

f = 100 MHz) |hz21el >3
Casovd konstanta

(—UCB =9V, Ip=2mA, =230 MHz)

GF501, GF503 : Tpy * Sy 40 <56 ps
QF502. GF504 Tpp * Cpre SO <70 ps

Vystupni kapacita
(-Ugg =9V, Iy —2 mA, =35 MHz) Com 21 <35 ¢F

Informativni hodnoty:

Redlnd sloika vstupni admitance
~Ucp =9 V, Ig=2mA, =100 MHz)

GF501, R, (hyg) 50 o
GF502, GF504 R, (hyz) 75 2
(~Upp =9V, Ip =2 mA, f=200MHz)
CB E
GF503 R, (hyy) 50 Q

Mezni kmitocet

(~Upg =9V, Ip =10 mA) fp 500  >300 MHz
Vykonovy zisk . :

(-Ugg =9 V. Ig =2 mA, =100 MHz)

GF501, GF503 Gpp 20 dB
GF502, GF504 Gy 18 dB
Sumové &islo
(-Ugg =9V, Ig=2mA, §=100MHz,
Rg =75 ) F 5 a8
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI MESA GF501 GF503
TRANZISTORY P-N-P GF502 GF504

Y — parametry :
(~Upgp =9V, Ip = 2mA)

Admitance f 30 100 MHz
vstupni 911 2,5 7.5 mS
vstupni bire 4,5 7 mS
zpétnovazebni . 912e —0,05 -0,2 mS
zpétnovazebni bi2e -0,3 -1,4 mS
pfenosovda © 921e 60 - mS
pifenosova by -20 - mS
pienosovda |Y21€| - 50 mS
fé'lzow} 1"1he| @21e - ~48 o
vystupni 922 0,25 0,5 mS
vystupni by, 0,9 2,7 mS

Tepelny odpor
prechod — okoli ) Rthja 0,25 °C/mW
pfechod — pouzdro Rthic 0,1 °C/mW

Klimatické vlastnosti:
. GF501, GF502, GF504:
Kategorie odolnosti proti vnéjsim vlivim podle €SN 358031: 40/100/21. Zkou$i se
podle CSN 34 5681 zkouskami SAS, SB4 a SD5. Pii zkouskach kontrolnich a pfejimacich
bez ptivedeného napéti.

GF503:

‘Kategorie odolnosti proti vnéjiim vlivim podle CSN 358031: 40/85/21, Zkousi se
podle CSN 34 5581 zkouskami: ST (+55/—10°C, pouze p¥i zkouskdch kontrolnich),
SB5, SD5 (prvni cykl), SAS5, SD5 (druhy cykl). P¥i zkouskdch ST se provddéji 3 cykly
(jeden cykl sestava ze zkousky SB a SA v trvdni vidy po 1 hodiné). Doba aklimati-
zace mezi zkoutkami nejméné dv& hodiny. Po zkoutkdch se kontroluji elektrické
parametry jmenovitych hodnot. Po zkou$kdch SD5 a SC5 se pripousti bodovd koroze.
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI MESA GF501 GF503
TRANZISTORY P-N-P GF502 GF504

Mechanické vlastnosti:

Tranzistory jsou odolné proti u&inkim chvéni se zrychlenim 6 g pfi kmitoétu 50 Hz
(zkou¥i se vidy po 30 minutdch ve smé&ru hlavni osy a v jednom libovoiném sméru,
kolmém na hlavni osu) a proti G&inkim pdada se zrychlenim 40 g (zkoudi se podie
CSN 34 5681, &l. 80, zkouska SE4 (ve sméru hlavni osy a v jednom libovolném sméru,
kolmém na hlavni osu).

Pajitelnost vyvoda:
Zkousi se podle CSN 358050, &l. 16, zkoutkou MT1 pfi teploté lazné 230 X 10°C.

Doporuééni pro konstruktéry:

1. Vyvody se nesmi ohybat ve vzddlenosti mensi nez 3 mm od okraje patky. ZkrGceny
smi byt nejvySe na délku 4 mm,

2. Kroucenim smi byt vyvody namdhdny nejvyie tokto: z nulové polohy o 45°, zpét
a opét o 45° do pfedchozi polchy.

3. P¥i pdjeni se doporuduje odvadét ikodlivé teplo nejlépe uchopenim vyvodu v misté
mezi pouzdrem a pajenym bodem do Zelisti plochych klesti. Doba péjeni smi byt
nejvyie 4 vtefiny, pouiije-li se pdjedla s hrotem max. 350 °C teplym. Vyvody kratsi
nez 6 mm se nesmi pdjet.
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GERMANIOVY VYSOKOFREKVENCN( MESA

TRANZISTOR P-N-P

GF505
GF506

JEN PRO INFORMACI — NEVYRABI SE!

Poudiiti:

PolovodiZové souddstky TESLA GF505, GF506 jsou germaniové vysokofrekvenéni tran-
zistory p-n-p, vyrobené technologii mesa, uréené pro nizkoSumové vf zesilovage, smégo-
vade a oscildtory, pracujici v kmitoétovém pdasmu do 260 MHz v kandlovych voligich
televiznich piijimaéd a antennich piedzesilovaét pro I, Il. a I televizni pdsmo;
tranzistory GF506 jsou vhodné pro vstupni vf zesilovaée v pfijimaéich pro pfijem

FM rozhlasu.

Provedeni:

Systém tranzistoru je zapouzdfen v kovovém pouzdru K507 s patici P303 (TO-18),

od néhoi je elektricky odizolovan, Piivod S je spojen s pouzdrem.

Mezni hodnoty: (3, = +25°G)

Napéti kolektor — bdze ’ -Ucp
Napéti kolektor — emitor -Ucko
Napéti emitor — baze ~Ugg
Proud kolektoru —le
Proud emitoru Ig
Proud bdaze g
Teplota prechodu 0]-
Teplota okoli Ba

Ztrétovy vykon
#a < 45°C, bez pfidavného
chlazeni Pe

Napéti mezi systémem a pouzdrem Ui

Charakteristické tdaje: (Teplota okoli +25 °C)
Jmenovité hodnoty:

Klidovy proud kolektoru

(-Upg =12 V) —lcgo
Zavérné napéti kolektoru

lgp = 100 4A) = =Uepo

(~lgg = 500 bA) —Ucro
Z&vérné napéti emitoru

(—lgg = 100 LA) -Uggo
Napéti baze

(-Ugp =12V, lg =1 mA) -

26.8.1974 - 1
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-TRANZISTOR P-N-P ‘ GF506

Zesilovaci &initel
(wUpgp =12V, Ig =1 mA,

£ =1 ktz) GF505 hate 50 >25
GF506, “hyze 20 >10

(~Ugp =12V, lg=1mA, ,

f = 100 MHz) [h216] >1,7

Casovd konstanta .

(~Upgp =12V, Ig=1mA,

f =2 MHz) Thh* * Cpre 10 <15 Ps
Vystupni kapacita

(=Ugp =12V, lg=1mA, N

f =2 MHz) . ; C22b 0,5 <0,8 pF
Sumové &islo

U =12V, I =1mA,

f =200 MHz, Rp =75 2) GF505 F . 59 <75 dB

GF506 F 6,2 <75 dB

Izola&ni odpor

Uj = 12 V) R; > Mg

Informativni hodnoty:
Zesilovaci &initel

(_UCB =12 V, IE -1 I'nA) . h21E GF505 40
GF506 15
Mezni kmito&et fp GF505 250 >170 MHz
GF506 230 >170 MHz
Mezni oscilaéni kmitodet 2) friax GF505 1000 MHz
GF506 900 MHz

Zpé&tnovazebni{ impedance
(f = 3 MHz2) 1Zizl 20 . a

U

Redlnd slozka vstupni
(Vg =12V, Ig=1mA,
f = 200 MHz) R, (hye) . 45 Q
Zesilovaci &initel
(FUcp =12V, I =1 mA,

f = 200 MHz) GF505 _ |h2zel 1.3
GF506 |hzzel 11
Strmost ’
Ucp =12V, Ig=1mA,
f = 200 MHz) GF505 - 1¥21¢l 35 mS
’ GF506 |¥21el 33 mS

Vykonovy zisk
(~Upp =12V, Iz =1mA,
f=200MHz, I; = 3mA)  GF505 Gpp
GF506 pr

17 dB
16 dB
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GERMANIOVY VYSOKOFREKVENCN| MESA GF505
TRANZISTOR P-N-P GF506
Y = parametry:

(~Ugg =12V, Ig =1 mA)

GF505:

Admitance f 100 200 MHz
vstupni 911 32 22 mS
vstupni by -8,5 ~13,5 mS
zpétnovazebni 912 -0,07 —0,14 mS
zpétnovazebni by -0,22 —0,45 mS
pfenosovd 921 —-22 - mS
pfenosovd by 18 - mS
pfenosovd Yam| - 22 mS
(fézovy Ghel) ®21b - 115 o
vystupni 922 0,08 0,15 mS
vystupni b22 0,95 1,9 mS

GF506:

Admitance
vstupni 911p 30,5 22,5 mS
vstupni by =75 -13 mS
zpétnovazebni 9121 ~0,05 —0,14 mS
zpétnovazebni byop —0,22 —0.45 mS
pfenosovd 921p -21 - mS
prenosovd by, 16,5 - mS
pienosovd Y218 - 21,5 mS
(fdzovy Ghel) ®21b - 115 o
vystupni 922 0,1 0,15 mS
vystupni by 0,94 1,8 mS

Tepeiny odpor
pfechod ~ okoli Rthja 0,75 °C/mW
pifechod ~ pouzdro Rthjc 0,40 °C/mW

Poznamka:

1. P¥i mé&Feni je vyvod pouzdra tranzistoru spojen s kostrou pfistroje.

f
2 fmax = /——-—T
8x ¢ Ty e

Klimatické vlastnosti:

Kategorie odolnosti proti vnéjdim vlivim podle CSN 35 8031:

jmenovitych hodnet.

26.8.1974 - 3

40/85/21.
podle CSN 34 5681, zkouskami SA5, SB5, SC5 (pfi zkouskdch typovich) nebo SD5
(pfi zkoudkdch kontrolnich nebo p#ejimacich bez ptivedeného napéti). Doba akli-
matizace minimainé dvé hodiny. Po zkou$kdch se kontroluji elektrické parameiry

Zkousi se
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TRANZISTOR P-N-P ‘ _ GF506

Mechanické viastnosti:

Tranzistory jsou odolné proti Uéinkdm chvéni a otfesim az do hodnoty 6 g. Pfi zkous-
kdch kontroinich a pfejimacich se zkou$i zrychlenim 6 g pfi kmito&tu 50 Hz vidy po
.30 minutdch ve smé&ru hlavni osy a v jednom libovolném sméru, kolmém na hlavni
osu. Déle jsou odolné proti G&inkiim padi of do hodnoty 40 g (zkousu se. v jednom
hbovolnem sméru, kolmém na hlavni osu).

Pajitelnost vyvodu:
Zkou3i se podie CSN 358050, &l. 16, zkoutkou MT1 pii teploté lazng. 230 X 10 °C.

Doporuéeni pro konstruktéry:

1. Vyvody nesmi byt kraceny na délku men3i nez 4 mm, ohybdny smi byt v misté,
které je vzdaleno vice nez 3 mm od okraje pouzdra. '

2. Vyvody smi byt namahdny kroucenim nejvySe takto: z nulové polohy o 45°, zpét do
plivodni polohy a opét o 45° do pfedchozi polohy.

3. P¥i pdjeni se doporuéuje odvadét ikodlivé teplo nejlépe uchopenim vyvodu v misté

‘-mezi pouzdrem a pdjenym bodem do Celisti plochych klesti. Doba pdjeni vyvodu

smi byt nejviie 4 wtefiny, pouiije-li se pdjedla s hrotem 350 °C (eplym Vyvody
krat$i nez 6 mm se nesmi pdjet.

Upozornéni: T L
Doé&asné se doddvaly tranzistory s pozmé&n&nym zapojenim vyvodii: stin&ni na koliku
&. 3, kolektor &. 4.

(@]
m

ming 04 !
saxeliB]

¥
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TRANZISTOR P-N-P GF506
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GERMANIOVY VYSOKOFREKVENCNI MESA GF507
TRANZISTOR P-N-P GF507R

JEN PRO INFORMACI — NEVYRABi SE !
Pouiiti:

PolovodiZova sougdstka TESLA GF507, GF507R je germaniovy vysokofrekvenéni tranzistor
p-n-p, vyrobeny technologii mesa, uréeny pro vkv a ukv zesilovade, smésovade a osci-
latory ai do kmitoétu 900 MHz.

Provedeni:

Systém tranzistoru je zapouzdfen v kovovém pouzdru K507 s patici P303 se &tyfmi
dratovymi vyvody. Systém je odizolovan od pouzdra. Pfivod S je spojen s pouzdrem.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli +25°C)

Napéti kolektor — baze -Uep max 20 \'
Napéti kolektor — emitor -Ucro max 15 v
Napéti emitor — bdze ~Ugp mu); 0,3 \'
Proud kolektoru ~le maox 10 mA
Proud emitoru g max 10 mA
Proud bdze —ig max 1 mA
Ztratovy vykon kolektoru §, < 45°C,

bez ptidavného chlazeni Pe max 60 mw
Teplota pfechodu i max +90 °C
Teplota okoli da max =30...+75 °C
Napéti mezi systémem a pouzdrem Ujs max 50 Vv

Charakteristické udaje: (Teplota okoli -+25°C)
Jmenovité hodnoty:

Klidovy proud kolektoru

(-Ugp =20 V) -lco 0,8 <8 uA
Zavérné napéti kolektoru

(g = 500 #A) -Ucgo >15 v
Z4vérné napéti emitoru

(_[EB = 100 uA) _UEBO 0,55 >0|3 \

" Napéti baze

(-Ugp =12V, Ig =15 mA) —Ugg 0,32...0,43 v
Proud baze

(Ugg =12V, Ig=15mA) -lg <135 uA
Zesilovaci &initel

(~Ugg =12V, lp =15 mA) hyig 25 >10°
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TRANZISTOR P-N-P GF507R
Zesilovaci é&initel
(Ugg =12V, lz=15mA, "’
f = 100 MHz) [bhagel 5 >2,5
Casové konstanta
(~Upg =12V, I =15 mA,
f = 2 MHz) : ’ Wb * Shc 3,5 <5 ps
Vystupni kapacita
(Ugp =12V, Ig=15mA,
f = 2 MHz) a2m 0,27 <0.4 oF
Sumové é&islo
(-Upp=12V, Ig=15mA,
f =800 MHz, Ry =75 Q) F 8.1 <9 dB
Vykonovy zisk (méfeno v obvodu 1)
~Ugg =12V, Ig=15mA,
f = 800 MHz)
pro vstupni obvody
(bily) typ A pr 1.5 >11 48
pro oscilaéni a sméSovaci
obvody (zeleny) typ B Gpp 10 9...1 dB
lzolaéni odpor
(U;s = 20V) ' R;s >1 Mo
Informativni hodnoty:
Napéti baze
(_UCB = § V, IE = 155 mA) —UBE 0,38 v
Zesilovaci &initel
(Ugg=12V, 1g =15 mA,
f = 1 kHz) hate 50
Mezni kmitodet fr 450 =250 MH:z
Mezni oscilaéni kmitodet 1) fmax 2,5 GHz
Zpétnovazebni impedance
(f = 3 MHz) IZIZb] 11 o
Tepelny odpor
pfechod - okoli Rthja 750 ‘Cw
pfechod — pouzdro Rrhjc 400 °Ciw

204
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TRANZISTOR P-N-P GF507R
J
Y = parametry:

Admitance f 200 800 - MHz
vstupni 911p 29 +6,4 mS
vstupni - b -25 —15 mS
zpétnovazebni 912p -0,15 - mS
zpétnovazebni by, -0,15 - m$S
zpétnovazebni |Y12b| - 0,43 mS
fézovy Ghel 0126 - -125 [}
pfenosova 921p —-18 - mS
pienosova b1y 29 - mS
pfenosovd |Y21p] 14 mS
fazovy thel ®21b 45 o
vystupni 922 0,07 0,2 mS
vystupni by, 1,7 7.5 mS

Tranzistory GF507R

Pro tranzistory GF507R plati viechny udaje shodné s tranzistory GF507 s vyjimkou
jmenovitych hodnot vystupni kapacity ¢y, a vykonového zisku pr které se neméfi.
Navic jsou tranzistory mé&feny na dal$i parametry:
Vykonovy zisk (mé&feno v obvodu 2)

(<Upgc =12V, =g =2 mA, .

Rpp =1 k2, f =200 MHz,

R, = 920 Q) G
Regulaéni rozsah zisku

(méfeno v obvodu 2)

(g <9 mA, f = 200 MHz) 4G
Sumové &islo (mé&feno v obvodu 3)

(—Ucc =12 V. —IC = 2 mA,

Rpp = 1 k2, f =200 MHz,

Rp =75 2) F 5 <6.,5 48

b 17 >13 48

ob %0 dB

Klimatické vlastnosti:

Kategorie odolnosti proti vn&j$im klimatickym vlivdm podle ¢SN 358031: 40/85/21.
Zkousi se podle CSN 34 5681 zkouskami: ST (+55/-10°C, pouze pfi zkouskdch kon-
trolnich), SB5, SD5 (prvni cykl), SA5, SD5 (druhy cykl). PFi zkouskdch ST se provadéji
3 cykly (jeden cyki sestévé ze zkousky SB a SA v trvani vidy po 1 hoding). Po
zkouskach se kontroluji elektrické parametry jmenovitych hodnot "'ICBO_. "UEBO,
-Ucko, —lg. Po zkouskach SD5 a SC5 se pripousti bodova koroze.
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TRANZISTOR P-N-P GF507R

Mechanické vlastnosti:
Tranzistory jsou odolné proti chvéni a otfesim aZ do hodnoty 6 g pfi kmitoétu 50 Hz.
Pii zkou$kdch kontrolnich a pfejimacich se zkoudi vidy po dobu 30 minut ve sméru
hlavni osy a v jednom libovolném sméru, kolmém na hlavni osu, Ddle jsou odolné
proti Géinkdm pédd o do hodnoty 40 g (zkousi se podle CSN 34 5681, é&l. 80,
zkouska SE4) ve sméru hlavni osy a v jednom libovoiném sméru, kolmém na hlavni
osu.

Pdjitelnost vyvodii:
Zkou$i se podle CSN 358050, &. 16, zkouskou MT1 pfii teplotd ldzné 230 + 10 °C.

Doporuceni pro konstrukiéry:

1. Vyvody se nesmi ohybat ve vzddlenosti menii nez 3 mm od okraje pouzdra. Zkrdtit
se smi ai na délku 4 mm.

2. Vyvody smi byt namdahany kroucenim nejvy$e takto: z nulové polohy o 45°, zpét
a opét o 45° do predchozi polohy.

3. PFi pdjeni se doporuuje odvadét 3kodlivé teplo nejlépe uchopenim vyvodu v mistd
mezi pouzdrem a pdjenym bodem do é&elisti plochych kleiti. Doba pdjeni vyvodu
smi byt nejvySe 4 vtefiny, pouiije-li se pdjedla s hrotem max. 350 °C teplym, za
pfedpokladu, Ze vzddlenost pdjeného mista od pouzdra je vét§i nez 5 mm.

Poznamka:

£ = fr
max T .
Br  Tobt * ¢

m
(@)
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Méfici obvod 1

Méfeni vykonového zisku a Sumového

gisla GF507
f = 800 MHz
200 b Ry =14kQ
— —
] resonancni obvod
R7g5 D2 0’7“;‘ —T tvoreny vedenim
~ =
-800 L 750
MHz merny
i y 0 prijimac
120gF
‘U
8z
-Ucs
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Méfici obvod 2
Méieni vykonového zisku G
a regulaéniho rozsahu zisku Apr GF507R f = 200 MH:z

75 K5 L
3> (—g-
D D2 vy

o

200MHz

=
.

2k2 2k2 -
—— - 06§
47k ’__LQJKA,UBE EJoc
1%

Pozndmky: T1 — 25 zéviti dratu’ @ 0,18 mm CuSm na polyetylenu & 3.5mm @ L1 -
3 zdvity dratu & 1 mm Cu na & 6,5 mm @ L2 — 2 zavity drétu & 1 mm Cu na & 6.5 mm

MéfFici obvod 3
Méfeni Sumového é&isla F GF507R f = 200 MHz

75 Gt
ol 5
1k

R

QP 200Me| T 75[]

Pozndmky: L1 — 3 zdvity drétu & 1mm Cuna @ 65mm @ L2, L3 ~ 4 zavity
drétu F1,5mmCuna P10 mm e C, C3 — doladovaci kondenzator WK 701 08
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GERMANIOVY VYSOKOFREKVENCNI 0oCc169
P-N-P TRANZISTOR 0C170

JEN PRO INFORMACI — NEVYRABI SE |
Pouziti:

Polovodiéové souddstky TESLA OC169 a OC170 jsou germaniové vysokofrekvenéni tran-
zistory v p-n-p provedeni, uréené pro OC170 vysokofrekvenéni a mezifrekvenéni zesilo-
vage, OC169 pro mezifrekvenéni zesilovade v pfijimaéich pro pfijem am a fm signald.

Provedeni:

Tranzistor je zapouzdien v kovovém pouzdru se sklenénou pri¢hodkou. Zdakladni elek-
trodu — kolektor — tvoii desti¢ka monokrystalického germania vodivosti typu p.
Na ni je vytvofena vrstva bdze difuzi neéistotami typu n a rekrystalizovand vrstva
typu p (emitor) procesem slévani a difize. Vlastni systém ‘tranzistoru je pfipevnén
k pfivodnim dratam, prochdzejicim prichodkou a neprodyiné uzavien kovovym
pouzdrem. Vyvody jednotlivych elektrod jsou od sebe rGzné vzdaleny. Cervenou teékou
je oznaden kolektor (C), ktery je vzddlendj3i od vyvodu stinéni (S). Vedle stinéni je
vyvod bdze (B) a vedle néj emitoru (E).

Mezni hodnoty: (Teplota okoli 425 °C)

Napéti kolektoru ~Uep max 20 \'
Napéti kolektoru Epi¢kové -Ucsm max 20 A
Napéti kolektoru 1) -Ucg max 20 \Y
Napéti emitor — bdze ~Ugp max 4 \
Napéti emitor — baze Spickové -Ugpm max 4 \
Proud kolektoru —le max 10 mA
Proud emitoru g max 10 mA
Proud bdze ip max +1 mA
Ztrata kolektoru (3, = 45°C) Pc max 50 mwW
Teplota pfechodu B max +75 °C
Tepelny odpor (§, = 0-55°C) ‘ Ry max 0,6 °ClmW
Skladovaci teplota 17stg max =55 ai +75 °C

Charakteristické udaje: (Teplota okoli 425 °C)
Jmenovité hodnoty:
Klidovy proud kolektoru
(~Ugp =6 V) 1o <13 HA
(-Ucg=20V) -lepo <50 uA
Klidovy proud emitoru
(-Ugg =05 V) . <50 uA
Napéti baze
(-Upp =6V, lg=1mA) Upg 210 . . . 330 mv

1.5.1963 - 1 219



GERMANIOVY VYSOKOFREKVENCNI

0C169
P-N-P TRANZISTOR OC170
Proud bdze
(-Ugg =6V, Ig=1mA) g <50 uA
Proudovy zestlovaci é&initel
(Ugg =6V, Ig=1mA) ha1e 20 . .. 300
Proudovy zesilovaci &initel
abs. hodnota
(Upp =6V, Ig=1mA, ‘
f = 30 MHz) | h2ze] >1
Cinitel $umu
(Ugp =6V, Ig=1mA,
f = 0,45 MHz, Rg = 200 &) F <8 dB
(-Ugg =6V, Ig=1mA,
f= 10,7 MHz, R; = 150 9) F <8 dB
Mezni kmitoéet .
(-Ugg =6V, lp = 1mA, g, =25°C) fp 50 MH:z
Charakteristické udaje pii provozu s malym vf signalem:
Zapojeni s uzemn&nym emitorem: ’
V pracovnim bodé 9, — 25°C, ~Ugg = 6 V, Iy = 1 mA
b M ~—iz i =y vt Yz 2
wr |y N e i2 = Yz1ur + ¥zz2° Uz
i B “ ik = 9ik + ik
e + kde by, = o Ci,
0C169:
f = 450 kHz f = 10,7 MHz
g1, 2 >0.72 k@ 1911¢ 0,37 >0,145 k@
brze 0.26 mS bise 3 mS
€11e 90 <150 pF Ci1e 415 <110 pF
1/9122 10 Ma 1/9123 45 k2
by, 4,25 us €12¢ 1.3 pF
~C12e 1.5 pF |Y21¢] 25 >21 mS
IYZIeI 38 >31 mS —p21e 47 °
1922 1.5 >p2 . M@ 11922, 18 >5,9 k?
by 11 us ba2e 155 us
€22¢ 4 <12 pF €22¢ 2,5 <7 pF
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GERMANIOVY VYSOKOFREKVENCNI OC169
P-N-P TRANZISTOR OC170
0OC170:
UL 2 >072 k2 911, 0.35 >0,145 k2
bj1e 0,26 mS by, 4,4 mS
€1te 90 <150 pF Cite 65 <110 pF
1IQIZe 10 M@ 1/9122 62 k2
bz 4,25 uS 126 1.7 pF
<12 15 pF [vaze ] 2 >27  mS
[Y21e] 40 >3 mS ~pz1e 38 °
1822, 1,5 >0,2 MQ /832, 22 >6,6 k2
bj2e 9 us b22e 148 us
€22¢ 35 <9 oF €220 ) 2,2 <7 pF
Poznamka:
Rp Rp; * Rpz Rg,
N P < 100; R Lo 22 !
Rg B Rpi+Rp RE Uce
Ra2
1. 5. 1963 - 3 221



GERMANIOVY VYSOKOFREKVENCNI OoC169
P-N-P TRANZISTOR 0C170

Doporuéeni pro konstruktéry:

1. Tranzistory se upeviuji v pfistroji bud nasunutim do objimky pro tranzistor nebo
pfipdjenim vyvodd a upevnénim pouzdra proti volnému pohybu. Zasune-li se tran-
zistor do objimky, mohou se zkrdtit vyvody tranzistoru af na 6-8 mm. Vyvody se
nesmi ohybat ve vzdalenosti bliZz§i nez 3 mm od kraje pouzdra tranzistoru. V misté
pfechodu ze- sklenéné prichodky se vyvody nesmi ohybat, nebot hrozi nebezpedi
ulomeni pfivodu.

2. Pfi pdjeni je nutno odvédét vznikajici otepleni vyvodd nejlépe uchopenim wvyvodu ~
do Zelisti plochych kleSti v misté mezi tranzistorem a pdjenym bodem. PouZije-li
se pdjedla s hrotem 400°C teplym, miie byt doba pdjeni nezkrdcenych wvyvodi
nejvySe 5 vtefin, zkrGcenych na 10 mm nejvyde 2 vtefiny.

3. Tranzistory jsou neprody$n& zapouzdieny a odolné proti klimatickym vlivim — wié&i
uginkim mrazu ~55 °C (zkouii se podie CSN 34 5681, &l. 50, zkouska SA4), G&inkim
suchého tepla +70°C (&l. 51, zkouska SB6), G&inkim vlhkého tepla +55°C pfi
relativni vihkosti 95 az 100 %, (&l. 53, zkouska SD5).

4. Tranzistory jsou odolné proti G&inkdm chvéni a otfesim ai do hodnoty 10 g pFi
kmitoétu 50 Hz (zkousi se podle CSN 34 5681, &. 83, zkouska SF4a) a proti
G&inkdm pddu o do hodnoty 40 g (&ldnek 80, zkouska SE4).
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GERMANIOVE TRANZISTORY P-N-P
STREDNIHO VYKONU

GC510 GC510K
GC511 GC511K
GC512 GC512K

Pouziti:

PolovodiZové souldstky TESLA GC510 ai GC512, GC510K aoi GC512K jsou slitinové
tranzistory v p-n-p provedeni se stiednim ztratovym vykonem, uréené predeviim pro

koncové stupné nizkofrekvenénich zesilovada tfidy A, B, ve spojenf s n-p-n tranzistory

Provedeni:

Systém tranzistorG je zapouzdien v kovovém pouzdru K504, tranzistory fady K maji
nasunuto na pouzdro hlinikové chladici téleso hranolového tvaru.

Mezni

hodnoty: (Teplota okoli 425 °C)

Napéti kolektor — baze

Napéti kolektor - bdze gpickové

Napéti kolektor — emitor
Napéti emitoru
Napéti emitoru Spi¢kové
Proud kolektoru
Proud kolektoru 3pickovy
Proud kolektoru impulsni
(timp max = 20 ms)
Proud emitoru
Proud emitoru Spickovy
(timp max = 20 ms)
Proud bdze
Proud baze $pickovy
(timp max = 20 ms)
Ztrata kolektoru
Do max = 45°C)

s idedlnim chlazenim

bez pfidavného chlazeni

GC510 — GC512

GC510K — GC512K
Teplota pfechodu
Tepelny odpor vnitini
Tepelny odpor celkovy
Teplota okoli

Teplota pti skladovéni

16. 6. 1967 - 1

#sig

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

max

GC520, GC521 a GC522 pro koncové komplementdrni zesilovaci stupné.

GC510 GCs11

GCs512

GC510K GC511K GC512K

32 25
32 25
16 15

100

500

300

45

200
-85 ... +85
~55 ... 485

v

PP < < < <

>

mA

mA

mW
mW
°C
°C/wW
°oC/W
oC
oC
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GERMANIOVE TRANZISTORY P-N-P GC510 GC510K
STREDNIHO VYKONU GC511 GC511K
‘ GC512 GC512K

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +25 °C)

Jmenovité hodnoty: GC510 GC311 GC512
B GC510K GC3511K  GC512K
Zbytkovy proud kolektoru i -

(-Ugg=10V) “Icho <10 <15 <15 pA
Zavérné napéti kalektoru

(~lpgo = 0.2 mA) -Ucpo >32 >25 -2V

(-lg =1 A, Rgg = ) ~Upgg  >16 >15 15V

(-lc = 0,2 mA, Ugp ~1V) ~Ucpy >32 25 525V
Zavérné napéti emitoru

(~lgp = 0.2 mA) -Uggo =10 10 10 V
Saturaéni napéti kolektoru ‘

(<lg =1 A, —lg = 22,5 mA) =Yces =0.6 - - Vv

(<lg =1A, -lg =125 mA) ~Uggs — =06 - v

(-lg=06A, -lgp=40mA) *  —Ugpg - - <045 V
Napéti baze

(~Ugpg =0 V. g = 300 mA) “Ugp, =045 <045 <045 V
Proud bdze

(-Ugp =0V, Ig =300 mA) —Igs 1,2-5 0,6-3 <12 mA
Proudovy zesilovaci &initel

“(~Ugg =2V, I =10 mA, .

f = 500 kHz) [ha1e] >2 -2 >1.4
Informativni hodnoty:
Zbytkovy proud kolektoru _

~Upgg =6V) . ~lcgo 450 450 450 pA
Napéti bdaze i \

(-Upg = 0, 1y = 50 mA) ~Ugry 0.3 0.3 03 V

(~-Ugp =0, Ig=1A) —Ugpgs 0,7 0.7 - v
Proud bdze ‘

(-Ugg = 0, Ip = 50 mA) —lg; 0,5 0,3 1.1 mA

(<Ugg =0, Iz =1A) -lgs 165 8.5 - mA

(~Ugp =0, 15 = 600 mA) ~Igs - - 23 mA
Proudovy zesilovaci &initel . .

(-Ugp = 0, Ig = 50 mA) ho1k 100 165 15

(Ucp = 0, 1g = 300 mA) hy g 60...250 100...500 >25

(~Ugg = 0, 1 = 600 mA) hyyp - — 2

(~Ucp=0 1g=1A) hoip 60 120 - -
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GEKMANIOVE TRANZISTORY P-N-P GC510 GC510K
STREDNIHO VYKONU GC511 GC5H11K
GC512 GC5h12K

GC510 GC511 GC512
GC510K GC511K GC512K
Mezni kmito&et

(<Ugg =2 V. I, =10 mA) fg > 10 - 10 -10  kHz
Vystupni kapacita
(-Uggp=6V, Ig=0,

f = 500 kHz) Coop 85 pF
Odpor bdze

(~Upgg=6V, Ig=1mA,

f = 500 kHz) ' 80 Q

Parované tranzistory:

Pary lze sestavovat z t&chto tranzistord

- 2-GC510 2-GC510K
2-GC511 2-GC511K
2-GC512 2-GC512K

Pérované tranzistory musi vyhovovat jmenovitym hodnotdm piisluiného typu a navic
musi splfiovat podminku, fe pro pomér hodnot h,;p péru tranzistoru v téchie pra-
covnich bodech plati vztah:
hap1
ha1E2
Méii se ve dvou pracovnich bodech

Ugp=0V Ugp=0V
g =50 mA g = 300 mA

s 12 , haier 2 hzigz

Komplementdarni pary lze sestavovat z téchto tranzistord:
GC510K/GC520K
GC511K/GC521K
GC510 /GC520
GC511_/GC521

Tranzistory GC512, GC512K, GC522, GC522K nejsou vhodné pro pérovédni do komple-
mentdrnich dvojic. Z tohoto divodu se joko komplementdrni. dvojice nedoddvaji.
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GERMANIOVE TRANZISTORY P-N-P GC510 GC5H10K
STREDNIHO VYKONU GC511 GC511K

GC512 GC512K

Klimatické vlastnosti:

Kategorie odolnosti proti vn&j$im vlivim podle CSN 358031: 55/085/21. Zkoudi se
podle €SN 34 5681 zkouskami: stfiddni teplot SN9 (+455°C[-10°C, po 1 hodiné
v kaidém prostfedi, celkem 3 cykly), SB5, SD5 prvni cykl, SA4, SD5 druhy cykl, SC5,
v pofadi, jak zde uvedeno.

P¥i zkouskach typovjch se provadi zkouska SC5, pFi kontrolnich o piejimacich SDS5,
SN9 pti zkouskdch typovych o kontrolnich. Po zkeuitich se kontroluji elektrické para-
metry jmenovitych hodnot =logg. —Uppor =Yg ;- —“Veror “Uepys “Uggs. Po zkousce
SC5 se ptipousti bodové koroze.

Mechanické vlastnosti:

Tranzistory jsou odolné proti U&inkim chvini a otfesim se zrychlenim 10 g pfi kmi-
toétu 50 Hz (zkou$i se vidy po 30 minutdch ve sméru hiavni osy a v jednom libovoiném

sméru, kolmém na hlavni osu) a proti GEinkGm padd se zrychlenim 100 g (zkousi se
podle CSN 34 5681, &ldnek 80, zkouska PE3).

Pajitelnost vyvodi:

Zkouii se podle CSN 358050, &. 16, zkouskou MT1 pfi teploté 16znd& 230 + 10°C.

Doporuceni pro konstruktéry: .

228

1. Vyvody se nesmi ohybat ve vzddlenosti men3i nez 3 mm od okraje pouzdra. Zkratit
se smi nejvySe na délku 6 mm. )

2. Kroucenim smi byt vjvody namdhény nejvyse takto:
2 nulové polohy o 45°, zp&t do plvodni polohy o opét o 45° do pfedchozi polohy.

3. P¥i pdjeni se doporuduje odvédét 3kodlivé teplo nejlépe uchopenim vivodd v misté
mezi pouzdrem a pdjenym bodem do &elisti plochych kleiti. Doba pdjeni smi byt
nejvyie 4 vtefiny, pouZije-li se pdjedia s hrotem max. 350 °C teplym.
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GERMANIOVE TRANZISTORY P-N-P GC510 GCbH10K
STREDNIHO VYKONU GC511 GC511K

GC512 GC512K -

L%
o X
Gf‘v EX
e (— B
34°91
el max186

B ming 04 _ﬂ E
maxe 0,48 I ,‘
CBE
GC510 GC510K
GC51 GC511K
GC512 GCs512K

16. 6. 1967 - 5

229



GERMANIOVE TRANZISTORY P-N-P
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GC510 GC5H10K
GC511 GC511K
GC512 GC512K
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GERMANIOVE TRANZISTORY P-N-P

STREDNIHO VYKONU

GC510 GC510K
GC511 GC511K
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GERMANIOVE TRANZISTORY P-N-P GC510 GC510K
STREDNIHO VYKONU GC511 GC5H11K
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GERMANIOVE TRANZISTORY P-N-P GC510 GC510K
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GERMANIOVE TRANZISTORY GD617 GD618
P-N-P 4 W , . GD619

Pouiiti:
Polovodicové soudastky TESLA GDé617, GD618, GD619 jsou germaniové slitinové
tronzistory p-n-p se ztrGtovym vykonem 4 W, uréené pro nf koncové stupné tiidy A

nebo dvojéinné koncové stupné, tvofené komplementdarnim pdrem s tranzistory GD607,
GD608 a GD609.

Provedeni:

Systém tranzistoru je hermeticky zapouzdien v kovovém pouzdru se sklenénymi pri-
chodkami. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.

Mezni hodnoty: (Teplota okoli 425 °C)
GD617 GD618 GD619

Napéti kolektor — baze ~Ucp max 32 25 25 v
Napéti kolektor — emitor -Ucro max 20 18 16 \Y

(Ugg =2 1V) =Ucey max 32 25 25 \
Napéti emitor — b‘éze -Urgo max I \
Proud kolektoru ~lc max 1 A
Proud kolektoru 3pi¢kovy -lem max 2 A
Proud emitoru Iz max 1 A
Proud emitoru $pickovy lem max 2 A
Proud bdze -lg max 0.1 A
Ztréta kolektoru

(§, < 60°C) P  max ' 4 w
Teplota pfechodu ) B max +90 °C
Teplota pfi skladovéni ’ ' #stg max -55...+85 oC

Charakteristické udaje: (Teplota okoli +25 °C)

Jmenovité hodnoty: GD§17 GDé18 GDé619
Zbytkovy proud kolekton} '

*(-Uggp =10V) ~lego <25 <25 <5 pA

*(Uogy =32V, Ugg 21V} —logy <200 - — WA

$(Uopy =25V, Upp 21V) gy - <200 <200 A
Zbytkovy proud emitoru

(~Uggp =10V) -lggo <200 <200 <200 uA
Proud baze .

*(lp = 50 mA, ~Upg =0V) ~lg;  0,28...1,7 0,1...0,5 0,1...1.7 mA

* (I = 500 mA, ~Ucg =0V) —lgy  22...12 14...5 14...12 mA
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GERMANIOVE TRANZISTORY

GD617 GD618

P-N-P 4 W GD619

Napéti bdze

(g = 50 mA, ~Upg=0V) ~Ugp; <0.28 <0,28 <0,28 v

(Ig =500 mA, —Ugp =0V) ~Upgs <055 <055 <055 V

- Saturaéni napéti kolektoru . )

(-lg =1 A, ~lg =30 mA) ~Upps <06 - <06 V

(=g =1 A, =lg =15 mA) -Ucrs - <06 - \'
Proudovy zesilovaci &initel

(lp =10 mA, -Uop=2V,

f = 0,5 MHz) 1h21e] >2 >2 >2
Proudovy zesilovaci &initel s

stejnosmérny

(lp= 50 mA, =Ugg=0V) hy;p 30...180 100...500 30...500

(g =500 mA, —-Upp =0V) hoip 40...230 100...360 40...360

Parované tranzistory:

Péry lze sestavovat z téchto tranzistord :

2-GDé617
2-GD618
2-GD619

Pdrované tranzistory musi vyhovovat jmenovitym hodnotdm pfisluiného typu a navic
musi spliiovat podminku, Ze pro pomér hodnot hy;p tranzistorového paru v techze
pracovnich bodech plati vztah:

h21g1

R a— 1.2 h E > h

hoiEs = 21E1  Z M21p2
Mé&Fi se ve dvou pracovnich bodech:

Ucg= 0V Ugp =0V

g =350 mA = 500 mA

Komplementdrni pdry lze sestavovat z_téchto tranzistord
GDé617 | GD607
GDé618 / GD608
GD619 / GD609
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GERMANIOVE TRANZISTORY GD617 GD618
P-N-P 4 W GD619

Klimatické vlastnosti:

Kategorie odolnosti proti vnéj§im vlivim podle CSN 358031: 55/85/21. Zkousi  se
podle €SN 34 5681 zkoulkami: SN9 (+55°C/—10°C, po 1 hodiné v kaidém prostiedi,
celkem 3 cykly), $B5, SD5 prvni cykl, SA4, SD5 druhy cyki, SC5, v potadi, jak je
zde uvedeno. ’

Pfi zkouskdch typovych se provadi zkouska SC5, pfi kontrolnich a piejimacich SDS5,
SN9. pti typovych a kontrolnich. Po zkouskdch se kontroluji elektrické parametry jme-
novitych hodnot _|CBO' _lEBO' _|CEV' _IBZ'

Mechanické viastnosti:

Tranzistory jsou odolné proti G&inkiim chvéni a otfesim se zrychlenim 10 g pfi kmi-
toétu 50 Hz (zkous$i se vidy po 30 minutdch ve sméru hlavni osy a v jednom libovoiném
sméru, kolmém na hlavni osu) a proti (&inkim pé&da se zrychlenim 100 g (zkousi se
podlie CSN 34 5681, &lanek 80, zkouska PE3),

Péjitelnost vyvodi: )
Zkouti se podle €SN 358050, &l. 16, zkouskou MT1 pfi teploté l4zné 230 1 10 °C.

Doporuéeni pro konstruktéry:

P¥i pdjeni se doporuduje odvédét 3kodlivé teplo nejlépe uchopenim vyvodu v mistd
mezi pouzdrem a pdjenym bodem do &elisti plochych kieiti. Doba pdjeni smi byt
nejvyie 4 vtefiny, je-li pdjené misto nejméné 5 mm od pouzdra a pouiije-li se
pdjedla s hrotem max. 350 °C teplym

- 102
131
G € , o 5
g { e
EAl \ i A Capc= N
B ¥ ' €
B
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GERMANIOVE TRANZISTORY
P-N-P 4 W

. GD617 GD618
GD619

Zaruéované hodnoty AQL pro jednotlivé vady a parametry

Kontrola nebo zkouska AQL (%)

Pozndmka

Upliné vady pouzdra
a pfivoda 0,25

Cdsteéné vady pouzdra
a pfivodd 2,5

Uplné elektrické vady 0,25

Elektrické parametry
oznadené * 2,5
neoznacené 1.0

Zkousky podle CSN 35 8801,

&l. 120 b, klimatické vlastnosti’
mechanické viastnosti 6,5

Zkousky podle CSN 35 8801,
&l. 1201, pdjitelnost vyvodl 10

Soulet viech vad, napfiklad ulomeny
pfived, hrubé mechanické poskozeni
pouzdra-

soudet viech vad, vzhledové vady
souet viech vaod, napfiklad zkrat,

prerueni

soudet viech vad’
souet viech vad

soucet viech vad

soudet viech vad, provadi se na
samostatném vybéru, kontrolni Gro-
ven 53. '

Vadou se rozumi nesplnéni pofadavki nebo normy €SN 358801. Uplné vady jsou
takove, které vyluduji jakékoliv predpoklédané pouziti. Cdaste€né vady jsou takové,
které za ur&itych podminek pFipoustéji poutiti tranzistori.

V piipadé shodnych kritérii pro hodnoceni se u kaidého prvku politd do soultu vad

-pouze jedna vada.
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE
TRANZISTORY P-N-P

0C30
2-0C30

Poutiti: ‘
PolovodiZové souddstky TESLA OC30 jsou nizkofrekvenéni vykonové tranzistory se ztrato-
vym vikonem 4 W v p-n-p provedeni, uréené pro vykonové nizkofrekvenéni zesilovace
tiidy A nebo B, pro spinaie apod. 2-OC30 jsou pérované tranzistory pro zesilovace

tiidy B.

Provedeni:
Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklen&nymi pri-
chodkami. Vlastni systém tranzistoru je pfipevnén kolektorem k zakladné pouzdra,
emitor a baze jsou pfipojeny k pfivodnim dratim prochdzejicim prichodkami a celek
je neprody$n& uzavien kovovym vickem. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem. Zdkladni

elektroda — bdze — je zhotovena z desti¢ky monokrystalu germania vodivostniho
typu n, emisni elektroda — emitor — a sb&rnd elektroda — kolektor — germania
typu p.

Mezni hodnoty: (Teplota pouzdra +25 °C)
Napéti kolektoru -Ucgp max 32 v
Napéti kolektoru §pickové —UeBM max 32 v
Napéti kolektoru 2) -Ucg maox 32 v
Napéti kolektoru $pickové ?) —UcEM max 32 \Y
Napéti emitoru -Ugp max 10 Vv
Napéti emitoru $pickové —UEBM max 10 A"
Proud kolektoru =lc max 1,4 A
Proud kolektoru 3pikovy —icm max 1.4 A
Proud bdze -lg max 0,25 A
Proud béze $pickovy —ipy max 0,25 A
Proud emitoru Ig max 1,5 A
Proud emitoru 3pickovy igm max 1.5 A
Teplota pfechodu B max +75 oC
Tepelny odpor R; max 7.5 oC/W
Skladovaci teplota Dstg max -60 af +75 oC
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE . OC30
TRANZISTORY P-N-P 2-0C30

Charakteristické Udaje: (Teplota pouzdra 425 °C)

Klidovy proud kolektoru

~Ucg =6 V) ~1o50 <35 A
Nopéti baze

(-Ugp =14V, 15 =001 A) ~Upg; 011 ... 0,18 v

(-Ucg =6V, I =01 A) ~Uggs 0,17 ...03 v

(~Upg =0V, Iz =08 A) -Uggs <05 v

(Upg =0V, Ig=15A) ~Uprg <07 v
Proudovy zesilovaci é&initel ')

(—UCB =14V, IE = 0,01 A) thEl ’ 17 ... 110

(-Ucg =6V, Ig=014A) hy1m2 8. ..110

(-Ugg =0V, I = 0.8 A) hy1E3 16 .. .90

(~Ugg =0V, I = 1,5 A) M4 >

Saturaéni napéti kolektoru

(—lg=15A, -lg=103A) -Ucks <0,3 A
Mezni kmitoget

(-Ucg =6V, I =01 A) fr ) >0,15 MHz
Napéti kolektoru

(=lg = 3 mA, Rgp = 500 Q) =Uecpm >32 v

Parované tranzistory 2-OC30:

252

Péarované tranzistory musi odpovidat viem uvedenym charakteristickim hodnotém.
Navic zesilovaci &initel hy;py a hyyp, méfeny v pracovnich bodech

~Ucp 6 \E -Ucg 0 v
ig 0,1 A 'E 15

se nesmi u obou tranzistord odliSovat o vice nez 15 %,.
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NiZKOFREKVENCN| VYKONOVE

0C30

TRANZISTORY P-N-P 2-0C30

Poznamky:

1. V pfipadé, e zdkaznik poiaduje tfidéni tranzistord podle hodnoty hyyps
se vytfidéné vyrobky do téchto skupin:

hyy 18- 35 oznadeni A
hyy 35~ 70 oznaéeni B
hayy 70 — 110 oznadeni C

Vyrobce si vyhrazuje prévo dodévat tranzistory v libovelnych skupindch.

2. Vnéjii odpor mezi emitorem a bdzi men3i neZ 500 .

Doporuéeni pro konstruktéry:

rozdéluji

1. Tranzistory se upeviiuji v pfistroji pfifroubovanim pouzdra ke kostie pfistroje nebo

jiné chladici plofe tak, aby zdkladna tranzistoru pievadéla celou plochou ztrGtové
teplo, vznikajici uvniti tranzistoru. Doporudujeme pied pfipevnénim tranzistoru
nanést na styéné plochy tranzistoru a kostry vrstvu silikonového oleje, ¢&imi se
podstatné zvy$i rozvod ztratového tepla do kostry. Vyvody se nesm{ namdhat na
ohyb nebo krouceni v misté prechodu ze sklenéné priachodky (hrozi nebezpeti
ulomeni pfivodd a poruSeni t&snosti tranzistoru). V grafu zdvislosti vykonu na
teploté znadi tepelny odpor:
K ='7,5°C/W mezni hodnota pro idedlni odvod tepla z pouzdra,
K = 14°C/W provoz tranzistoru s hlinikovou chladici deskou rozmérd

100X 120X 1,5 mm, Cernénou

K

I

206 °C/W provoz tranzistoru s hlinikovou chladici deskou rozmérd
50X 100X 1,5 mm, &ernénou

K = 55°C/W bez chladici plochy

. Tranzistory jsou neprodyin& zapouzdieny a odolné proti klimatickym vlivam — va&i
G&inkam mrazy —60 °C (zkousi se podle normy €SN 34 5681, &l. 50, zkouska SAs%),
G&inkdm suchého tepla +70°C (&l. 51, zkoudka SB6), ucinkim vihkého teplc
+55°C pii relativni vlhkosti 95 a% 100 % &l. 53, zkouska SD3).

. Tranzistory jsou odolné proti u&inkidm chvéni a otfesim aX do hodnoty 10 g pii
kmito&tu 50 Hz (zkousi se podle normy CSN 34 5681, &l. 83, po dobu 30 minut
ve sméru hlavni osy a 30 minut ve sméru kolmém na hlavni osu). Déle jsou odolné
proti G&inkim pdadu ai do hodnoty 40 g (zkoudi se podle CSN 34 5681, &l. 80,
zkouska SE4).

1.7.1962-3 . 253



NIZKOFREKVENCNi VYKONOVE | OC30
TRANZISTORY P-N-P 2-0C30

()
™M
m
Fai /
430

w §
51023
.
2
¢
<d}CL-
i
max 19

- &~
max 31
’ axe 14,
C
/GE % 3 g
ol 10 Hmr——r
N A s ’
e -
b 04

254 1.7.1962-4



NIZKOFREKVENCNi VYKONOVE 0OC30
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE . OC30
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NiZKOFREKVENCNI VYKONOVE
TRANZISTORY P-N-P

2NU72 2-2NU72
3NU72 2-3NU72
4NU72 2-4NU72
5NU72 2-5NU72

Poutiti

PolovodiZové sou&dstky TESLA 2-NU72 ai 5-NU72 jsou nizkofrekvenéni vykonové tran-
zistory se ztrdtovfm vikonem 4 W v p-n-p provedeni, urené pro ménice, spinaée
a reguladni obvody apod., 2-2NU72 af 2-5NU72 jsou pdrované tranzistory pro zesi-

lovade tfidy B.

Provedeni:
Tranzistor je umistdn v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénymi pri-
chodkami. Vlastni systém tranzistoru je pfipevnén kolektorem k zdkladné pouzdra,
emitor a béze jsou pfipojeny k pfivodnim drétim prochdzejicim prachodkaml a celek
je neprody$n& uzavien kovovym vigkem. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem. Zakladni

Mezni

elektroda — bdze — je zhotovena z destitky monokrystalu germania vodivestniho
typu n, emisni elektroda — emitor — a sbérné elektroda — kolektor — germania
typu p.
hodnoty: (Teplota pouzdra 425 °C)
o o~ o
~
E 3 5 3
Z 5 % &
Napéti kolektoru -Ucp max 24 32 48 60 V
Napéti kolektoru 1) ~Ucp max 24 32 48 60 V
Napéti emitoru -Urp max 8 10 15 20 V
Proud kolektoru -lg max 1.5 A
Proud baze -lg max 0,3 A
Ztratovy vykon Pe max 4 w
Tepelny odpor s idedinim chlazenim  R;; max 7,5 oC/W
Teplota pfechodu ,7]- max 75 °C
Teplota okoli minimalni Pa min —60 °C
Teplota pfi skladovani Pstg max —60 az +75 oC

1.7.1962 -1
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE
TRANZISTORY P-N-P

2NU72 2-2NU72
3NU72 2-3NU72
4NU72 2-4NU72
5NU72 2-5NU72

Charakteristické udaje: (Teplota pouzdra +25 °C)

Napéti kolektoru

{(-lc = 3 mA, Rgg = 500 )

Klidovy proud
Ugg=6V)

2NU72
3NU72
4ANU72
5NU72

Proudovy zesilovaci &initel
~Upp=0V, Ip=15A)

Napéti baze

(-Ucg =0V, Ig=15A)

Saturaéni napéti kolektoru
~lg=15A, -lg=03A)

‘Mezni kmito&et

(~Ugg =6V, lg=01A)

-Uck
-Yer
~Ucg
-Uck
-lcBo

hz1E
-Upg

-Ucks

fr

Parované tranzistory 2-2NU72 ai 2-5NU72:

Pérované tranzistory musi odpovidat viem uvedenym charakteristickym hodnotam.
Navic zesilovaci &initel hy;, méfeny v pracovnim bodu =Uppg = 0V, Ip = 1,5 A, se

nesmi u obou tranzistord odliSovat o vice nei 159%,.

_Poznamka:
) Plati pti Rgp < 100 2. Pro jiné hodnoty plati zavislost Ucp max. — f'(RBE).

Doporuéeni pro konstruktéry:
1. Tranzistory se upevfiuji v pfistroji pfiSroubovdnim pouzdra ke kostfe ptistroje nebo

jiné chladici plofe tak, aby zdkladna tranzistoru pfevadéla celou plochou ztrdtové
Doporu€ujeme pied pfipevnénim tranzistoru
nanést na styéné plochy tranzistoru a kostry wrstvu silikonového oleje, &imz se
podstatng& zvy$i rozvod ztratového tepla do kostry. Vyvody se nesmi namdéhat na
ohyb nebo krouceni v misté pfechodu ze sklenéné prichodky (hrozi nebezpedi
ulomeni pfivodd a poruleni té&snosti tranzistoru). V grafu zdvislosti vykonu na
teploté znaéi tepelny odpor:

262

teplo, vznikajici uvniti tranzistoru.

>24 A
>32 v
>48 v
>60 \'
<35 uA
>10

<0,9 \'
<0,3 \Y
>0,1° MHz

K = 7,5°C/W mezni hodnota pro idedlni odvod tepla z pouzdra,

K = 14°C/W

=
I

20 °C/W

K = 55°C/W

1.7.1962-2

provoz tranzistoru s hlinikovou chladici deskou rozmérd
100X120X1,5 mm, &ernénou

provoz tranzistoru s hlinikovou chladici deskou rozmérd
50X100X1,5 mm, &ernénou

bez chladici plochy



NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 2NU72 2-2NU72
TRANZISTORY P-N-P 3NU72  2-3NU72
: ’ 4NU72 2-4NU72
5NU72 2-5NU72

2. Tranzistory jsou neprody$né zapouzdieny a odolné proti klimatickym viivim — vié&i
aginkdm mrazu —55°C (zkoudi se podle normy CSN 34 5681, &l. 50, zkouska SA%),
G&inkim suchého tepla +70°C (&l. 51, zkouska S$B6), G&inkim vlhkého tepla
+559°C pfi relativni vihkosti 95 az 100 % (&l. 53, zkoudka SD5}.

3. Tronzistory jsou odolné proti Gdinkdm chvéni a otfesim ai do hodnoty 10 g pfi
kmitoZtu 50 Hz (zkousi se podle normy CSN 34 5681, &l. 83, po dobu 30 minut
ve sméru hlavni osy a 30 minut ve sméru kolmém na hlavni osu). Déle jsou odolné
proti G&nkim padu oi do hodnoty 40 g (zkousi se podle CSN 34 5681, ¢l. 80,
zkouska SE4). :
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NIZKOFREKVENENI VYKONOVE 2NU72 2-2NU72

TRANZISTORY P-N-P 3NU72 2-3NU72
: 4NU72 2-4NU72
5NU72 2-5NU72
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 2NU72 2-2NU72
TRANZISTORY P-N-P R 3NU72 2-3NU72
4NU72 2-4NU72
5NU72 2-5NU72
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 2NU72 2-2NU72
TRANZISTORY P-N-P ' 3NU72 2-3NU72
4NU72 2-4NU72
5NU72 2-5NU72
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NIiZKOFREKVENCNI VYKONOVE 2NU72 2-2NU72
TRANZISTORY P-N-P 3NU72 2-3NU72
4NU72 2-4NU72
5NU72 2-5NU72
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 2NU72

2-2NU72
TRANZISTORY P-N-P 3NU72 2-3NU72
4NU72 2-4NU72
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 2NU72 2-2NU72
TRANZISTORY P-N-P 3NU72 2-3NU72
4NU72 2-4NU72
5NU72 2-5NU72
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NiZKOFREKVENCNI VYKONOVE
TRANZISTORY P-N-P

0C26 2-OC26
0C27 2-0C27

Poutiti:

Polovoditové souldstky TESLA OC26 ai OC27 jsou nizkofrekvenéni vykonové tran-
zistory se ztrdtovym vykonem 12,5 W v p-n-p provedeni, uréené pro vykonové zesilovace
tiidy A nebo B, pro spinade apod., 2-OC26 a% 2-OC27 jsou pdrované tranzistory pro

zesilovade tfidy B.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénymi pra-
chodkami. Vlastni systém tranzistoru je pfipevnén kolektorem k zdkladn& pouzdra,
emitor @ béze jsou pfipojeny k piivodnim dratim prochézejicim prichodkami a celek
je neprodyiné uzavien kovovym vigkem. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem. Zakladni

elektroda — béze — je zhotovena z desticky monokrystalu germania vedivostniho
typu n, emisni elektroda — emitor — a sbé&rnd elektroda — kolektor — germania
typu p-

Mezni hodnoty: (Teplota pouzdra +25 °C)
Napéti kolektoru -Uep max 32 v
Napéti kolektoru ?) ~-Uegp max 16 v
Napéti kolektoru 3) -Ueg max 32 v
Napéti emitoru -Ugp max 10 v
Proud kolektoru -lo max 3,5 A
Ztréta kolektoru Pe max 12,5 w
Tepelny odpor R, mox 1,2 oC/W
Teplota pfechodu ') B max 90 oC '
Teplota okoli minimalni da min -55 °oC
Teplota pfi skladovani Bstg max ~55 ai +75 oC

1.7.1962-1




NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 0OC26 2-0OC26
TRANZISTORY P-N-P 0C27 2-0C27

Charakteristické udaje: (Teplota pouzdra +25 °C) :
Klidovy proud kolektoru i OC26 OC27

Ucp=6V) ~lopo <100 uA

(-Ugg =6 V. #, = 100°C) -lopo <10 mA
Napéti baze )

(~Ugg =6V, 1z =01 A) -Uggg <0,28 v

(Ugg =0V, Ig=14A) ~Uggs <0,75 <07 v

(Ugp =0V, Ig=34A) ~Uggs <1,2 <1,0 v
Proudovy zesilovaci &initel '

(—UcB=6V. |E=0,1 A) h21E1 20...75 60...180

(~Ugp =0V, Ig=14) ha1E2 20...60 0...160

(~Ugg =0V, 1 =3 A) ho1E3 15...50 30...125
Saturaéni napéti kolektoru

(Hg=3A, —-lg=05A) ~Uggs <0,4 v
Mezn{ kmitoZet

(~Ugp=6V, Ig=1A) fr >0,15 MHz
Napéti kolektoru

(-lc = 3 mA, Rgg =30 ) ~Ucem >32 v

Pérované tranzistory 2-0C26 a 2-0C27:

Pdrované tranzistory musi odpovidat viem uvedenym charakteristickim hodnotdm.
Navic zesilovaci &initel haipa @ hy1p4 méfeny v pracovnich bodech

-Uerp 0 \") ~Ucp . 0 \'
Iz 3 A Ig 1 A

se nesmi u obou tranzistord odliSovat o vice nez 15 9.

Poznamky:

) Po dobu nejvyie 200 hodin b&hem doby Zivota tranzistoru mize byt 3:‘ max. 100 °C.
2) Rpg, Zgp = 700 2.
) Rpg, Zpg 30 &

272 1.7.1962-2



NiZKOFREKVENCNI VYKONOVE 0OC26 2-0C26
TRANZISTORY P-N-P 0C27 2-0C27

Doporuéeni pro konstruktéry:

1. Tranzistory se upeviiuji v pfistroji pfisroubovanim pouzdra ke kostfe pFistroje nebo
jiné chladici ploe (napf. Al 220x220X1,5 mm) tak, aby zdkladna tranzistoru
prevadéla celou plochou ztratové teplo, vznikajici uvnitf tranzistoru, Doporuéujeme
pred ptipevnénim’ tranzistoru nanést na styéné plochy tranzistoru a kostry vrstvu
silikonového oleje, &imi se podstatnd zvysi rozvod ztrdtového tepla do kostry.
Vyvody se nesmi naméhat na ohyb nebo krouceni v misté pfechodu ze sklenéné
prachodky (hrozi nebezpedi ulomeni pfivodd a poruseni tésnosti tranzistoru).

2. Tranzistory jsou neprody$né zapouzdieny a odolné proti klimatickym vlivim — vaéi
Gginkam mrazu —55°C (zkoudi se podle normy CSN 34 5681, &l. 50, zkouska SA4),
G&inkim suchého tepla 100°C (&l. 51, zkouska SB4), a&inkim vihkého tepla
+55°C pfi relativai vlhkosti 95 aZ 100 %, &l. 53, zkouska SD5).

3. Tranzistory jsou odolné proti G&inkim chvéni a otfesim ai do hodnoty 10 g pfi
kmitodty 50 Hz (zkou$i se podle &SN 34 5681, &l. 83, zrychleni 10 g pfi kmito&tu
50 Hz, po dobu 30 minut ve sm&ru hlavni osy a 30 minut ve sméru kolmém na
hlavni osu). Ddle jsou odolné proti G&inkim pddu af do hodnoty 40 g (zkousi
se podle GSN 345681, &l. 80, zkouska SE4).
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0OC26 2-0C26
0C27 2-0C27

NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE

TRANZISTORY P-N-P
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NIZKOFREKVENCNI VWKONOVE 0C26 2-0C26
TRANZISTORY P-N-P 0C27 2-0C27
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 0OC26 2-0C26

TRANZISTORY P-N-P 0C27 2-0C27
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NiZKOFREKVENCNI VYKONOVE
TRANZISTORY P-N-P

0C26 2-0OC26
0C27 2-0C27
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NiZKOFREKVENCNI VYKONOVE 0OC26 2-0C26

TRANZISTORY P-N-P 0C27 2-0C27
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE
TRANZISTORY P-N-P

0C26 2-OC26
0C27 2-0C27
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 0OC26 2-0C26

‘TRANZISTORY P-N-P 0OC27 2-0C27
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NiZKOFREKVENCNI VYKONOVE

TRANZISTORY P-N-P

Pouzit

2NU73
3NU73
4NU73
5NU73
6NU73
7NU73

2-2NU73
2-3NU73
2-4NU73
2-5NU73
2-6NU73
2-7NU73

PolovodiZové souddstky TESLA 2NU73 o 7NU73 jsou nizkofrekvenéni vykonové tran-
zistory se ztratovym vykonem 12,5 W v p-n-p provedeni, uréené pro méniée, spinaci
a regulaéni obvody apod., 2-2NU73 oi 2-7NU73 jsou pdrované tranzistory pro zesi-

lovage tfidy B.

Provedeni:
Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklendnymi pri-
chodkami. Vlastni systém tranzistoru je pfipevnén kolektorem k zdkladné pouzdra,
emitor a bdze jsou pripojeny k pfivodnim drdtdm prochdzejicim prichodkami a celek
je neprody$né uzavien kovovym vigkem. Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem. Zdkiadni
elektroda — bdze — je zhotovena z desti€ky monokrystalu germania vodivostniho
typu n, emisni elektroda — emitor — a sb&mnd elektroda - kolektor — germania

Mezni

typu p.

hodnoty: (Teplota pouzdra +25 °C)

Napéti kolektoru
Naopéti kolektoru %)
Napéti emitoru

Proud kolektoru

Proud bdaze

Ztrdta kolektoru
Tepelny odpor

Teplota pfechodu
Teplota okoli minimdaini

Teplota pfi skladovani

1.7.1962 - 1

-Ucp
-Uck
-Ugp

Dstg
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max

max
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1,8
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 2NU73
TRANZISTORY P-N-P 3NU73

4NU73
5NU73
6NU73
7NU73

Charakteristické Gdaje: (Teplota pouzdra -+ 25°C
Napéti kolektoru
(-lc = 3 mA; Rgp = 30 )

2NU73 ~-Ucg >24
3NUT73 —Ucp >32
4NU73 -UCE > 48
5NU73 -Ugp >60
. 6NU73 —Ueg >70
7NU73 _UCE >80
Klidovy proud kolektoru
(=Upp=6V) =lcBo <100
(-Ugp =6 V, §, = 100°C) -lcso <10
Proudovy zesilovaci &initel
(<Ugg =0V, Ig=3A) haig >10
Napéti baze
(Vg =0V, Ip=3A) -Ugp <1,2
Saturaéni napéti kolektoru
(~lg =3 A, —-lIg=05A) ~Ucps <0.4
Mezni kmitoéet
(Ugg=6V, Ig=1A4A) fr >0,1§

Parované tranzistory 2-2NU73 az 2-7NU73:

2-2NU73
2-3NU73
2-4NU73
2-5NU73
2-6NU73
2-7NU73

<< << <<

mA

MHz

Pafované tranzistory musi odpovidat viem uvedenym charakteristickym hodnotam.
Navic zesilovaci &initel h21E, méfeny v pracovnim bodu —Upg = 0V, Iy = 3 A, se

nesmi u obou tranzistori odiiSovat o vice nez 15 %.

Poznamky:

1 Plati pfi R < 30 Q. Pro jiné hodnoty plati zavislost U max = f (Rgpp).
BE = CE BE
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 2NU73 2-2NU73
TRANZISTORY P-N-P 3NU73 2-3NU73
4NU73 2-4NU73
BNU73 2-5NU73
6NU73 2-6NU73
7NU73 2-7NU73

Doporuéeni pro konstruktéry:

1. Tranzistory se upeviiuji v px'-istn:oji pfisroubovanim pouzdra ke kostfe pfistroje nebo
jiné chladici ploSe (napf. Al 220x220X1,5 mm) tak, aby zdkladna tranzistoru
pievddéla celou plochou ztratové teplo, vznikajici uvnitf tranzistoru. Doporucujeme
pied pfipevnénim tranzistoru nanést na styéné plochy tranzistoru a kostry vrstvu
silikonového oleje, & mZ se podstatné zvyii rozvod ztratového tepla do kostry.
Vyvody se nesmi namdhat na ohyb nebo krouceni v mistd pfechodu ze sklené&né
prichodky (hrozi nebezpeéi ulomeni pfivodi a poruSeni tésnosti tranzistoru).

2. Tranzistory jsou neprodyiné zapouzdieny a odolné proti klimatickym vlivim — vagi
G&inkdm mrazu —55 °C (zkousi se podle normy CSN 34 5681, &l. 50, zkouska SA4),
G&inkam suchého tepla +100°C (&l. 51, zkouska SB4), G&inkim vlhkého tepla
455 °C pt¥i relativni vlhkosti 95 o 100 %y (&l. 53, zkouska SD5).

3. Tranzistory jsou odolné proti uéinkdm chvéni a otfesim -ai do hodnoty 10 g pfi
kmitoétu 50 Hz (zkoudi se podie normy CSN 345681, &, 83, po dobu 30 minut
ve sméru hlavni osy a 30 minut ve sméru kolmém na hlavni osu). Ddle jsou odolné
proti uéinkim pdadu af do hodnoty 40 g (zkousi se podle CSN 34 5681, €&l 80,
zkouska SE4).
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NIZKOFREKVENCENI VYKONOQVE 2NU73 2-2NU73
TRANZISTORY P-N-P 3NU73 2-3NU73
4NU73 2-4NU73
5NUZ73 2-5NU73
6NU73 2-6NU73
- 7NU73 2-7NU73
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 2NU73 2-2NU73
TRANZISTORY P-N-P 3NU73 2-3NU73
4NU73 2-4NU73
5NU73 2-5NU73
6NU73 2-6NU73
7NU73 2-7NU73
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE

2NU73 2-2NU73
TRANZISTORY P-N-P 3NU73 2-3NU73
4NU73 2-4NU73
BNU73 2-5NU73
6NU73 2-6NU73
7NU73 2-7NU73
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE - 2NU73 2-2NU73
TRANZISTORY P-N-P 3NU73 2-3NU73

4NU73 2-4NU73
5NU73 2-5NU73
6NU73 2-6NU73
7NU73 2-7NU73

[ [ 1]
= © 2-FNU73
— ryp = flied
=2 Ugg - 2V
& f 0 =03MH;
18 -
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1% P
==t
o a4
6 i =S UARE
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o e =01A —
f =03MHz [
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NIZKOFREKVENCNI VYKONOVE 2NU73 2-2NU73
TRANZISTORY P-N-P 3NU73 2-3NU73

: 4NU73 2-4NU73
5NU73 2-5NU73
6NU73 2-6NU73
7NU73 2-7NU73
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GERMANIOVE VYKONOVE 2NU74 2-2NU74
TRANZISTORY P-N-P ’ : 3NU74 2-3NU74
4NU74 2-4NU74
5NU74 2-5NU74
6NU74 2-6NU74
7NU74 2-7NU74

Pouziti: )
Polovodi¢ové sougdstky 2NU74 af 7NU74 jsou nizkofrekvenéni germaniové vykonové
tranzistory typu p-n-p se ztratovym vykonem 50 W, uréené pro vykonové zesilovae

tfidy A nebo B, pro spinafe apod., 2-2NU74 ai 2-7NU74 jsou pdrované tranzistory
pro zesilovade tf¥idy B.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklen&nymi pri-
chodkami. Vlastni systém tranzistoru je pfipevnén kolektorem k zdkladné pouzdra,
emitor a bdze jsou pripojeny k pfivodnim dratim prochdzejicim prichodkami o celek
je neprody3n& uzavien kovovym pouzdrem. Zdakladni elektroda — bdze — je zhotovena
z destitky monokrystalu germania vodivostniho typu n, emisni elektroda — emitor —
a sbérnd elektroda — kolektor — z germania typu p. Vyvody jednotlivych elektrod
jsou oznadeny na pouzdru pismeny E (emitor), B (bdze), kolektor je vodivé spojen
s pouzdrem.

| 55 55 &5
Mezni hodnoty: (Teplota pouzdra +25 °C) zZz zZz z2Z
Kolektorové napéti -Uep max 50 60 90 \
Kolektorové napéti $pickové —UcBM max 50 60 90 \'
Kolektorové napéti %) ~Ucp max 32 48 70 v
Kolektorové napéti Spickové ) —UcEM max 32 48 70 v
Napéti emitoru -Ugp max 10 15 15 v
Napéti emitoru 3pickové —UpBM max 10 15 15 A\
Proud kolektoru -lo max 15 A
Proud kolektoru 3pickovy —lom max 15 A
Proud bdze =g max 1.5 A
Proud baze pitkovy ~igy max 1.5 A
Ztréta kolektoru Pc max . 50 w
Teplota pfechodu B max 100 oC
Minimdlni teplota okoli Sa min —60 °C
Tepelny odpor s idedlnim chlazenim  R; max 1,2 oC/W
Teplota pfi skladovani Dstg max —60 ai +100 °C
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GERMANIOVE VYKONOVE o 2NU74 2-2NU74
TRANZISTORY P-N-P : 3NU74 2-3NU74
4NU74 2-4NU74
5NU74 2-5NU74
6NU74 2-6NU74
7NU74 2-7NU74

Charakteristické udaje: (Teplota pouzdra -+25 °C)
Napéti kolektoru
(-lc = 0,02 A, Rgp = 30.9) )
2NU74, 3NU74  -Upp- >32 v

4NU74, 5NU74 -Ucg >48 v
6NU74, 7NU74 -Ucg >70 v
Klidovy proud kolektoru
(~Ugg=6V) —lcro <1 ' mA
(~Ucg =6V, §. = 100°C) -lepo <50 mA

Proudovy zesilovaci &inite!

(Ucg =0V, I =10 A)
i 2NU74, 4NU74, 6NU74 ho1E 20...60

3NU74, 5NU74, 7NU74 h21E 50 ... 130

Napéti bdze

(~Ugg =0V, Izg=10A) -Ugg <15 v
Saturaéni napéti kolektoru

(-lg =10 A, —lg=1A) ~Ucks <1,0 ‘ v
Mezni kmitocet .

(=Ucp=6V, lp=1A4A) fp . >0,15 MH:z

Parované tranzistory 2-2NU74 ai 2-7NU74:

Pérované tranzistory musi odpovidat viem uvedenym charakteristickim hodnotam,
Navic zesilovaci &initel hy;p, méfeny v pracovnim bodu —Upp =0V, I = 10 A, se
nesmi u obou tranzistord odliSovat o vice nez 15 %,. .

Poznamka: )
) Plati pro Rgp = 30 Q. Pro ostotni hodnoty plati zdvislost podle obrazku.
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GERMANIOVE VYKONOVE 2NU74 2-2NU74
TRANZISTORY P-N-P 3NU74 2-3NU74

4NU74 2-4NU74
5NU74 2-5NU74

6NU74 2-6NU74
7NU74 2-7NU74

Doporuéeni pro konstruktéry:

1.

Tranzistory se upeviuji v pfistroji pfiSroubovdnim pouzdra ke kostie pFistroje nebo
jiné chladici plose tak, aby zdkladna tranzistoru pfevadéla celou plochou ztrdtové
teplo, vznikajici uvnité tranzistoru. Vyvody je nutno do obvodu piipdjet. Vyvody
nesmi byt pfi montaii ohybdny a namdéhdny na ohyb nebo krouceny (nebezpedi
ulomeni a poruSeni tésnosti u sklenéné prichodky).

. Tranzistory jsou neprodyiné zapouzdieny a jsou odolné viéi klimatickym vlivam;

viéi Gginkdm mrazu -55°C (zkousi se podle normy CSN 34 5681, &l. 50, zkouska
SA4), Ginkim suchého tepla 100 °C (&l. 51, zkouska SB4), G&inkim vlhkého tepla
+55 °C pfi relativai vlhkosti 95 az 100 9y (&l. 53, zkouska SDS5).

. Tranzistory jsou odolné proti Géinkim chvéni a otfesGtm af do hodnoty 10 g pii
kmitoétu 50 Hz (zkou3i se podle normy CSN 345681, &. 83, po dobu 30 minut
ve sméru hlavni osy a 30 minut ve sméru kolmém na hlavni osu). Ddle jsou odoiné
proti G&inkdm pddu aZ do hodnoty 40 g (zkousi se podie CSN 34 5681, &l 80,
zkouska SE4).

1.7.1962- 3 291



GERMANIOVE VYKONOVE 2NU74 2-2NU74
TRANZISTORY P-N-P 3NU74 2-3NU74
' 4NU74 2-4NU74
5NU74 2-5NU74
6NU74 2-6NU74
7NU74 2-7NU74
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GERMANIOVE VYKONOVE 2NU74 2-2NU74
TRANZISTORY P-N-P 3NU74 2-3NU74
4NU74 2-4NU74
5NU74 2-5NU74
6NU74 2-6NU74
7NU74 2-7NU74
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GERMANIOVE VYKONOVE 2NU74 2-2NU74
TRANZISTORY P-N-P 3NU74 2-3NU74
4NU74 2-4NU74
5NU74 2-5NU74
6NU74 2-6NU74
7NU74 2-7NU74
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GERMANIOVE VYKONOVE 2NU74 2-2NU74
TRANZISTORY P-N-P 3NU74 2-3NU74
4NU74 2-4NU74
5NU74 2-5NU74
6NU74 2-6NU74
7NU74 2-7NU74
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GERMANIOVE VYKONOVE 2NU74 2-2NU74
TRANZISTORY P-N-P , 3NU74- 2-3NU74
4NU74 2-4NU74
5NU74 2-5NU74
6NU74 2-6NU74
7NU74 2-7NU74
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GERMANIOVE VYKONOVE 2NU74 2-2NU74

TRANZISTORY P-N-P 3NU74 2-3NU74
4NU74 2-4ANU74
5NU74 2-5NU74
6NU74 2-6NU74
7NU74 2-7NU74
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GERMANIOVE VYKONOVE 2NU74 2-2NU74
TRANZISTORY P-N-P ' 3NU74 2-3NU74
4NU74 2-4NU74
5NU74 2-5NU74
6NU74 2-6NU74
7NU74 2-7NU74
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Dovazené tranzistory
v ramei Specializace
(SSR - MLR
CSSR - SSSR



300

B B
Dovézené germaniové tranzistory GC507 ai GC509, GC515 ai GC519 doddvd
zahraniéni dodavatel s ponékud odlisnym uspoféddnim vyvodd v patici. Vyvody
nejsou jako u vyvodh TESLA rozloieny v fad&, ale do kruhu. Sled "vyvoda je
viak prokticky shodny s provedenim TESLA. Je znézornén na obrdzcich. Pouzdro
miZe mit vodici vjstupek nebo nikoliv. Nekdy byvé kolektor oznalen &ervené.

U nékterych doddvek je pro snadndjsi r Gni vyvod kolektoru del3i nebo
kratsi.




NiZKOFREKVENCNI
TRANZISTORY P-N-P

GC507
GC508
GC509

2 - GC507

Dovajené tranzistory GC507, GC508, GC509, 2-GC507 z MLR maiji viechny elektrické

parametry shodné s vyrobky TESLA a
teristickych Gdaja:

Parované tranzistory 2 - GC507

Proud béze

(~-Ugg = 6 V. 1 =10 mA)
Cinitel Sumu

(-Ugg =2V, —lg = 0.5 mA
Rg = 500 @, f =1 kHz)

Informativni hodnoty:
Zbytkovy proud kolektor - emitor

(-Ugg = 32 V. Rgp = 1000 @)
(-Ugg = 62 V. Rgg = 1000 )

Zbytkovy proud kolektor - baze
(-Upgp =32V)

Proud kolektoru
(~Upp =6V, —Upgp =015 V)
Proudovy zesilovaci &initel

(~Ugg = 6 V. 1g =10 mA)

Jmenovité hodnoty:

Parované tranzistory 2-GC507 musi

151

—lcer
-lcer

—lego
=lea

hz1E

% na nésledujici vyjmenované parametry charak-

GC507 GC508 GC509

96...265 53...180 <265 uA
<15 ~15 ~15 dB
<200 <200 Y
_ - <200 #A
<25 <25 - uA
0,7...3.2 - - mA

37...104 55...188 >37

svymi porametry odpovidat viem parametrim

tranzistora GC507. Navic pomér proudd bdze obou tranzistorl, méfeny ve dvou pro-

covnich bodech

Ig
oV, IE

musi byt ve stejném pracovnim bodé

1. 12. 1970

10 mA
80 mA

men$i nei 1,2

003

A B 3
9
E 9 €
f:] B

e ax

S e
2 1
E !

mxe63 axe63

min 35

*002

301



NIZKOFREKVENCNI
TRANZISTORY P-N-P

GC515 GC517
GC516 GC518
GC519

Dovdsené tranzistory GC515 ai GC519 z MLR maji viechny elekirické parametry shodné
s vyrobky TESLA ai na nasledujici vyjmenované parametry charakteristickych Gdaja:

Jmenovité hodnoty:

Napéti baze
(Ip = 1 mA, —Ucp =6 V)
GC515
GC516—GC519

Proudovy zesilovaci é&initel
(Ig =1 mA, ~Ugg=6V)
GC515
GC516
GC517
GC518
GC519
Cinitel Sumu
(~lg = 0,5 mA, —Ugp =2 v,
Rg = 500 @)
GC515
GC516—~GC519

Informativni hodnoty:
Zbytkovy proud kolektor - emitor
(-Upp =32V, Rgp =7500 )
Zbytkovy proud kolektor - baze
(-Upp=32V)
h - parametry
(Ugg =6V, lgp=1 mA)
Vstupni impedance
Zpétny napéfovy &initel

Vystupni admitance naprdzdno

1. 12. 1970

hite
hize
h32e

-Uggs 0,06 ...017
-Upggy 0.08...0,17
hase 20... 40
hate 30... 80
haie 50. .. 100
hate 75...150
hate 125. .. 250
F <12
F pram. 12
—|CER <200
-lcBo <25
GCs515 GC516  GCs517 - GC518
<4 <4 <5 <8
<30 <30 <50 <80
< 100 < 100 <140 <180

dB
dB

uA

uA
GC519

~6 k@

~35 .10-3
~100 “S

303



GERMANIOVE VYKONOVE GD607 2 - GD607 GD607/GD617
TRANZISTORY N-P-N 4 W GD608 2 - GD608 GD608/GD618
GD609 2 - GD609 GD609/GD619

Dovaiené tranzistory GD607, GD608, GD609 z MLR maji viechny elektrické parametry
shodné s vyrobky TESLA oi na ndsledujici vyjmenované parametry charakteristickych
adaji:

Jmenovité hodnoty:

Zbytkovy proud kolektor - baze GDé607 GD608 GDé609
(Ucp =20V) leBo <5% <%0 =50 kA
(Ugg =10V, 9, =75°C) 1cB0 <1 <1 1 mA

Zavérné napéti kolektor - emitor
(g =1A) Ucro 20 - 18 ~16 V
(g =02A Ugg=1V) Ucry >32 >25 - v
(lc =05A, Ugg=1V) Ucev - - >20 V

Mezni kmitodet tranzitni
(Upg =2V, ~lp = 300 mA) fr =1 >1 >1 MHz

Kapacita kolektoru
(Ugg =6V, f=1500 kHz) CeBo <200 <200 <200 pF

Parované tranzistory 2 - GD607, 2 - GD608, 2 - GD609:

Parované tranzistory 2-GD607, 2-GD608, 2-GD609 musi svymi parametry odpovidat
viem parametrim tranzistord GD607, GD608, GD609, Navic pomér proudi baze obou
tranzistorl, méfeny ve dvou pracovnich bodech

Uog =0V, =~ = 50 mA

Ugg = 0V,  —lp = 500 mA
musi byt ve stejném pracovnim bodé mendi nei 1.2.

Doplitkové pary tranzistori GD607/GD617, GD608/GD618, GD609/GD619

Pérované doplitkové tranzistory GD607/GD617, GD608/GDé618, GD609/GD619 musi svymi

parametry odpovidat viem parametrim tranzistord GD607,GD608, GD609, GD617,

GD618, GD619. Navic pomér proudd bdze obou tranzistorli, méfeny v pracovnim bodu
Ucg =0V, -l = 500 mA

musi byt men$i nei 1,25.

01
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B " )
L. 3
max 3,3
max 14,3
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GERMANIOVE VYKONOVE GD617 2-GD617 GD617/GD607
TRANZISTORY P-N-P 4 W GD618 2-GD618 GD618/GD608
GD&19 2-GD819 GD619/GD609

Dovaiené tranzistory GD617, GD618, GD619 z MLR maji viechny elektrické parametry
shodné s vyjrobky TESLA af no ndsledujici vyjmenované parametry charakteristickych

Gdajb:

Jmenovité hodnoty:

Zbytkovy proud kolektor - baze GDé17 GD618 GD619
(-Ugg=20V) -IcBo <40 <40 <40 uA
(-Ugg =10V, §,=75°C) ~Icgo <600 <600 <600 BA

Zavérné napéti kolektor - emitor
(—lg=1A) ~Ucro =20 =18 216V
(-—IC = 0,2 A, —UEB =1YV) _UCEV >32 225 >25 \"

Zavérné napéti emitor - bdze
(-1 = 0.2 mA) ~Uego =10 =10 =10 v

Mezni kmitoget tranzitni
(=Ugpg =2V, Ig =300 mA) fr >1 >1 0,7 MHz

Kapacita kolektoru
(-Ucg =6V, f=7500 kHz) Ccro <150 <150 <150  pF

Parované tranzistory 2 - GD617, 2 - GD618, 2 - GD619:

Parované tranzistory 2-GD617, 2-GD618, 2-GD619 musi svymi parametry odpovidat viem
parametram. tranzistord GD617, GD618, GD619. Navic pomér proudld bdze obou tran-
zistord, mé&feny ve dvou pracovnich bodech

-Ugg =0V, g =50 mA

—Ueg =10V, I = 500 mA

musi byt ve stejném pracownim bodé& menii nef 1,2

Doplitkové pary tranzistord GD617/GD607, GD618/GD608, GD619/GD609

Pérované doplikové tranzistory GD617/GD607, GD618/GD608, GD619/GD609  musi
svymi parametry odpovidat vSem parametrdm tranzistor GD617, GDé618, GDé619,
GD607, GD608, GD609. Navic pomér proudll bdze obou tranzistorli, méfeny v pra-
covnim bodu

—-Ugg =0V, tp = 500 mA
musi byt mensi neZ 1,25.
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI rr3z2
TRANZISTORY P-N-P ' rT322A

Pouiiti:
Polovodidové souddastky [T322, 'T322A isou germaniové difuzni tranzistory p-n-p,
uréené pro vysokofrekvenéni a vkv zesilovade, sméSovale a oscilatory ai do kmi-
todtu 120 MHz,

Provedeni:

Systém tranzistoru je zapouzdien v kovovém pouzdru (pfibliiné TO-72), od né&hoi je
elektricky odizolovan,

Mezni hodnoty:

Napéti kolektor - baze -Uco max 25 A
Napéti kolektor - emitor

RBE = 10 k@2 ~Ucro max 20
Napéti emitor - baze -Urgo max 1
Proud kolektoru ‘ -l max 10 mA
Proud emitoru IE max ’ 11 mA
Proud baze -Ig mox 1 mA

Ztratovy vykon

By = 25°C Piot max 50 mw
Teplota prechodu 171‘ max 90 °C
Teplota pfi skladovani Bsig max =55...+%9 °C
Tepelny odpor )

pfechod — okoli Rthia max 0,75 °Clm'W

prechod — pouzdro Rinie max 0.4 °C/mW

Charakteristické udaje: 4, = 25°C
Statické hodnoty:

rT322 IT322A
Zbytkovy proud kolektoru

-Uepp =10V ~lggo <4 <4 HA
Zbytkovy proud emitoru

~Upp =025V lgB0 <10 <10 bA
Proudovy zesilovaci &initel

stejnosmérny

=Ucp =5V, lp=1mA ha1e - 30...100
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‘GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI rr322
TRANZISTORY P-N-P rT322A

Dynamické hodnoty: rrs22 FT322A

Proudovy zesilovaci &initel

=Upp =6V, lg=1mA, f=1kHz

I'T322 &erveny hz1e 40...80 -

1322 modry LETHS 50...100 -

7322 bily (Zerny) hote 90...300 -
Absolutni hodnota zesilovaciho

Cinitele

=Ucp =5V, Ip=1mA, )

f =20 MHz [h2z¢! >4 >4
Vstupni odpor

~Ugg=5V, 'E,=1 mA, \’

f = 50...1000 Hz LITTS >34 - 34 Q
Mezni kmito&et '

—UCE=6V' Ip =1 mA,

f = 20 MHz fp ~ 80 - 80 MHz
Casové konstanta

—Upp =5V, Ig=1mA,

f=5MH:z W't <y <200 <§O ps

Kapacita kolektoru
—UCE=5V. IE=OmA. N
f = 10 MHz cc <18 <1,8 pF
Sumové é&islo
=Upp =6V, Ig=1mA,
f =16 MHz

-
A
-

<4 dB

069%0% 495704
: g 1
E C '5*12J _
8 E
S max05 |
L l!_J
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI rr322
TRANZISTORY P-N-P FT322A
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI rr322

TRANZISTORY P-N-P rT322A
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI rr322

TRANZISTORY P-N-P TT322A
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI

TRANZISTORY P-N-P

rT328A
(AF106)

Pouiiti:

Polovoditové souddstky [T328A (AF106) jsou germaniové plandrné-epitaxni vysoko-
frekvenéni tranzistory p-n-p, uréené pro vysokofrekvenéni zesilovale, sméSovaie a
oscilatory, pracujici v kmitoétovém pasmu do 500 MHz.

Provedeni:

Systém tranzistoru je zapouzdien v kovovém pouzdru (piiblizné TO-72), od néhoi je

elektricky odizolovan. Pfivod S je spojen s pouzdrem.

Mezni hodnoty:
Napéti kolektor - baze
Napéti kolektor - emitor
Napéti emitor - bdze
Proud kolektoru
Teplota pfechodu
Teplota pfi skiadovdni
Ztratovy vykon
fta = 45°C
Tepelny odpor
prechod — okoli .

prechod — pouzdro

Charakteristické udaje: #; = 25
Statické hodnoty:
Zbytkovy proud kolektoru
—Upgg =20V, —lg=0mA
Prirazné napéti kolektoru
~lggo = 100 pA
—lcpo = 500 LA
Prirazné napéti emitoru
—lgpo = 100 uh
Zesilovaci &initel stejnosmérny
—Ugp =12V, —lg=1mA
—Upggp= 6V, =lg=2mA

5. 1976 - 1

~YUcso
—-Ycro
~Uggo
7]

Dstg
Prot

Rinja
Rthjc

—lcso

—Y¢BR) CcBO
=U¢sr) cEo

—U/BRr) EBO

hy1g
ha1g

max

max
max
max

max

0.5

40

0.6

40
60

25

18

0.3

10 mA
90 °C

~30...+75 °C

60 mw
<0,75 °ClmW
<04 °C/mW

<6 uA

\'J
>20 \'4
>0,3 \
>20
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI
TRANZISTORY P-N-P

rT328A
(AF106)

Dynamické parametry:
=Upp =12V, —lp =1 mAv
Mezni kmitoget )
f = 100 MHz f

Mezni oscilaéni kmitoget fosc

Sumové &islo
f = 200 MHz, R; =60 2 F
Zpétnovazebni kapacita
f = 450 kHz —CIZe
Casovd konstanta

f=35MH:z oy’ Cp'e
Vykonovy zisk
~Upp =10V, -lp =3 mA,
f =200 MHz, Ry = 920 2 Gy
Méieni vykonového zisku Gpy:
f = 200 MHz

Ry = 920 2

2,0
45
0.45

6,0

17,5

L - 3 zdvity drétu & 1 mm, navinuto na & 6,5 mm

L, — 2 zdvity drétu & 1 mm, navinuto na & 6,5 mm

L3, Ly — 20 zavitd dratu & 1 mm, navinuto na & 6,5 mm

Cp — trimr 1,5...5 pF
< — trimr 6,5...18 pF
C2 - trimr 9,5...20 pF
Cs — ladici kondenzétor 3,0.. .10 pF

i
AN

{~200MHz
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI

IT328A
TRANZISTORY P-N-P (AF106)
Y — parametry:
—Upgg =12V, —lg=1mA, =200 MHz .
Admitance

vstupni 911 29 mS

vstupni - biip -18 mS

zpétnovazebni 912 —-0,05 mS

zpétnovazebni bay —0,2 mS

prenosovd’ 1Yol 32 mS

(fazovy Ghel) ?Yo1p 110 o

vystupni 922p 0.15 mS

vystupni byop 1.8 mS

8 e
C e~ sﬂ@i o%
79 %
‘Q— ey
B 4495704
B
S maxe05
\
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI

T328A
TRANZISTORY P-N-P (AF106)
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI rT328A

TRANZISTORY P-N-P (AF106)
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI - TT328A

TRANZISTORY P-N-P (AF106)
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI rT328A

TRANZISTORY P-N-P (AF106)
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI 73286
TRANZISTORY P-N-P (AF109R)

Poutiti: .
PolovodiZové souddstky TT3285 (AF109R) jsou germaniové plandrné epitaxni vysoko-
frekven&ni tranzistory p-n-p, urené pro fizené vysokofrekvenéni zesilovale, pracujici
do kmito&tu 500 MHz.

Provedeni:
Systém tranzistoru je zapouzdfen v kovovém pouzdru (pfiblizng TO-72), od néhoi je
elektricky odizolovan. Pfivod S je spojen s pouzdrem.

Mezni hodnoty:

Napéti kolektor - baze -Ueao max 20 A
Napéti kolektor - emitor -Uero max 15 \Y
Napéti emitor - baze -Urso _ max 0,3 v
Proud kolektoru —le max 10 mA
Proud emitoru Ig max 1 mA
Proud bdze -lg max 1 mA
Teplota pfechodu 3 max 90 °C
Teplota pii skladovani l7stg max ~30...475 °C
Ztratovy vykon

g = 45°C Piot max 60 mW
Tepelny odpor

pfechod — okoli‘ Rthja max 0,75 °CimW

pfechod — pouzdro Ripjc max 0,4 °ClmW

Charakteristické udaje: #; = 25°C
Statické hodnoty:

Zbytkovy proud kolektoru

~Ucgg =20V =lcpo 0,5 <6 uA

—Uggo = 1BV -lcro <500 sA
Zbytkovy proud emitoru

-Ugpo = 03V ~lggo 2 <100 uA
Zesilovaci &initel stejnosmérny

~Upp =12V, -lg =15 mA hy1g 0 >20

-Uecp= 6V, -l =2 mA hyig 50
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI 73285
TRANZISTORY P-N-P (AF109R)

Dynamické hodnoty:
Zpétnovazebni kapacita
“Upgg =12V, —lp =1 mA,
f = 450 kHz —C12¢ - 0,25 . pF
Sumovy Einitel '
“Upp =12V, ~ig =2 mA,
f =200 MHz, R; = 60 @ F 4 <4,5 dB
Vykonovy zisk
_U‘CE =12V, ~lg =2 mA,
=200 MHz, Rp =1 k&,
Ry =920 @ Gpp 16,5 >13 dB
Regulaéni rozsah zisku
—Ucg =12V, =g =2 mA,
f =200 MHz, Rp =1 k2,
Ry =920 2, Iz <9 mA Apr 36 dB

Méfeni vykonového zisku Gpy:
f = 200 MHz
Ry = 920
Ly

L, -~ 2 zdvity dratu J 1 mm, navinuto na J 6,5 mm

— 3 zdvity dratu @ 1 mm, navinuto na J 6,5 mm

Ly, Ly — 20 zdvitd drétu & 1 mm, navinuto na & 6,5 mm

Cp - trimr 1,5...5 pF
C1 — trimr 6,5...18 pF
C2 — trimr 9,5...20 pF
Cs — ladici kondenzétor 3,0...10 pF
60 2k Ly Ck

ﬁ:} VYV F
I ii Le Cs

~3
o
O
S
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s
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=
2
~ny
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3

f~200MHz
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI

rT328b6
TRANZISTORY P-N-P (AF109R)
Y - parametry:
-Ugpg=10V, —lp =3 mA, f =200 MHz
Admitance
vstupni . 911p 29 m$
vstupni byy -18 mS -
zpétnovazebni 912p =0,05 mS
zpétnovazebni . by, -0,2 mS
pfenosovd . 921p —14 mS
pfenosové by 38 mS
vystupni 922p 0,15 mS
vystupni byay, 1.8 mS
C E
B
B
°
Ele e|C
maxe05
S
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI

FT3286
TRANZISTORY P-N-P (AF109R)
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI rT3286

TRANZISTORY P-N-P ‘ (AF109R)
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rr3286

GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI

TRANZISTORY P-N-P

(AF109R)
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI

rr3286
TRANZISTORY P-N-P

(AF109R)
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI rT346A
TRANZISTORY P-N-P (AF239)

Pouditi:
Polovodigové souiastky [T346A jsou germaniové plandrné-epitaxni vysokofrekvenéni
tranzistory p-n-p, uréené pro vysokofrekvenéni zesilovale, smélovaie a oscildtory,
pracujici v kmitoétovém pdasmu do 1000 MHz.

Provedeni:

Systém tranzistoru je zapouzdien v kovovém pouzdru (pfibliingé TO-72), od néhoi je
elektricky odizolovén. Piivod S je spojen s pouzdrem.

Mezni hodnoty:

Napéti kolektor - baze -UcBo max . 20
Napéti kolektor - emitor -Ucro max 15
Napéti emitor - baze _UEBO max 0,3
Proud. kolektoru =lc max 10 mA
Proud emitoru IE max 1" mA
Proud baze —lg max 1 mA
Teplota pfechodu B max 90 °C
Teplota pfi skladovéni l?stg max -30...+75 °C
Ztrétovy vykon '
#q s 45°C Piot max 60 mw
Tepelny odpor
pfechod — okoli Rthja max 0,75 °ClmwW
pfechod — pouzdro Rthjc max 0,4 °ClmW

Charakteristické udaje: (9; = +25°C)
Statické hodnoty:

Zbytkovy proud kolektoru

—Ugps =20V =lcgs 0,5 <6 uA

=Uppo =1V ~lceo <500 uA
Zbytkovy proud emitoru

~Ugpp =03V -lgBo 5 <100 uA
Zesilovaci &initel stejnosmérny

—Ugg =10V, —lo=2mA hyig 45 >10

~Ugg= 5V, —lg=5mA hotg 38
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI ' I'T346A
TRANZISTORY P-N-P » (AF239)

Dynamické hodnoty:
“Ugg =10V, -l =2 mA

Mezni kmitodet

f = 100 MHz fr 700 MHz
Zpétnovazebni kapacita

f = 450 kHz ~Cy2e 0.23 pF
Vykonovy zisk

f = 800 MHz, R, = 500 © Gy 1,5 >9 dB

f = 800 MHz, RL = 2k pr 14,5 >1,5 dB

f = 900 MHz, RL = 500 2 pr 10,5 >8,5 dB

f = 900 MHz, RL = 2k pr 12,5 dB
Sumové é&islo

f = 800 MHz, RG = 60 2 F 5 <6 dB

f =900 MHz, Ry = 60 @ F 5 <7’ .dB

Méfeni vykonového zisku Gy, o Sumového éisla F:
f = 800 MHz '

R, = 2 k&
60

L1 — 5 z4vith dratu & 1 mm, navinuto na & 6,5 mm

L2 — 8 zévitd dratu Z 1 mm, navinuto na & 6,5 mm

332 5. 1976 - 2



GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI rT346A
TRANZISTORY P-N-P (AF239)
'Y = parametry:
~Upgg =10V, =l =2 mA, f=2800MHz
Admitance

vstupni d11p 4 mS

vstupni by -21 mS

zpétnovazebni [Y12b| 0,38 mS

fézovy uhel "’Y12b -100 o

pfenosovd Y2l 22 mS

fazovy dhel [AFYR 36 o

vystupni 9221 0,5 mS

vystupni mS

5. 1976 - 3
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GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI TT346A

TRANZISTORY P-N-P (AF239)
o]
B EPAGES 85
Ol
1] 38| s 8 =
| E _uplD ‘\\ B
N
™
N S 8
Ny
N
. - <
rydy %8y o 2 2 °
S
|
I 3
<= =
|| § ; *
I 8
:_,E- |t
/'E// //(
—— / 1
o1 =
—— 3 8
g
o
(e Py 8 N & ©

334 5 1976 - 4



rT346A
(AF239)

GERMANIOVE VYSOKOFREKVENCNI

TRANZISTORY P-N-P
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Pouziti:

Polovoditové souéastky [T346B jsou germaniové plandrné-epitaxni vysokofrekvenéni
tranzistory p-n-p, uréené pro vysokofrekvenéni zesilovale, sméSovale a oscildtory,
pracujici v kmitoltovém pdsmu do 1000 MHz.

Provedeni:
Systém tranzistoru je zapouzdien v kovovém pouzdru (pfiblizné TO-72), od ného% je
elektricky odizolovan. Pfivod S je spojen s pouzdrem.

Mezni hodnoty:

Napéti kolektor - baze -Uepo max 20 . v
Napéti kolektor - emitor =Yero max 15 v
Napéti emitor - baze -Ugpo max 0,3 v
Proud kolektoru ~le max 10 mA
Proud emitoru Ig max M mA
Proud bdze . ~lg max " T mA
Teplota pfechodu ¥ max 90 °C
Teplota pii skladovani '7stg max -30...4+75 °C
Ztratovy vykon

Bg = 45°C Piot max 60 mwW
Tepelny odpor

pfechod — okoli Rthja max 0,75 °C/lmW

pfechod — pouzdro Rthjc max 0,4 °C/mW

Charakteristické udaje: (9, = +25°C)
Statické hodnoty:
Zbytkovy proud kolektoru

~Ugpg = 20V ~Icao 0,5 <6 BA

—Vggo =15V —lcgo <500 bA
Zbytkovy proud emitoru

~Ugpp = 0.3V -lzgo 2 <100 uA
Zesilovaci &initel stejnosmérny

~Upp =12V, —lp = 1.5 mA haig 0 >10

~Ugg = 6V, =l =50 mA hog 60
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Dynamické hodnoty:
—Ugp =12V, ~lg =15 mA
Mezni kmitoZet '
f =100 MHz fr 600 MHz
Mezni oscilaéni kmitoget fosc 2,8 GHz
Casova konstanta
f=5MHz p' * Cp'e 3 ps
Zpétnovazebni kapacita
f = 450 kHz —Ci2e 0,25 pF
Vykonovy zisk
f = 900 MHz Gpb " >9 dB |
f =800 MHz, Ry =14 324 pr 12 >10 dB
Vykonovy zisk inverzni —pr 23 dB
Sumové &islo
f = 800 MHz, RG=60.Q F 6 <8 dB
f =900 MHz, R; = 60 2 F 6,5 <8,5 dB

Méieni vikonového zisku Gpp a Sumového ¢isla F:
f = 200 MHz

Ry = 920 k®

L — 3 zavity dratu & 1 mm, navinuto na J 6,5 mm
L, — 2 zavity drdtu & 1 mm, navinuto na & 6,5 mm
Ly, L, — 20 zdvitd drétu & 1 mm, navinuto na J 6,5 mm
C, — trimr15...5pF

C1 — trimr 6,5...18 pF

C2 — trimr 9,5...20 pF

Cs ~ ladici kondenzator 3,0...10 pF

o, 3 b
i i} 2

&< =&
i 701 Cz7 :
=200MHz !
Ly
8

- ’l

Uge
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f = 800 MHz

Ry = 2 k2 ps \
200
= T ‘
L |
60 Ei [
0 2* L
15
0
f-gooMHr— @L

L -5 zAvitd drétd 2 1 mm, navinuto na J 6,5 mm

L, — 8 zévitd drétd & 1 mm, navinuto na J 6,5 mm

Y -~ parametry:

~Ucp =10V, —lp =2 mA

Kmitocet f 200 800 MHz

Adnﬁtonce
vstupni 911p 27 4 mS
vstupni by -37 —-19 m$S
zpétnovazebni 912p -0,05 - mS
zpétnovazebni by —0,28 - mS
zpétnovazebni IYIZb[ - 0,38 mS
fazovy Ghel Y1 - —100 o
pienosovd 921p —-16 - mS
pfenosova byp 41 - mS
pfenosovd |Y21b[ - 18 mS$S
fazovy Ghel PYyop - 34 )
vystupni ' 922p 0,1 0,42 mS
vystupni byap 1,75 5,1 mS
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